
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が行および列のマトリクス状に配列される複数のメモリセルを有するとともに、互
いに独立にメモリセル行選択動作およびメモリセル列選択動作の活性化および非活性化の
制御が可能な複数のアレイブロック、
　前記複数のアレイブロックに共通に配設され、外部入出力データのビット幅に対応する
ビット幅を有し、外部からのアクセス時に書込または読出データを転送する共通データバ
ス、
　アドレス信号に従って、前記複数のアレイブロックのうちの１つのアレイブロックを選
択し、さらに該選択されたアレイブロックから前記ビット幅と同じ数のメモリセルを並行
して選択して、該選択されたメモリセルのデータを前記共通データバスへ読出すアレイ制
御手段、および
　転送指示と転送アドレス信号とに応答して、前記アレイ制御手段により前記共通データ
バスへ読出されたメモリセルのデータを前記転送アドレス信号が指定するアレイブロック
へ転送する転送手段
　
　

　

10

20

JP 3973250 B2 2007.9.12

、
前記アドレス信号と前記転送アドレス信号とをリンクして格納する格納手段、
外部からのアドレス信号と前記格納手段の格納するアドレス信号の一致／不一致を判別

する手段、および
前記判別手段の一致検出時に前記格納手段の対応の転送アドレス信号を選択しかつ前記

判別手段の不一致検出時に前記外部からのアドレス信号を選択して前記アドレス信号とし



、半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記複数のアレイブロックの各々は、各行に対応して配置され、各々に対応の行のメモ
リセルが接続される複数のワード線と、各列に対応して配置され、各々に対応の列のメモ
リセルが接続される複数のビット線対と、各列に対応して配置され、対応のビット線対上
の電位を検知、増幅、およびラッチする複数のセンスアンプとを有し、
　前記アレイ制御手段は、
　前記アドレス信号が指定するアレイブロックの前記アドレス信号が指定する行に対応し
て配置されるワード線を選択状態へ駆動した後、該アレイブロックのセンスアンプを活性
化する手段と、
　前記アドレス信号に応答して、前記選択アレイブロックの対応の列のセンスアンプを前
記共通データバスへ結合する列選択手段とを含み、
　前記転送手段は、
　前記転送アドレス信号に応答して、前記転送アドレス信号が指定するアレイブロックの
列のセンスアンプを前記共通データバスに結合する手段と、
　前記転送指示に応答して、前記転送アドレス信号が指定するアレイブロックのセンスア
ンプを活性化する手段とを備える、請求項１記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記複数のアレイブロックそれぞれに対応して設けられ、各々が前記共通データバスと
同じビット幅を有する複数のローカルデータバスをさらに備え、
　前記アレイ制御手段は、前記アドレス信号が指定するアレイブロックの対応の列のセン
スアンプを該対応のローカルデータバスへ接続する手段と、
　前記アドレス信号に従って、前記対応のローカルデータバスを前記共通データバスへ接
続する手段とを含み、
　前記転送手段は、
　前記転送アドレス信号に従って、前記転送アドレス信号が指定するアレイブロックのロ
ーカルデータバスを前記共通データバスに接続する手段と、
　前記転送アドレス信号に従って、前記転送アドレス信号が指定するアレイブロックの対
応の列のセンスアンプを該対応のローカルデータバスへ接続する手段とを備える、請求項
１または２に記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記転送手段は、前記転送指示と前記転送アドレス信号とに応答して、前記転送アレイ
ブロックのセンスアンプの活性化前に、前記転送アドレス信号が指定する行のワード線を
選択状態へ駆動する手段を備える、請求項１ないし３のいずれかに記載の半導体記憶装置
。
【請求項５】
　前記転送手段は、前記転送指示と前記転送アドレス信号とに応答して、前記転送アレイ
ブロックのワード線を非選択状態に維持する手段を備える、請求項１ないし３のいずれか
に記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　各列に対応して配置されるビット線対と対応のセンスアンプとの間に配置される接続ゲ
ートをさらに備え、
　前記転送手段は、前記転送指示と前記転送アドレス信号とに応答して、前記転送アレイ
ブロックの接続ゲートを非導通状態に維持する手段をさらに備える、請求項５記載の半導
体記憶装置。
【請求項７】
　前記共通データバス上のデータを増幅して出力バッファへ伝達するためのリードドライ
バと、
　前記リードドライバの出力信号を受けるように結合される入力部を有し、入力バッファ
から前記入力部へ与えられたデータをバッファ処理して前記共通データバスへ伝達するた
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て与える手段を備える



めのライトドライバと、
　前記転送指示に応答して、前記ライトドライバを活性化する手段をさらに備える、請求
項１ないし６のいずれかに記載の半導体記憶装置。
【請求項８】
　前記転送手段は、前記転送指示に応答して、前記転送アドレス信号が指定するアレイブ
ロックのセンスアンプと対応のローカルデータバスとの接続および前記対応のローカルデ
ータバスと前記共通データバスとの接続の確立の後、前記転送アドレス信号が指定するア
レイブロックのセンスアンプを活性化する手段を含む、請求項３記載の半導体記憶装置。
【請求項９】
　前記転送手段は、前記転送指示に応答して、前記転送アドレス信号が指定するアレイブ
ロックのセンスアンプの活性化の後、前記ライトドライバを活性化する手段を含む、請求
項７記載の半導体記憶装置。
【請求項１０】
　容量手段、
　各前記アレイブロックのセンスアンプに対応して配置されるセンスアンプ活性化信号線
、
　アドレス信号に応答して、前記アドレス信号が指定するアレイブロックのセンスアンプ
の活性化から非活性化への移行時、該アレイブロックのセンスアンプ活性化信号線を前記
容量手段へ所定期間結合する手段、および
　前記転送アドレス信号と前記転送指示とに応答して、前記転送アドレス信号が指定する
アレイブロックのセンスアンプ活性化信号線を、該転送アドレス信号が指定するアレイブ
ロックのセンスアンプの非活性化から活性化への移行時に所定期間前記容量手段へ結合す
る手段をさらに備える、請求項２ないし９のいずれかに記載の半導体記憶装置。
【請求項１１】
　前記転送手段は、前記転送指示と同時に与えられる保持指示の活性化に応答して、前記
転送アドレス信号が指定するアレイブロックのセンスアンプを活性状態に保持する手段を
さらに備える、請求項１ないし１０のいずれかに記載の半導体記憶装置。
【請求項１２】
　外部から一定のパルス幅を有する周期的に与えられるクロック信号に同期して、前記複
数のアレイブロックのうちのアレイブロックを指定するブロックアドレス信号、該アレイ
ブロックの行を指定する行アドレス信号、および該アレイブロックの列を指定する列アド
レス信号を同時に取込んで内部アドレス信号を生成する手段をさらに備える、請求項１な
いし１１のいずれかに記載の半導体記憶装置。
【請求項１３】
　前記複数のアレイブロックそれぞれに対応して配置され、前記クロック信号に同期して
与えられるチップ活性化信号に応答して活性化されて前記内部アドレス信号をラッチする
手段を含み、前記ラッチ手段は、前記内部アドレス信号が対応のアレイブロックを指定す
るときのみ与えられた内部アドレス信号をラッチする、請求項１２記載の半導体記憶装置
。
【請求項１４】
　前記クロック信号に同期して、外部から与えられる制御信号を取込み内部制御信号を生
成する制御信号入力バッファをさらに備える、請求項１２または１３に記載の半導体記憶
装置。
【請求項１５】
　前記アドレス信号により指定される選択アレイブロックの前記アレイ制御手段は、対応
のアレイブロックを、前記チップ活性化信号の活性化から所定の時間活性状態に維持する
、請求項１３記載の半導体記憶装置。
【請求項１６】
　各々が、行および列のマトリクス状に配列されるメモリセルと、各列に対応して配置さ
れ、各々に対応の列のメモリセルが接続される複数のビット線対と、各行に対応して配置
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され、各々に対応の行のメモリセルが接続される複数のワード線と、各列に対応して配置
され、各々が対応の列のビット線対のデータを検知、増幅、およびラッチする複数のセン
スアンプとを有する複数のアレイブロック、
　前記複数のアレイブロックの隣接するアレイブロックの各列に対応して配置されるビッ
ト線対の間に配置され、対応の隣接アレイブロックのビット線対を相互接続するための複
数のゲート、
　第１のアドレス信号と転送指示とに応答して、前記第１のアドレス信号が指定する選択
アレイブロックのメモリセル行を選択する第１の選択手段、
　前記第１のアドレス信号と前記第１の選択手段とに応答して、前記選択アレイブロック
のセンスアンプを活性化する手段、
　前記第１のアドレス信号と前記転送指示とに応答して、前記選択アレイブロックと隣接
するアレイブロックの間のゲートを導通状態とする接続手段、
　第２のアドレス信号と前記転送指示とに応答して、前記隣接するアレイブロックのメモ
リセル行を選択する第２の選択手段、
　前記第２のアドレス信号と前記転送指示とに応答して、前記隣接するアレイブロックの
センスアンプを活性化する手段、および
　リフレッシュ指示とリフレッシュアドレスとに従って、リフレッシュアドレスが指定す
るアレイブロックに隣接するアレイブロックに対してビット線対をフローティング状態と
して前記ゲートを導通状態として、前記リフレッシュアドレスが指定するアレイブロック
のセンスアンプに保持されているデータを前記隣接するアレイブロックに転送して、前記
ゲートを非導通状態とし、前記リフレッシュアドレスが指定するアレイブロックにおいて
リフレッシュを実行し、前記リフレッシュ指示の非活性化への移行時、前記隣接するアレ
イブロックのデータを前記選択アレイブロックのセンスアンプへ返送し、該センスアンプ
を活性状態とするリフレッシュ制御手段を備える、半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は半導体記憶装置に関し、特に、高速でアクセスすることのできるダイナミック
型半導体記憶装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図９７は、従来の半導体記憶装置の要部の構成を概略的に示す図である。図９７において
、半導体記憶装置は、複数のアレイブロックＭＢａ～ＭＢｎを含む。アレイブロックＭＢ
ａ～ＭＢｎの各々は、行列状に配置される複数のメモリセルＭＣと、各行に対応して配置
され、各々に対応の行のメモリセルが接続される複数のワード線ＷＬと、各列に対応して
配置され、各々に対応の列のメモリセルが接続される複数のビット線対ＢＬＰを含む。図
９７においては、アレイブロックＭＢａ～ＭＢｎ各々において、１本のワード線ＷＬと１
つのビット線対ＢＬＰを代表的に示す。
【０００３】
アレイブロックＭＢａ～ＭＢｎそれぞれに対応して、ＸデコーダＸＤａ～ＸＤｎ、センス
アンプ帯ＳＡＢａ～ＳＡＢｎおよびセレクタ帯ＳＴＲａ～ＳＴＲｎが配置され、またアレ
イブロックＭＢａ～ＭＢｎに共通にＹデコーダＹＤおよびグローバルＩ／Ｏ線ＧＩ／Ｏが
設けられる。
【０００４】
ＸデコーダＸＤａ～ＸＤｎは活性化時、与えられた行アドレス信号（この経路は示さず）
をデコードし、対応のアレイブロックＭＢａ～ＭＢｎのアドレス指定された行に対応して
配置されたワード線を選択状態へと駆動する。
【０００５】
センスアンプ帯ＳＡＢａ～ＳＡＢｎは、対応のアレイブロックＭＢａ～ＭＢｎの各列（ビ
ット線対ＢＬＰ）に対応して配置されるセンスアンプを含み、活性化時、対応のビット線
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対ＢＬＰ上に現れたメモリセルデータを検知し増幅しラッチする。
【０００６】
ＹデコーダＹＤは、与えられた列アドレス信号をデコードし、アドレス指定された列を選
択する列選択信号を列選択信号線ＣＳ上に伝達する。セレクタ帯ＳＴＲａ～ＳＴＲｎは、
ＹデコーダＹＤから列選択信号線ＣＳ上に伝達された列選択信号と図示しないアレイブロ
ック選択信号とに応答して、アレイブロック選択信号の指定するアレイブロックのアドレ
ス指定された列（ビット線対ＢＬＰ）をグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏへ接続する。
【０００７】
グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏには、データ読出時に活性化され、グローバルＩ／Ｏバス
ＧＩ／Ｏ上のデータを増幅して内部リード／ライトバスＲＷＢＳ上へ伝達するリードドラ
イバＲＤＲと、データ書込時に活性化され、内部リード／ライトバスＲＷＢＳ上のデータ
をバッファ処理してグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏへ伝達するライトドライバＷＤＲが設
けられる。
【０００８】
リード／ライトバスＲＷＢＳとデータ入出力端子ＤＱとの間に、データ読出時に活性化さ
れ、内部リード／ライトバスＲＷＢＳ上のデータをバッファ処理してデータ入出力端子Ｄ
Ｑへ出力する出力バッファＯＢＦと、データ書込時に活性化され、データ入出力端子ＤＱ
へ与えられたデータ信号から内部書込データを生成して内部リード／ライトバスＲＷＢＳ
へ伝達する入力バッファＩＢＦが設けられる。
【０００９】
図９７に示す半導体記憶装置においては、複数のアレイブロックＭＢａ～ＭＢｎのうち１
つのアレイブロックのみが活性化される。ここで、「アレイ活性化」は、アレイにおいて
ワード線が選択状態とされ、この選択されたワード線に接続されるメモリセルのデータが
各ビット線対ＢＬＰ上に読出されてセンスアンプにより増幅される状態を示す。アレイブ
ロック選択信号により指定されたアレイブロックに対してのみデータの書込／読出が行な
われる。
【００１０】
図９８は、図９７に示すアレイブロックＭＢａ～ＭＢｎの内部構成を詳細に示す図である
。図９８においては、１つのアレイブロックの１列に関連する部分の構成を代表的に示す
。また、１本のワード線ＷＬのみが示される。
【００１１】
図９８において、ビット線対ＢＬＰは、互いに相補なデータ信号を伝達するビット線ＢＬ
およびＺＢＬを含む。ビット線ＢＬとワード線ＷＬの交差部に配置されるメモリセルＭＣ
は、データを電荷の形態で格納するキャパシタＭＱと、ワード線ＷＬ上の信号電位に応答
して、メモリキャパシタＭＱをビット線ＢＬへ接続するｎチャネルＭＯＳトランジスタで
構成されるアクセストランジスタＭＴを含む。
【００１２】
センスアンプ帯ＳＡＢに含まれるセンスアンプＳＡは、ビット線ＢＬに接続される一方導
通端子と、ビット線ＺＢＬに接続されるコントロールゲートと、センスアンプ活性化信号
Ｖｐを受ける他方導通端子とを有するｐチャネルＭＯＳトランジスタＰ１と、ビット線Ｚ
ＢＬに接続される一方導通端子と、ビット線ＢＬに接続されるコントロールゲートと、セ
ンスアンプ活性化信号Ｖｐを受ける他方導通端子とを有するｐチャネルＭＯＳトランジス
タＰ２と、ビット線ＢＬに接続される一方導通端子と、ビット線ＺＢＬに接続されるコン
トロールゲートと、センスアンプ活性化信号Ｖｎを受ける他方導通端子とを有するｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタＮ４と、ビット線ＺＢＬに接続される一方導通端子と、ビット線
対ＢＬに接続されるコントロールゲートと、センスアンプ活性化信号Ｖｎを受ける他方導
通端子とを有するｎチャネルＭＯＳトランジスタＮ５を含む。
【００１３】
ｐチャネルＭＯＳトランジスタＰ１およびＰ２は、フリップフロップを構成し、センスア
ンプ活性化信号Ｖｐの活性化時（ハイレベル）、ビット線ＢＬおよびＺＢＬのうちの電位
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の高いビット線をハイレベルへ駆動する。ｎチャネルＭＯＳトランジスタＮ４およびＮ５
も、フリップフロップを構成し、センスアンプ活性化信号Ｖｎの活性化時（ローレベル）
、ビット線ＢＬおよびＺＢＬの低電位のビット線をローレベルへ駆動する。
【００１４】
アレイブロックＭＢ♯Ａ（ＭＢａ～ＭＢｎのいずれか）に対しては、ローカルＩ／Ｏ線Ｌ
ＩＯａおよびＬＩＯｂからなるローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡが配置される。
【００１５】
セレクタ帯ＳＴＲはビット線ＢＬおよびＺＢＬに対して設けられ、列選択信号ＣＳ（図９
７に示す列選択信号線上に伝達される信号であり、同じ符号で示す）に応答してビット線
ＢＬおよびＺＢＬをローカルＩ／Ｏ線ＬＩＯａおよびＬＩＯｂへ接続する列選択ゲートＣ
ＳＥＬと、アレイブロック選択信号ＴＧＡに応答してローカルＩ／Ｏ線ＬＩＯａおよびＬ
ＩＯｂをグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏを構成するグローバルＩ／Ｏ線ＧＩＯａおよびＧ
ＩＯｂへそれぞれ接続するブロック選択ゲートＢＳＥＬＡを含む。列選択ゲートＣＳＥＬ
は、ビット線ＢＬとローカルＩ／Ｏ線ＬＩＯａの間に配置されるｎチャネルＭＯＳトラン
ジスタで構成されるトランスファゲートＮ６と、ビット線ＺＢＬとローカルＩ／Ｏ線ＬＩ
Ｏｂの間に配置されるｎチャネルＭＯＳトランジスタで構成されるトランスファゲートＮ
７を含む。ブロック選択ゲートＢＳＥＬＡは、ローカルＩ／Ｏ線ＬＩＯａとグローバルＩ
／Ｏ線ＧＩＯａの間に配置されるｎチャネルＭＯＳトランジスタで構成されるトランスフ
ァゲートＮ８と、ローカルＩ／Ｏ線ＬＩＯｂとグローバルＩ／Ｏ線ＧＩＯｂの間に配置さ
れるｎチャネルＭＯＳトランジスタで構成されるトランスファゲートＮ９を含む。
【００１６】
図９８においては、また別のアレイブロックＭＢ♯Ｂに対して設けられるブロック選択ゲ
ートＢＳＥＬＢを示す。このブロック選択ゲートＢＳＥＬＢは、ブロック選択信号ＴＧＢ
に応答して、このアレイブロックＭＢ♯Ｂに対して配置されるローカルＩ／Ｏ線をグロー
バルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏへ接続する。
【００１７】
リードドライバＲＤＲは、このグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上に現れた相補的な信号を
差動増幅して内部リード／ライトバスＲＷＢＳへ伝達する。ライトドライバＷＤＲは、内
部リード／ライトバスＲＷＢＳ上の信号を増幅して相補書込データを生成してグローバル
Ｉ／Ｏバス線ＧＩＯａおよびＧＩＯｂ上に伝達する。
【００１８】
ビット線ＢＬおよびＺＢＬには、イコライズ信号ＥＱに応答してビット線ＢＬおよびＺＢ
Ｌを所定のプリチャージ電位Ｖｐｒにプリチャージしかつイコライズするプリチャージ／
イコライズ回路ＥＰが設けられる。このイコライズ／プリチャージ回路ＥＰは、イコライ
ズ信号ＥＱに応答してビット線ＢＬおよびＺＢＬを接続するｎチャネルＭＯＳトランジス
タＮ１と、イコライズ信号ＥＱに応答してプリチャージ電位Ｖｐｒをビット線ＢＬへ伝達
するｎチャネルＭＯＳトランジスタＮ２と、イコライズ信号ＥＱに応答してプリチャージ
電位Ｖｐｒをビット線ＺＢＬへ伝達するｎチャネルＭＯＳトランジスタＮ３を含む。イコ
ライズ信号ＥＱは、この半導体記憶装置のスタンバイサイクル時において活性状態のハイ
レベルとされる。次に動作について説明する。
【００１９】
今、画像データ処理などにおいてよく行なわれる、ある画素データを別の画素データで書
換える動作を考える。このような動作は、画像の複製の処理などにおいて実行される。今
、特に、１つのアレイブロックＭＢ♯Ａから別のアレイブロックＭＢ♯Ｂへ画素データを
転送する動作をその動作波形図である図９９を参照して説明する。図９９においては、ア
レイブロックＭＢ♯Ａに関連する制御信号およびローカルＩ／Ｏバスは、その末尾に文字
「Ａ」を付し、アレイブロックＭＢ♯Ｂについての制御信号およびローカルＩ／Ｏ線等に
ついては、その末尾に「Ｂ」を付して示す。
【００２０】
ロウアドレスストローブ信号ＺＲＡＳがハイレベルの非活性状態においては、イコライズ
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信号ＥＱＡおよびＥＱＢはともに活性状態のハイレベルにある。アドレスストローブ信号
ＺＲＡＳがローレベルの活性状態とされると、この半導体記憶装置のメモリセル選択動作
が始まる。今、外部から与えられるアドレス信号（図示せず）がアレイブロックＭＢ♯Ａ
を指定しているため、このアレイブロックＭＢ♯Ａに対してのイコライズ信号ＥＱＡがロ
ーレベルとされ、イコライズ／プリチャージ回路ＥＰが非活性状態とされる。これにより
、アレイブロックＭＢ♯Ａにおいてビット線ＢＬおよびＺＢＬはプリチャージ電位Ｖｐｒ
でフローティング状態とされる。続いて、図９７に示すＸデコーダによりロウアドレスス
トローブ信号ＺＲＡＳの立下がり時に与えられたアドレス信号に従って、アレイブロック
ＭＢ♯Ａにおいてワード線ＷＬＡが選択され、ワード線ＷＬＡ上の電位が上昇する。これ
により、ビット線対ＢＬＰ上に、この選択ワード線ＷＬＡに接続されるメモリセルのデー
タが読出され、ビット線対ＢＬＰＡの電位がこの選択メモリセルデータに応じて変化する
。図９９においては、ハイレベルのデータが読出された場合の波形が一例として示される
。
【００２１】
次いで、所定時間が経過し、ビット線対ＢＬＰＡのビット線ＢＬＡおよびＺＢＬＡの電位
差が十分に大きくなると、センスアンプ活性化信号ＶｐおよびＶｎが活性状態とされて、
センスアンプ帯ＳＡＢＡに含まれるセンスアンプＳＡが、このビット線対ＢＬＰＡ上の電
位を差動的に増幅する。
【００２２】
センスアンプＳＡにより、ビット線ＢＬおよびＺＢＬの電位差が十分に拡大した後、Ｙデ
コーダＹＤからの列選択信号ＣＳＡが選択状態を示すハイレベルに立上がり、列選択ゲー
トＣＳＥＬが導通し、ビット線ＢＬおよびＺＢＬがローカルＩ／Ｏ線ＬＩＯａおよびＬＩ
Ｏｂに接続される。
【００２３】
次いで、図示しないブロックデコーダからのブロック選択信号ＴＧＡが選択状態を示すハ
イレベルとされ、ブロック選択ゲートＢＳＥＬＡが導通し、ローカルＩ／Ｏ線ＬＩＯａお
よびＬＩＯｂがグローバルＩ／Ｏ線ＧＩＯａおよびＧＩＯｂに接続される。これにより、
センスアンプＳＡにより検知増幅された選択メモリセルデータがグローバルＩ／ＯバスＧ
Ｉ／Ｏ上に伝達される。
【００２４】
この後、リードドライバＲＤＲが活性化され、このグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上に与
えられた信号を差動増幅し、内部読出データを生成して内部リード／ライトバスＲＷＢＳ
上に伝達する。この内部リード／ライトバスＲＷＢＳ上の内部読出データは、出力バッフ
ァＯＢＦ（図９７参照）を介してデータ入出力端子ＤＱへ伝達される。この読出されたデ
ータは、半導体記憶装置の別のアレイブロックに再書込みするため、一旦レジスタなどの
外部に設けられたデータ保持手段に格納される。半導体記憶装置においては別のワード線
を選択するためにアレイプリチャージ動作が行なわれる。すなわち、ロウアドレスストロ
ーブ信号ＺＲＡＳを非活性状態のハイレベルとし、選択アレイブロックＭＢ♯Ａの選択ワ
ード線ＷＬＡを非選択状態とし、メモリセルＭＣに含まれるアクセストランジスタＭＴを
非導通状態とする。この後、センスアンプ活性化信号ＶｐおよびＶｎを非活性状態とし、
次いでイコライズ信号ＥＱＡをハイレベルとして、イコライズ／プリチャージ回路ＥＰを
活性化して、ビット線対ＢＬＰＡのビット線ＢＬおよびＺＢＬを中間電位Ｖｐｒにプリチ
ャージする。このときまた、列選択信号ＣＳＡはローレベルの非選択状態とされており、
ビット線対ＢＬＰＡとローカルＩ／Ｏ線ＬＩ／ＯＡとは切離され、またローカルＩ／Ｏバ
スＬＩ／ＯＡとグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏも切離される。またデータ入出力端子ＤＱ
の出力バッファＯＢＦが非活性状態とされ、出力ハイインピーダンス状態とされる。
【００２５】
次に、アレイブロックＭＢ♯Ｂを選択するためにロウアドレスストローブ信号ＺＲＡＳが
再び活性状態のローレベルとされる。このとき同時にアドレス信号が与えられ、アレイブ
ロックＭＢ♯Ｂの指定およびアレイブロックＭＢ♯Ｂにおけるワード線ＷＬＢの指定が行
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なわれる。これにより、指定されたアレイブロックＭＢ♯Ｂにおいて、イコライズ信号Ｅ
ＱＢがローレベルとされ、イコライズ／プリチャージ回路ＥＰが非活性状態とされる。ビ
ット線対ＢＬＰＢに選択メモリセルデータが現れた後、センスアンプ活性化信号ＶｐＢお
よびＶｎＢが活性状態とされ、ビット線対ＢＬＰＢの電位が選択メモリセルデータに応じ
て変化する。次いで列選択信号ＣＳＢがハイレベルとされ、このビット線対ＢＬＰＢがロ
ーカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢに接続される。一方、データ書込のため、入力バッファＩＢ
Ｆを介して、先に読出されて一旦保持されているデータが書込まれ、ライトドライバＷＤ
Ｒを介して書込データがグローバルＩ／Ｏバス上に伝達される。
【００２６】
グローバルＩ／Ｏバス上のデータが伝達されると、次いでアレイブロック選択信号ＴＧＢ
がハイレベルとされ、ブロック選択ゲートＢＳＥＬＢが導通し、グローバルＩ／ＯバスＧ
Ｉ／ＯとローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢが接続されてローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢに書
込データが伝達され、次いで列選択ゲートＣＳＬＥＢを介して選択ビット線対ＢＬＰＢへ
書込データが伝達される。ライトドライバＷＤＲの駆動力は、センスアンプＳＡのラッチ
力も大きいため、ビット線対ＢＬＰＢに設けられたセンスアンプＳＡのラッチデータが書
込データに対応するデータとなる。
【００２７】
書込動作が完了すると、再びロウアドレスストローブ信号ＺＲＡＳがハイレベルの非活性
状態とされ、アレイブロックＭＢ♯Ｂにおける選択ワード線が再び非活性状態とされ、セ
ンスアンプ活性化信号ＶｐＢおよびＶｎＢが非活性状態とされ、セレクタＳＴＲＢも非導
通状態とされ、ローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢとグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｂも切離さ
れる。これにより、アレイブロックＭＢ♯Ｂのプリチャージ状態とされる。
【００２８】
【発明が解決しようとする課題】
メモリアレイが複数のアレイブロックに分割され、１つのアレイブロックのみが活性状態
とされるアレイ分割構造の半導体記憶装置において、１つのアレイブロックのメモリセル
のデータを別のアレイブロックのメモリセルへ転送する場合、２つのＺＲＡＳサイクル（
ロウアドレスストローブ信号ＺＲＡＳについてのサイクル）が必要とされる。すなわち、
１つのアレイブロックのメモリセルを選択し、この選択メモリセルのデータを装置外部を
読出すサイクルと、別のアレイブロックのメモリセルを選択し、この選択メモリセルへ外
部に読出されたデータを書込むサイクルとが必要とされる。このため、アレイブロック間
データ転送を高速で行なうことができないという問題が生じる。特に、画像処理用途にこ
の半導体記憶装置を用いる場合、複製処理などの画像処理を高速で行なうことができず、
データ処理速度（描画速度）が低下し、処理システムの性能が低下する。
【００２９】
また、データ転送時において、ビット線の充放電が１つのアレイブロックと別のアレイブ
ロックとにおいて合計２回行なわれる。このビット線充放電はセンスアンプ活性化信号Ｖ
ｐおよびＶｎを伝達する信号線を介して行なわれる。このため、センスアンプ駆動のため
の電流消費が大きくなるという問題が生じる。
【００３０】
また、アレイ分割構造の半導体記憶装置において１つのアレイブロックから別のアレイブ
ロックへアクセス先を変更する場合、半導体記憶装置を一旦プリチャージ状態（非選択状
態）へ駆動する必要がある（アレイブロックは互いに独立に駆動することができないため
）。このため、アレイブロック変更時において最小限ＲＡＳプリチャージ時間と呼ばれる
時間が必要とされ、アクセス時間が長くなり、高速アクセスすることができなくなるとい
う問題が生じる。
【００３１】
また、１つのアレイブロックにおいてページモードでアクセスする場合、ページ切換（選
択ワード線の切換）においては、選択ページ（選択ワード線）を一旦非選択状態へ駆動し
た後次のページ（ワード線）を選択状態へ駆動する必要があり、この場合においても、Ｒ
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ＡＳプリチャージ時間と呼ばれる時間が最小限必要とされ、応じてページ切換を高速で行
なうことができず、高速アクセスがすることができなくなるという問題が生じる。
【００３２】
さらに、従来の半導体記憶装置の場合、内部データバスすなわち入出力バッファと外部デ
ータバスのバス線と接続は固定的に１対１対応で定められている。ある種のＣＰＵ（中央
演算処理装置）においては、バイトスワップ機能が設けられており、たとえば１６ビット
データバスのうち上位または下位の８ビットデータバスを用いてデータ転送を行なうこと
により、１６ビット処理システムにおいて、８ビットデータを格納する８ビットメモリお
よび８ビットデータを利用可能としている。しかしながら、このバイトスワップ機能にお
いては、単に、ＣＰＵバスとメモリバスとの間の接続が上位バイトと下位バイトで切換え
られるが、切換態様は、各メモリに対し固定的に定められている。たとえば、１つの８ビ
ットメモリは、ＣＰＵバスの８ビット上位バスまたは下位８ビットバスのみと接続されて
いる。たとえば、この８ビットメモリのデータ書込時および読出時において利用されるＣ
ＰＵバスを変更することはできず、処理用途に応じてこの８ビットメモリから読出された
８ビットデータをＣＰＵバスの上位バスまたは下位バスへ選択的に接続することはできず
、したがってＣＰＵの内部レジスタでその演算処理内容に応じて適宜データを格納するこ
とができず、ＣＰＵが内部で再びその演算処理内容に応じて８ビットデータの格納位置を
変更しており、ＣＰＵの処理操作が煩雑となるという欠点が生じる。
またこのバイトスワップ機能を用いてデータ転送を行なう場合、利用されていないデータ
バスは空き状態であり、バス利用効率が低いという問題が生じる。
【００３３】
それゆえ、この発明の目的は、アレイブロック間のデータ転送を高速かつ低消費電流で行
なうことのできる半導体記憶装置を提供することである。
【００３４】
この発明の他の目的は、低消費でセンスアンプを駆動することのできる半導体記憶装置を
提供することである。
【００３５】
この発明の他の目的は、複数のブロック間にわたって高速でアクセスすることのできる半
導体記憶装置を提供することである。
【００３６】
この発明のさらに他の目的は、ページ変更を高速で行なうことのできる半導体記憶装置を
提供することである。
【００３７】
この発明のさらに他の目的は、高速かつ効率的にデータ転送を外部処理装置とメモリ半導
体記憶装置との間で行なうことのできる半導体記憶装置を提供することである。
【００３８】
【課題を解決するための手段】
この発明は、要約すれば、複数のアレイブロックを互いに独立に駆動可能とするとともに
、センスアンプ活性化信号線を選択的に容量に結合し、この容量の充電電圧をセンスアン
プ活性化信号として利用するものである。
【００３９】
　すなわち、請求項１に係る半導体記憶装置は、各々が行および列のマトリクス状に配列
される複数のメモリセルを有するとともに互いに独立にメモリセル行選択動作およびメモ
リセル列選択動作の活性化および非活性化の制御が可能な複数のアレイブロックと、これ
らの複数のアレイブロックに共通に配設され外部入出力データのビット幅に対応するビッ
ト幅を有する共通データバスと、アドレス信号に従ってこれら複数のアレイブロックのう
ちの１つのアレイブロックを選択し、この選択されたアレイブロックから共通データバス
のビット幅と同じ数のメモリセルを選択し、かつ選択メモリセルデータを共通データバス
へ読出すアレイ制御手段と、転送指示と転送アドレス信号とに応答して、アレイ制御手段
により共通データバスへ読出されたメモリセルデータをこの転送アドレス信号が指定する
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アレイブロックへ転送する転送手段

とを備える。
【００４０】
　請求項２に係る半導体記憶装置は、アレイブロックの各々が、メモリセルの行に対応し
て配置される複数のワード線と、メモリセルの各列に対応して配置される複数のビット線
対と、各列に対応して配置される複数のセンスアンプとを有する。このアレイ制御手段は
、アドレス信号が指定するアレイブロックのセンスアンプを活性化する手段と、このアド
レス信号に従って、選択アレイブロックの対応の列のセンスアンプを共通データバ 接
続する列選択手段とを含み、また転送手段が、転送アドレス信号に応答して共通データバ
ス線を転送アドレス信号が指定する転送アレイブロックの列に接続する手段と、転送指示
と転送アドレス信号に応答して、この転送アレイブロックのセンスアンプを活性化する手
段とを備える。
【００４１】
　請求項３に係る半導体記憶装置は、請求項 ２に係る半導体記憶装置において、
アレイブロックそれぞれに対応して配置され ローカル
データバ さらに備え、列選択手段が対応のアレイブロックの列のセンスアンプを対応
のローカルデータバス線へ接続する手段と、アドレス信号に応答してこの対応のローカル
データバ 共通データバ 接続する手段とを含み、転送手段は、転送アドレス信号に
従って、共通データバ 転送アレイブロックのローカルデータバ 接続する手段と、
この転送アドレス信号の指定する転送アレイブロックの列のセンスアンプをこのローカル
データバス線に接続する手段とを含む。
【００４２】
請求項４に係る半導体記憶装置は、転送手段が、転送指示と転送アドレス信号とに応答し
て、転送アドレス信号が指定する転送アレイブロックのセンスアンプ活性化前にこの転送
アドレス信号が指定する行のワード線を選択状態へ駆動する手段を備える。
【００４３】
請求項５に係る半導体記憶装置は、転送手段が、上記転送指示と上記転送アドレス信号と
に応答して、この転送アドレス信号が指定する転送アレイブロックのワード線を非選択状
態に維持する手段を備える。
【００４４】
　請求項６に係る半導体記憶装置は、請求項 の半導体記憶装置において、各列のビット
線対とセンスアンプとの間に配置される接続ゲートをさらに備え、転送手段が、転送指示
と転送アドレス信号とに応答して、転送アレイブロックの接続ゲートを非導通状態に維持
する手段を備える。
【００４５】
　請求項７に係る半導体記憶装置は、請求項１ないし のいずれかの半導体記憶装置が、
共通データバ のデータを増幅して出力バッファへ伝達するリードドライバと、このリ
ードドライバの出力信号を受けるように結合される入力部を有し、入力バッファからのデ
ータをバッファ処理して共 ータ へ伝達するライトドライバと、転送指示に応答し
てこのライトドライバを所定期間活性化する手段を備える。
【００４６】
　請求項８に係る半導体記憶装置は、請求項３の半導体記憶装置の転送手段が、転送指示
に応答して転送アレイブロックのセンスアンプと対応のローカルデータバ の接続およ
びこのローカルデータバ 共 ータバ の接続の確立の後、転送アレイブロックの
センスアンプを活性化する手段を含む。
【００４７】
請求項９に係る半導体記憶装置は、請求項７の転送手段が、転送指示に応答して転送アレ
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と、アドレス信号と転送アドレス信号とをリンクして
格納する格納手段と、外部からのアドレス信号と格納手段の格納するアドレス信号の一致
／不一致を判別する手段と、この判別手段の一致検出時に格納手段ん対応の転送アドレス
信号を選択しかつ判別手段の不一致検出時に外部からのアドレス信号を選択してアドレス
信号として与える手段
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イブロックのセンスアンプの活性化の後ライトドライバを活性化する手段を含む。
【００４８】
請求項１０に係る半導体記憶装置は、請求項２ないし９のいずれかの半導体記憶装置が、
さらに、容量手段と、センスアンプの各アレイブロックに対応して配置されるセンスアン
プ活性化信号線と、アドレス信号に従ってこのアレイブロックのセンスアンプの活性化か
ら非活性化への移行時にアレイブロックのセンスアンプ活性化信号線を容量手段へ結合す
る手段と、転送アドレス信号と転送指示とに応答して転送アレイブロックのセンスアンプ
活性化信号線をこの転送アレイブロックのセンスアンプの非活性化から活性化への移行時
に容量手段へ所定期間結合する手段を備える。
【００５１】
　請求項１ に係る半導体記憶装置は、請求項１ないし１ のいずれかの転送手段が、転
送指示と同時に与えられる保持指示に応答して、この転送アレイブロックのセンスアンプ
を保持指示の活性期間中、活性状態に維持する手段をさらに備える。
【００５３】
　請求項１ に係る半導体記憶装置は、請求項１ないし１ のいずれかの半導体記憶装置
が、外部から周期的に与えられる一定のパルス幅を有するクロック信号に同期して、外部
から与えられる行および列アドレス信号を同時に取込んで内部アドレス信号を生成する手
段を備える。
【００５４】
　請求項１ に係る半導体記憶装置は、請求項１ の半導体記憶装置が、アレイブロック
各々に対応して配置され、クロック信号に同期して与えられるチップ活性化信号によりイ
ネーブルされて内部アドレス信号をラッチするラッチ手段を含む。このラッチ手段は、内
部アドレス信号が対応のアレイブロックを指定するときに、その与えられた内部アドレス
信号をラッチする。
【００５５】
　請求項１ に係る半導体記憶装置は、請求項１ または１ の半導体記憶装置が、クロ
ック信号に同期して、外部から与えられる内部動作指定用制御信号を取込んで内部制御信
号を発生する手段を含む。
【００５６】
　請求項１ に係る半導体記憶装置は、請求項１ の半導体記憶装置のアレイ制御手段は
、アドレス信号により指定される選択アレイブロックを、チップ活性化信号の活性化から
所定の時間のみ選択アレイブロックを活性状態に維持する手段を含む。
【００５７】
　請求項１ に係る半導体記憶装置は、請求項１ないし１ の半導体記憶装置がアドレス
信号と転送アドレスとをリンクして格納する格納手段と、外部から与えられるアドレス信
号とこの格納手段の格納されたアドレス信号の一致／不一致を判別する手段と、この判別
手段の一致検出時には格納手段の対応の転送アドレスを選択し、かつ不一致検出時には外
部から与えられるアドレス信号を選択してアドレス信号として各アレイブロックへ与える
手段をさらに備える。
【００５９】
　請求項１ に係る半導体記憶装置は、各々が、行列状に配列される複数のメモリセルと
、各列に対応して配置される複数のビット線対と、各行に対応して配置される ワー
ド線と、各列に対応して配置される複数のセンスアンプとを有する複数のアレイブロック
と、これら複数のアレイブロックの隣接アレイブロックの各列を相互接続するための複数
のゲートと、第１のアドレス信号と転送指示とに応答して、第１のアドレス信号が指定す
るアレイブロックのメモリセルを選択する第１の選択手段と、この第１のアドレス信号と
第１の選択手段とに応答して、この第１のアドレス信号が指定する選択アレイブロックの
センスアンプを活性化する手段と、第１のアドレス信号と転送指示とに応答して、選択ア
レイブロックと隣接アレイブロックとの間のゲートを導通状態とする接続手段と、第２の
アドレス信号と転送指示とに応答して、該隣接アレイブロックのセンスアンプを活性化す
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る手段を備える。
【００６０】
　請求項１ の半導体記憶装置は、さらに転送アレイブロックのセンスアンプの活性化時
、リフレッシュ指示とリフレッシュアドレス信号とに従って、リフレッシュアドレス信号
が指定するアレイブロックに隣接するアレイブロックに対してビット線対をフローティン
グ状態として対応のゲートを導通状態としてリフレッシュアドレスが指定するアレイブロ
ックのセンスアンプの保持データを該隣接アレイブロックに転送してゲートを非導通状態
とし、リフレッシュアドレス信号に従ってリフレッシュを実行し、リフレッシュ指示の活
性化から非活性化への移行時、この異なるアレイブロックのセンスアンプの保持データを
転送アレイブロックのセンスアンプへ返送し、該センスアンプを活性状態としかつ異なる
アレイブロックのセンスアンプを非活性状態とする手段をさらに備える。
【００８２】
　請求項１に係る半導体記憶装置においては、アレイ制御手段により共通データバス線上
に読出されたメモリセルデータが、転送手段により転送先のアレイブロックへ転送される
ため、メモリセルデータを、データ転送のために装置外部へ読出す必要がなく、高速でア
レイブロック間のデータ転送を行うことができる。

【００８３】
請求項２に係る半導体記憶装置においては、転送先のアレイブロックのセンスアンプを活
性化しており、確実に選択メモリセルのデータを転送先へ転送し、そこにラッチすること
ができる。
【００８４】
請求項３に係る半導体記憶装置においては、アレイブロック各々にローカルＩ／Ｏバスが
配置されており、ローカルＩ／Ｏバス線から共通データバスを介して転送先のアレイブロ
ックのローカルＩ／Ｏバスを介してデータを転送しており、余分のデータ転送経路を新た
に設ける必要がない。
【００８５】
請求項４に係る半導体記憶装置においては、転送アレイブロックのセンスアンプの活性化
前にワード線を選択状態としており、センスアンプ活性化時に、メモリセルのデータをこ
の転送先のアレイブロックのメモリセルへ書込むことができる。
【００８６】
請求項５に係る半導体記憶装置においては、ワード線は非選択状態を維持しており、セン
スアンプに転送データがラッチされる。これにより、センスアンプをキャッシュとして利
用することができる。
【００８７】
請求項６に係る半導体記憶装置においては、データ転送時に、転送先のアレイブロックの
ビット線対をセンスアンプと切離しており、センスアンプのセンスノードの容量を小さく
することができ、このセンスアンプのセンスノードの電位を転送データに応じて変化させ
ることができ、確実にセンスアンプによる転送データの検知、増幅およびラッチを行なわ
せることができる。
【００８８】
請求項７に係る半導体記憶装置においては、リードドライバで増幅されたデータがライト
ドライバを活性化して共通データバスへ伝達しているため、転送先のアレイブロックの対
応の列へ確実に転送データを書込むことができる。
【００８９】
請求項８に係る半導体記憶装置においては、転送先のアレイブロックの対応のセンスアン
プと共通データバスとの接続の後センスアンプを活性化しており、データ転送のために大
きな駆動力を有するドライバを新たに設けて用いる必要がなく、対応のセンスアンプのセ
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また、アドレス信号と対応の転送アド
レス信号とをリンクして格納し、外部アドレス信号と格納アドレス信号との一致／不一致
に従って外部アドレス信号および転送アドレス信号の一方を選択しており、センスアンプ
をキャッシュとして利用することができ、高速アクセスが可能となる。



ンスノードの電位をこの共通データバス上に伝達された転送データに応じて確実に変化さ
せることができる。
【００９０】
請求項９に係る半導体記憶装置においては、転送先のアレイブロックのセンスアンプの活
性化の後、ライトドライバを活性化しており、余分のデータ転送用のドライバを用いるこ
となく通常のデータ書込動作と同様の動作シーケンスで転送データを転送アレイブロック
の対応の列へ書込むことができる。
【００９１】
請求項１０に係る半導体記憶装置においては、センスアンプ活性化信号線が容量に選択的
に所定期間結合されるため、センスアンプ活性化信号線の充放電電流を容量に保存して次
のセンスアンプ活性化信号の活性化時に再利用することができ、センスアンプ駆動部の消
費電流を低減することができる。
【００９４】
　請求項１ に係る半導体記憶装置においては、保持指示に応答して、転送アレイブロッ
クのセンスアンプを活性状態に維持するように構成しているため、この転送先のアレイブ
ロックのセンスアンプをキャッシュとして利用することができる。
【００９６】
　請求項１ に係る半導体記憶装置においては、クロック信号に同期して行および列アド
レス信号を取込んでおり、行選択系回路および列選択系回路を互いに独立に駆動すること
ができ、複数のアレイブロックを重複的に活性状態としてデータ転送を行なうことができ
る。
【００９７】
　請求項１ に係る半導体記憶装置においては、アレイブロック各々に対応してアドレス
ラッチが配置されており、各アレイブロックにおいて互いに独立にアドレス指定を行なう
ことができる。
【００９８】
　請求項１ に係る半導体記憶装置においては、内部動作を指定する制御信号が外部クロ
ック信号に同期して与えられており、信号取込タイミングおよび内部動作開始タイミング
を容易に確立することができる。
【００９９】
　請求項１ に係る半導体記憶装置においては、各アレイブロックの活性化期間は、チッ
プ活性化信号の活性化から所定期間とされており、各アレイブロックの活性化を重複して
行なう際のアレイブロック活性化の制御が容易となる。
【０１０２】
　請求項１ に係る半導体記憶装置においては、転送指示が与えられると、ゲートを用い
て隣接アレイブロック間のビット線対を接続しており、高速で１行のメモリセルのデータ
を隣接アレイブロックへ転送することができる。
【０１０８】
【発明の実施の形態】
［実施の形態１］
図１は、この発明の第１の実施の形態である半導体記憶装置の全体の構成を概略的に示す
図である。図１において、半導体記憶装置は、１つのデータ入出力端子ＤＱに対し４つの
アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄを一例として含む。このアレイブロックの数は複数個であ
ればよく、さらに多く設けられてもよい。
【０１０９】
アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄの各々は、後にその構成は詳細に説明するが、行および列
状に配置される複数のメモリセルと、各行に対応して配置される複数のワード線と、各列
に対応して配置される複数のビット線対を含む。
【０１１０】
アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄそれぞれに対応して、活性化時、与えられた行アドレス信
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号をデコードし、対応のアレイブロックＭＢａ～ＭＢｄのワード線を選択するＸデコーダ
ＸＤａ～ＸＤｄと、対応のアレイブロックのビット線対それぞれに対応して配置され、対
応のビット線対上の電位を検知し増幅しかつラッチする複数のセンスアンプを含むセンス
アンプ帯ＳＡＢａ～ＳＡＢｄと、列選択信号に従って、対応のアレイブロックの対応の列
に配置されたセンスアンプをグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏへ接続するセレクタＳＴＲａ
～ＳＴＲｄが設けられる。
【０１１１】
この図１に示す構成において、アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄそれぞれに対応して、活性
化時、列選択信号を発生するためのＹデコーダＹＤａ～ＹＤｄが設けられる。Ｙデコーダ
ＹＤａ～ＹＤｄは、活性化時、対応のアレイブロックに対応して設けられたセレクタに対
してのみ列選択信号（ＣＳ）を出力する。グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏに対しては、リ
ード／ライトドライバＤＲが設けられ、またリード／ライトドライバＤＲは、内部リード
／ライトバスＲＷＢＳを介して入出力バッファＢＦに接続される。入出力バッファＢＦは
、データ入出力端子ＤＱとデータの授受を行なう。
【０１１２】
図１に示す半導体記憶装置はさらに、外部から周期的に与えられる一定のパルス幅を有す
るクロック信号ＣＬＫを受けて内部クロック信号を生成するクロックバッファ１と、この
クロックバッファ１からの内部クロック信号に同期して外部から与えられる制御信号ＣＥ
，Ｗ／Ｒおよびφを取込み内部制御信号を発生する制御回路２と、クロックバッファ１か
らの内部クロック信号と制御回路２からの指示信号に従って外部から与えられるアドレス
信号を取込み内部アドレス信号ＢＡ、ＲＡおよびＣＡを生成するアドレスバッファ３を含
む。制御信号ＣＥは、チップイネーブル信号であり、クロック信号ＣＬＫの立上がり時に
活性状態のハイレベルとされると、内部での行選択動作が開始される。信号Ｗ／Ｒは、デ
ータの書込／読出を示す信号であり、チップイネーブル信号ＣＥの活性化時に同時にデー
タの書込／読出を示す状態に設定される。制御信号φは、内部動作を指定する制御信号信
号を総称的に示す信号であり、後に詳細に説明するが、転送指示、データ書換指示、デー
タ保持指示などの各種制御信号を含む。制御信号ＣＥ，Ｗ／Ｒおよびφをクロック信号Ｃ
ＬＫに同期して取込み内部動作を開始する構成とすることにより、通常のアレイ分割構造
の異なり、１つのアレイブロックが活性状態にあるときに、これと独立に別のアレイブロ
ックを活性化することが可能となる。
【０１１３】
アドレスバッファ３は外部から与えられるアドレス信号を取込み、行アドレス信号ＲＡお
よび列アドレス信号ＣＡを同時に生成する。行アドレス信号ＲＡおよび列信号ＣＡをチッ
プイネーブル信号ＣＥの活性化時に同時に生成することにより、各アレイブロックにおい
て行選択系回路および列選択系回路の動作を互いに独立に制御することができ、かつセン
スアンプの活性／非活性をワード線の選択／非選択と独立に制御することができる。
【０１１４】
半導体記憶装置は、さらに、この制御回路２からの内部制御信号とアドレスバッファ３か
ら与えられるブロックアドレスＢＡに従って、このブロックアドレスＢＡが所定するアレ
イブロックに対し、必要な制御信号を与えるアレイ活性制御回路４を含む。
【０１１５】
このアレイ活性制御回路４は、後のその構成については詳細に説明するが、アレイブロッ
クＭＢａ～ＭＢｄ各々を互いに独立に活性化／プリチャージする。すなわち、制御バッフ
ァ２から与えられるチップイネーブル信号ＣＥの活性化に応答して、アドレスバッファ３
から与えられるブロックアドレスＢＡが指定するアレイブロックを一定の期間活性状態と
する。アレイ活性制御回路４により、アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄを、互いに独立に駆
動する構成とすることにより、１つのアレイブロックにおいて選択されたメモリセルのデ
ータを高速で他のアレイブロックへ伝達することができる。
【０１１６】
図２は、図１に示すアレイブロックの構成をより詳細に示す図である。図２において、図
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５５に示す従来の半導体記憶装置の構成要素と対応する構成要素には同一の参照符号を付
し、それらの詳細説明は省略する。
【０１１７】
図２において、ビット線対ＢＬＰそれぞれに対し、メモリセルＭＣが配置される部分とプ
リチャージ／イコライズ回路ＥＰおよびセンスアンプＳＡを含むビット線周辺回路との間
に、ビット線分離信号ＢＬＩに応答して選択的に非導通状態とされるビット線分離ゲート
５が配置される。このビット線分離ゲート５は、ビット線ＢＬに対して設けられるｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタＮ１０と、ビット線ＺＢＬに対して設けられるｎチャネルＭＯＳ
トランジスタＮ１１を含む。これらのＭＯＳトランジスタＮ１０およびＮ１１のゲートへ
ビット線分離信号ＢＬＩが与えられる。このビット線分離ゲート５を各ビット線対ＢＬＰ
に設けることによりメモリセルデータを別のアレイブロックへ転送するときに他のアレイ
ブロックのセンスアンプをキャッシュとして利用することが可能となる（これについては
後に詳細に説明する）。
【０１１８】
リード／ライトドライバＤＲは、従来と同様、リードドライバＲＤＲおよびライトドライ
バＷＤＲを含む。次に動作について、その動作波形図である図３を参照して説明する。
【０１１９】
今、アレイブロックＭＢ♯Ａ（アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄのいずれか）から他のアレ
イブロックＭＢ♯Ｂへのデータ転送動作について説明する。
【０１２０】
クロックバッファ１へは、半導体記憶装置へのアクセスの有無にかかわらず、常時クロッ
ク信号ＣＬＫが印加される。アクセス時においては、チップイネーブル信号ＣＥをワンシ
ョットのパルスの形で制御バッファ２へ与える。制御バッファ２は、クロック信号ＣＬＫ
の立上がり時にチップイネーブル信号ＣＥを取込み、内部チップイネーブル信号をアドレ
スバッファ３およびアレイ活性制御回路４へ与える。アドレスバッファ３は、この制御バ
ッファ２からの内部チップイネーブル信号の活性化時、与えられたアドレス信号を取込み
内部アドレス信号ＢＡ、ＲＡおよびＣＡを出力する。アレイ活性制御回路４は、この制御
バッファ２からの内部チップイネーブル信号の活性化時活性化され、アドレスバッファ３
からのブロックアドレス信号ＢＡを取込み、このブロックアドレス信号ＢＡが指定するア
レイブロックに対して設けられたＸデコーダＸＤを活性化する。
【０１２１】
ブロックアドレス信号ＢＡが指定するアレイブロックＭＢ♯Ａにおいては、対応のＸデコ
ーダＸＤ♯Ａ（ＸＤａ～ＸＤｄのいずれか）が活性化され、アドレスバッファ３からの内
部行アドレス信号ＲＡをデコードし、アレイブロックＭＢ♯Ａにおいてアドレス指定され
たワード線ＷＬＡを選択状態へ駆動する。これにより、アレイブロックＭＢ♯Ａにおいて
は、この選択ワード線ＷＬＡに接続されるメモリセルデータが各ビット線対ＢＬＰ上に読
出される。ここで、図３においては、ワード線ＷＬＡに接続するメモリセルのハイレベル
のデータがビット線対ＢＬＰＡに読出された状態が一例として示される。このチップイネ
ーブル信号ＣＥの活性化時において書換指示信号φが非活性状態のローレベルを維持して
おり、アレイ活性制御回路４の制御のもとに、この選択アレイブロックＭＢ♯Ａのセンス
アンプ帯ＳＡＢ♯Ａの各センスアンプが所定のタイミングで活性状態とされ、選択された
ワード線に接続されるメモリセルのデータの検知、増幅およびラッチが行なわれる。
【０１２２】
選択アレイブロックＭＢ♯Ａでのセンスアンプ活性化と並行してまたはその活性化の完了
の後、新たにチップイネーブル信号ＣＥがワンショットのパルス形態で印加され、制御バ
ッファ２により、クロック信号ＣＬＫの立上がり時にチップイネーブル信号ＣＥがハイレ
ベルの活性状態であり、新たなアクセス動作が指定されたと判定され、内部チップイネー
ブル信号ＣＥがアドレスバッファ３およびアレイ活性制御回路４へ与えられる。制御バッ
ファ２は、またこのとき書換指示信号φがワンショットのパルス形態で印加されるため、
同様、クロック信号ＣＬＫが立上がりで、このハイレベルの活性状態にある書換指示信号
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φを取込み、アレイ活性制御回路４へ与える。アドレスバッファ３は、制御バッファ２か
らの内部チップイネーブル信号に応答して活性化され、クロック信号ＣＬＫの立上がり時
に与えられたアドレス信号ＲＡおよびＣＡならびにブロックアドレス信号ＢＡを取込み内
部アドレス信号を発生する。後に詳細に説明するが、アドレスバッファ３から新たに内部
アドレス信号が与えられても、先に選択状態とされているアレイブロックＭＢ♯Ａに対し
て設けられたＸデコーダＸＤ♯Ａは、先に与えられたアドレス信号をラッチしており、こ
の新たに与えられたアドレス信号によりそのラッチした、アドレス信号が変化するのは防
止される。
【０１２３】
アレイ活性制御回路４は、この制御バッファ２からの書換指示信号φに応答して、このア
クセスサイクルで与えられたアドレス信号は、先に選択されたアレイブロックのメモリセ
ルデータを転送するアレイブロックのメモリセルを指定するアドレスであると判定する。
この状態においては、アレイ活性制御回路４の制御のもとに、新たにアドレス指定された
アレイブロック（転送アレイブロック）ＭＢ♯Ｂにおいて、ワード線選択が行なわれ、こ
のアレイブロックＭＢ♯Ｂにおいて選択されたワード線ＷＬＢの接続するメモリセルのデ
ータが各対応のビット線対ＢＬＰ上に伝達される。
【０１２４】
一方、アレイ活性制御回路４は、先に指定されたアレイブロックＭＢ♯Ａに対し所定のタ
イミングでＹデコーダＹＤ♯Ａを活性化する。活性化されたＹデコーダＹＤ♯Ａは、既に
ラッチしていた列アドレス信号ＣＡをデコードし、選択アレイブロックＭＢ♯Ａの対応の
列すなわちビット線対ＢＬＰを選択するための列選択信号ＣＳを活性状態とする。これに
より、アレイブロックＭＢ♯ＡのセレクタＳＴＲの列選択ゲートが導通し、選択ビット線
対ＢＬＰがローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡに接続される。同様に、ブロックアドレス信号
ＢＡに従ってブロック選択ゲートＢＳＥＬＡが導通状態とされ、このローカルＩ／Ｏバス
ＬＩ／ＯＡがグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏに接続される。これにより、選択アレイブロ
ックＭＢ♯Ａのアドレス指定されたメモリセルデータがグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上
に伝達される。
【０１２５】
アレイ活性制御回路４は、制御バッファ２から与えられた活性状態の書換指示信号φに応
答して、転送先アレイブロックにおいては、センスアンプの活性化タイミングを遅らせる
。グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上に転送されるべきメモリセルデータが現われるのを保
証するためである。
【０１２６】
次いで、この書換指示信号φが与えられてから所定期間経過後、内部書換信号φｉが活性
状態とされる。この内部書換信号φｉの活性化に応答して、転送アレイブロックのセレク
タがＹデコーダＹＤ♯Ｂの出力信号および図示しないブロックデコーダの出力信号に従っ
て導通し、アドレス指定された列のセンスアンプがグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏに接続
される。この後、転送アレイブロックＭＢ♯Ｂのセンスアンプが活性状態とされ、選択メ
モリセルへ転送メモリセルデータが書込まれる。アレイブロックＭＢ♯ＡおよびＭＢ♯Ｂ
においては、チップイネーブル信号ＣＥの活性化から所定期間経過後、アレイ活性制御回
路４の制御のもとにアレイプリチャージ動作が実行される。
【０１２７】
図４は、この発明の第１の実施の形態のデータ転送動作をより詳細に示す波形図である。
以下、図４を参照してより具体的にデータ転送動作について説明する。
【０１２８】
アレイブロックＭＢ♯Ａにおいては、チップイネーブル信号ＣＥの活性化に応答して、イ
コライズ信号ＥＱＡがローレベルの非活性状態とされ、イコライズ／プリチャージ回路が
非活性状態とされる。次いで、ビット線分離指示信号ＢＬＩＡがハイレベルとなり、ビッ
ト線対ＢＬＰＡがセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードに結合される。ここで、センスア
ンプのセンスノードとは、交差結合されたセンスアンプのＭＯＳトランジスタのゲートと
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ドレインが接続されるノードを示す。次いで、行アドレス信号ＲＡに従ってワード線が選
択され、選択ワード線ＷＬＡの電位が立上がり、センスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードの
電位がこの選択ワード線ＷＬＡに接続されるメモリセルデータに応じて変化する。センス
ノードの電位が十分に拡大した後、センスアンプ活性化信号ＶｐＡおよびＶｎＡが活性状
態のハイレベルおよびローレベルとされ、このセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードの電
位が増幅される。センスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードの電位が十分に増幅され後、Ｙデ
コーダＹＤ♯Ａの出力する列選択信号ＣＳＡがハイレベルとなり、この列選択信号ＣＳＡ
が指定する列がローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡに接続され、ローカルＩ／ＯバスＬＩ／Ｏ
Ａの電位が変化する。次いでブロック選択ゲートＢＳＥＬＡがブロック選択信号ＴＧＡに
活性化に従って導通し、ローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡがグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ
に接続され、グローバルＩ／Ｏバスの電位が変化する。
【０１２９】
クロック信号ＣＬＫの立上がり時に与えられたリード／ライト信号Ｗ／Ｒに従って、リー
ドドライバＲＤＲおよび出力バッファＯＢＦが活性化され、このグローバルＩ／ＯバスＧ
Ｉ／Ｏ上のデータが増幅されてデータ入出力端子ＤＱへ出力される。
【０１３０】
一方、このアレイブロックＭＢ♯Ａへのアクセス動作と並行して、アレイブロックＭＢ♯
Ｂにおいて、転送アドレス信号に従ってビット線分離信号ＢＬＩＢがハイレベルとなり、
また選択ワード線ＷＬＢの電位がハイレベルとなる。これにより、センスアンプＳＡ♯Ｂ
のセンスノードへ、選択ワード線ＷＬＢに接続されるメモリセルのデータが伝達され、セ
ンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノード電位が変化する。書換指示信号φが活性状態とされて
いるため、アレイブロックＭＢ♯Ｂのセンスアンプ活性化は、内部書換信号φｉ活性状態
とされるまで待合せられる。グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上のデータが確定状態とされ
た後にセンス動作を行なうためである。
【０１３１】
内部書換信号φｉが活性状態とされると、まずライトドライバが活性状態とされ、グロー
バルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上の電位が増幅される。図２に示すように、内部リード／ライト
バスＲＷＢＳはリードドライバＲＤＲの出力部に接続されかつライトドライバＷＤＲの入
力部に接続されている。したがって、グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上の電位は、アレイ
ブロックＭＢ♯Ａにおいて選択されたメモリセルのデータをさらに増幅した電位レベルと
される。次いでアレイブロックＭＢ♯Ｂにおいて、列選択信号ＣＳＢが活性状態となり、
対応の列のビット線対ＢＬＰＢ（センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノード）がローカルＩ／
ＯバスＬＩ／ＯＢに接続される。ローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢとビット線対との接続に
より、このセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位が変動しても、このセンスアンプ
ＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位は、アレイブロックＭＢ♯Ａからの転送データで書換えら
れるため、何ら問題は生じない。
【０１３２】
次いでアレイブロックＭＢ♯Ｂに対するブロック選択信号ＴＧＢがハイレベルの活性状態
となり、ブロック選択ゲートＢＳＥＬＢが導通し、ローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢがグロ
ーバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏに接続され、ローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢの電位がライトド
ライバＷＤＲから与えられた電位に従って変化し、応じてセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンス
ノード電位も変化する。次いでアレイブロックＭＢ♯Ｂのセンスアンプを活性化し、選択
メモリセルへのデータの書込および選択ワード線ＷＬＢに接続される残りのメモリセルデ
ータのリストア動作を行ない、所定期間が経過した後に、データ転送サイクルが終了する
。
【０１３３】
以上のように、アレイブロックを互いに独立して駆動可能とすることにより、１つのアレ
イブロックが活性状態とされているときに、別のアレイブロックを活性状態とすることが
でき、ロウアドレスストローブ信号ＺＲＡＳの２サイクル期間よりもはるかに短い期間で
アレイブロック間のデータ転送を行なうことができる。
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【０１３４】
［転送動作の変更例］
図５は、この発明の第１の実施の形態である半導体記憶装置のデータ転送動作の第１の変
更例を示す波形図である。
【０１３５】
図５に示すデータ転送動作において、アレイブロックＭＢ♯ＡからアレイブロックＭＢ♯
Ｂへのデータ転送が行なわれる。この場合、アレイブロックＭＢ♯Ａにおける動作は、先
の図４に示す動作と同様の動作が行なわれる。書換指示信号φが与えられても、ライトド
ライバの活性化は行なわれず、したがってグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上の電位は、ア
レイブロックＭＢ♯Ａから読出されたデータの電位を維持する。
【０１３６】
アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいては、転送アドレス信号に従って、ワード線ＷＬＢが選択
状態とされ、またビット線分離信号ＢＬＩＢもハイレベルの活性状態とされる。これによ
り、選択ワード線ＷＬＢに接続されるメモリセルのデータが各ビット線対ＢＬＰＢを介し
てセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードへ伝達される。書換指示信号φに応答して、所定
時間経過後に、ＹデコーダＹＤ♯Ｂからの列選択信号ＣＳＢおよび図示しないブロックデ
コーダからのブロック選択信号ＴＧＢがハイレベルとされる。これにより、選択列に対応
して配置されたセンスアンプＳＡ♯ＢのセンスノードがグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏに
接続される。センスアンプＳＡ♯Ｂは非活性状態であるため、そのセンスノードの電位が
グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上の電位に従って変化する。この後、センスアンプ活性化
信号ＶｐＢおよびＶｎＢが活性状態とされ、センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位
が増幅され、メモリセルに書込まれる。センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードがローカル
Ｉ／ＯバスＬＩ／ＯＢに接続されたとき、センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノード電位が不
定状態となっても、この不定データはグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上の電位により書換
えられるデータであり、センスアンプ活性化信号ＶｐＢおよびＶｎＢの活性化前に、セン
スアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位がグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上の電位に応じ
て変化すれば何ら問題は生じない。列選択信号ＣＳＢおよびブロック選択信号ＴＧＢの活
性化は、いずれが先に行なわれてもよい。またワード線ＷＬとビット線分離信号ＢＬＩは
、いずれが先に活性状態とされてもよい。
【０１３７】
この図５に示すように、ライトドライバＷＤＲをデータ書換時において非活性状態に維持
しても、転送アレイブロックのセンスアンプＳＡ♯Ｂの活性化を、グローバルＩ／Ｏバス
ＧＩ／Ｏとセンスノードとの接続の後に行なうことにより正確にデータを転送することが
できる。
【０１３８】
［周辺回路の構成］
アレイ活性制御回路：
図６は、図１に示すアレイ活性制御回路４の内部構成を概略的に示すブロック図である。
図４において、アレイ活性制御回路４は、アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄを互いに独立に
駆動するために、アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄそれぞれに対応して設けられるアレイ活
性化／プリチャージ制御回路を含む。すなわち、アレイ活性制御回路４は、チップイネー
ブル信号ＣＥに応答して活性され、ブロックアドレス信号ＢＡをデコードし、アドレス指
定されたアレイブロックを指定する信号を出力するブロックデコーダ１０と、ブロックデ
コーダ１０からのブロック指定（活性化）信号に応答して活性化されて、活性化時、対応
のアレイブロックのイコライズ回路を非活性状態とするイコライズ／プリチャージ制御回
路１２ａ～１２ｄと、イコライズ／プリチャージ制御回路１２ａ～１２ｄによるイコライ
ズ動作非活性化に応答して、対応のアレイブロックのワード線選択動作を活性化するワー
ド線駆動制御回路１４ａ～１４ｄと、チップイネーブル信号ＣＥと書換指示信号φとに応
答して所定のタイミングで内部書換信号φｉを出力する書換制御回路１５と、ワード線駆
動制御回路１４ａ～１４ｄからの出力信号と書換制御回路１５からの内部書換指示信号φ
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ｉとに応答して、対応のアレイブロックのセンスアンプを活性化するセンスアンプ活性化
信号ＶｐおよびＶｎを出力するセンスアンプ制御回路１６ａ～１６ｄと、ワード線駆動制
御回路１４ａ～１４ｄからのワード線選択動作開始指示信号と書換制御回路１５からの内
部書換指示信号φｉとに応答して対応のアレイブロックの列選択動作を開始する列選択制
御回路１８ａ～１８ｄを含む。
【０１３９】
イコライズ／プリチャージ制御回路１２ａ～１２ｄは、ブロックデコーダ１０からのブロ
ック指定信号の活性化時、対応のアレイブロックに対し所定の時間期間イコライズ信号Ｅ
ＱＡ～ＥＱＤを非活性状態とする。ワード線駆動制御回路１４ａ～１４ｄの各々は、対応
のイコライズ／プリチャージ制御回路１２ａ～１２ｄの出力信号の変化に応答して、ビッ
ト線分離信号ＢＬＩＡ～ＢＬＩＤを所定期間活性状態のハイレベルとするとともに、後に
その構成を説明するＸデコーダを所定期間活性状態とする。
【０１４０】
センスアンプ制御回路１６ａ～１６ｄは、内部書換指示信号φｉの非活性化時には、ワー
ド線駆動制御回路１４ａ～１４ｄからのワード線選択動作開始指示信号に応答して所定期
間所定のタイミングで対応のアレイブロックに対しセンスアンプ活性化信号ＶｐＡ，Ｖｎ
Ａ～ＶｐＤ，ＶｎＤを活性状態とする。内部書換指示信号φｉの活性化時には、センスア
ンプ制御回路１６ａ～１６ｄは、この内部書換指示信号φｉの活性化に応答して対応のセ
ンスアンプ活性化信号ＶｐＡ，ＶｎＡ～ＶｐＤ，ＶｎＤを所定期間活性状態とする。
【０１４１】
列選択制御回路１８ａ～１８ｄは活性化時、所定のタイミングでブロック選択信号ＴＧＡ
～ＴＧＤを所定期間活性状態とするとともに、対応のＹデコーダを活性状態とする。内部
書換指示信号φｉの活性化時には、列選択制御回路１８ａ～１８ｄは、この内部書換指示
信号φｉに応答してブロック選択信号ＴＧＡ～ＴＧＤを活性化し、また対応のＹデコーダ
ＹＤａ～ＹＤｄからの列選択信号を活性状態とする。
【０１４２】
図７は、図６に示すブロックデコーダ１０の構成および動作を示す図である。図７（Ａ）
において、ブロックデコーダ１０は、制御バッファ２からの内部チップイネーブル信号Ｃ
Ｅおよびアドレスバッファ３からのブロックアドレス信号ＢＡをデコードするデコード回
路２１と、デコード回路２１からの活性化信号（ハイレベル信号）の立下がりを所定時間
遅延する立下がり遅延回路２２を含む。この立下がり遅延回路２２から対応のアレイブロ
ックを活性化するブロック活性化信号φｂｒが出力される。
【０１４３】
デコード回路２１は、たとえばＡＮＤ型回路で構成され、内部チップイネーブル信号ＣＥ
およびブロックアドレス信号ＢＡ（２ビットのアドレス信号：アレイブロックが４つの場
合）がすべてハイレベルのときに選択状態を示すハイレベルの信号を出力する。立下がり
遅延回路２２は、パルス幅を拡張する機能を備える回路であれば任意の回路構成を利用す
ることができる。次に図７（Ｂ）を参照して、この図７（Ａ）に示すブロックデコーダ１
０の動作について説明する。
【０１４４】
外部のクロック信号ＣＬＫの立下がり時に外部チップイネーブル信号ｅｘｔＣＥがハイレ
ベルとされ、外部から与えられるブロックアドレス信号ｅｘｔ．ＢＡが確定状態とされる
。この状態において、チップアクセスが指定され、内部チップイネーブル信号ＣＥがクロ
ック信号ＣＬＫの立上がりに応答して所定期間ハイレベルとされ、また内部のブロックア
ドレス信号ＢＡも所定期間確定状態とされる。デコーダ回路２１は、この確定状態とされ
た内部チップイネーブル信号ＣＥおよび内部ブロックアドレス信号ＢＡをデコードし、ブ
ロックアドレス信号ＢＡが指定するアレイブロックにハイレベルの信号を出力する。これ
により、立下がり遅延回路２２から出力されるブロック活性化信号φｂｒが、デコード回
路２１の出力信号の立上がりから所定期間ハイレベルの活性状態とされる。立下がり遅延
回路２２を用いてブロック活性化信号φｂｒのパルス幅を十分な広さとすることにより、
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クロック信号ＣＬＫのパルス幅が短く、内部のチップイネーブル信号ＣＥおよびブロック
アドレス信号ＢＡの確定期間が短い場合においても、アドレス指定されたアレイブロック
を確実に活性状態とする信号を出力することができる。
【０１４５】
図８（Ａ）は、図６に示すイコライズ／プリチャージ制御回路１２ａ～１２ｄおよびワー
ド線駆動制御回路１４ａ～１４ｄの構成の一例を示す図である。図８（Ａ）においては、
１つのアレイブロックに対するイコライズ／プリチャージ制御回路１２およびワード線駆
動制御回路１４の構成を示す。図８（Ａ）において、イコライズ／プリチャージ制御回路
１２は、ブロック活性化信号φｂｒの活性化に応答してセットされるリセット優先型セッ
ト／リセットフリップフロップ２４を含む。このフリップフロップ２４の補出力ＺＱから
イコライズＥＱが出力される。フリップフロップ２４の真出力Ｑからの出力信号は、遅延
回路２６を介してリセット入力Ｒへフィードバックされる。遅延回路２６の与える遅延時
間によりイコライズ信号ＥＱの非活性化期間が決定される。
【０１４６】
ワード線駆動制御回路１４は、イコライズ／プリチャージ制御回路１２に含まれるフリッ
プフロップ２４の真出力Ｑからの出力信号を所定時間遅延する遅延回路２７と、この遅延
回路２７の出力信号の活性化（ハイレベル）時にセットされるリセット優先型フリップフ
ロップ２８を含む。フリップフロップ２８から、ワード線選択動作活性化信号φｗｌが出
力される。このフリップフロップ２８の出力信号φｗｌは、また遅延回路２９を介してフ
リップフロップ２８のリセット入力Ｒへフィードバックされる。遅延回路２９の有する遅
延時間により、このワード線選択動作活性化信号φｗｌの活性化期間が決定される。次に
この図８（Ａ）に示す回路の動作を、その動作波形図である図８（Ｂ）を参照して説明す
る。
【０１４７】
ブロック活性化信号φｂｒの立上がりに応答してフリップフロップ２４がセットされ、そ
の補出力ＺＱからのイコライズ信号ＥＱがローレベルとされる。フリップフロップ２４の
真出力Ｑの出力信号は遅延回路２６を介してフリップフロップ２４のリセット入力Ｒへフ
ィードバックされる。したがって、イコライズＥＱがローレベルの非活性状態とされてか
ら所定時間経過後、このフリップフロップ２４がリセットされ、イコライズ信号ＥＱがハ
イレベルへ復帰する。
【０１４８】
一方、ワード線駆動制御回路１４においては、フリップフロップ２４の真出力Ｑの出力す
る信号が遅延回路２７を介してフリップフロップ２８のセット入力Ｓへ与えられる。した
がって、このイコライズ信号ＥＱがローレベルの非活性状態とされてから遅延回路２７が
与える遅延時間が経過した後、フリップフロップ２８の真出力Ｑからの信号φｗｌがハイ
レベルの活性状態とされ、ワード線選択動作が行なわれる。この信号φｗｌが活性状態と
されてから遅延回路２９が与える遅延時間が経過した後、このフリップフロップ２８のリ
セット入力Ｒへ与えられる信号がハイレベルの活性状態とされ、フリップフロップ２８が
リセットされ、信号φｗｌがローレベルの非活性状態とされる。
【０１４９】
各アレイブロックにおいて、ワード線選択期間をそれぞれ所定期間とする構成を用いるこ
とにより、アレイブロックそれぞれ独立にアレイブロックの活性化／プリチャージを行な
うことができる。
【０１５０】
なお、図８（Ａ）に示す構成において、遅延回路２９の出力信号が遅延回路２６の入力部
へ与えられてもよい。この場合には、遅延回路２６の有する遅延時間を小さくすることが
でき、装置回路規模を低減することができる。また、確実にワード線選択動作が完了した
後にイコライズ信号ＥＱをハイレベルとしてイコライズ／プリチャージ回路を活性化する
ことができる。
【０１５１】
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なおこの信号φｗｌは、ビット線分離信号ＢＬＩとして利用されてもよい。
図９は、図６に示すセンスアンプ制御回路１６の構成を概略的に示す図である。図９にお
いては、センスアンプ制御回路１６ａ～１６ｄそれぞれは同一の構成を備えるため、１つ
のセンスアンプ制御回路１６を代表的に示す。図９において、センスアンプ制御回路１６
は、ワード線選択動作活性化信号φｗｌを所定時間遅延する遅延回路３０と、書換指示信
号φとブロック活性化信号φｂｒの論理積信号φ・φｂｒに応答して、内部書換信号φｉ
と遅延回路３０の出力信号の一方を選択するセレクタ３２と、セレクタ３２の出力信号の
活性化時にセットされるリセット優先型フリップフロップ３４を含む。フリップフロップ
３４のリセット入力Ｒへは、ワード線選択動作活性化信号φｗｌを受けるインバータ３５
の出力信号が与えられる。
【０１５２】
センスアンプ制御回路１６は、さらに、フリップフロップ３４の真出力Ｑの出力信号に応
答して導通し、センスアンプ活性化信号Ｖｎを接地電位レベルへと駆動するセンスアンプ
活性化トランジスタ３６と、フリップフロップ３４の補出力ＺＱの出力信号に応答して導
通し、センスアンプ活性化信号Ｖｐを電源電圧または高電圧レベルのハイレベルへ駆動す
るセンスアンプ活性化用トランジスタ３８を含む。
【０１５３】
セレクタ３２は、書換指示信号φがハイレベルの活性状態にあり、かつアレイブロック活
性化信号φｂｒがハイレベルの活性化のときに、内部書換信号φｉを選択する。すなわち
、転送アレイブロックとして指定されたアレイブロックに対しては、センスアンプの活性
化タイミングは内部書換信号φｉに従って決定される。信号φ・φｂｒがローレベルの非
活性化時には、セレクタ３２は、遅延回路３０の出力信号を選択する。フリップフロップ
３４は、セット入力Ｓへ与えられる信号がハイレベルとされると、その真出力Ｑをハイレ
ベル、補出力ＺＱをローレベルとする。フリップフロップ３４は、リセット入力Ｒへ与え
られる信号がハイレベルへ立上がるときにリセットされて、真出力Ｑをローレベルに、補
出力ＺＱをハイレベルとする。したがって、センスアンプ活性化信号ＶｎおよびＶｐの活
性化から非活性化への移行は、ワード線選択動作活性化信号φｗｌの非活性化への移行に
より決定される。
【０１５４】
この図９に示す構成を利用することにより、転送アレイブロックにおいてのみセンスアン
プの活性化タイミングを内部書換信号に従って決定することができる。
【０１５５】
図６に示す列選択制御回路１８ａ～１８ｄも、この図９に示すセンスアンプ制御回路１６
と同様の構成を備える。フリップフロップ３４の出力部に設けられたトランジスタ３６お
よび３８が用いられないだけである。フリップフロップの出力信号（出力ＱおよびＺＱい
ずれでもよい）に従って列選択動作（セレクタＳＴＲの導通／非導通の制御）が行なわれ
る。
【０１５６】
図６に示す書換制御回路１５は、チップイネーブル信号ＣＥおよび書換指示信号φがとも
にハイレベルの活性状態のとき、所定時間経過後に、所定の幅を有する内部書換信号φｉ
を出力する。この構成は、ワンショットパルス発生回路と遅延回路を用いることにより容
易に実現できる。
【０１５７】
図１０は、アレイブロックそれぞれに対応して配置されるアドレスラッチの構成の一例を
示す図である。図１０においては、１つのアレイブロックに対応して配置されるアドレス
ラッチを示し、参照番号４０で総称的にアドレスラッチを示す。
【０１５８】
図１０において、アドレスラッチ４０は、アドレスバッファから与えられる内部アドレス
信号Ａ（行および列アドレス信号ＲＡおよびＣＡ両者を含む）をワンショットパルス発生
回路４１からの取込指示信号φｂｒ′により取込み、かつワンショットパルス発生回路４
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３からのショットパルスに従って、その内部アドレスＡｉをリセットする。ワンショット
パルス発生回路４１は、アレイブロック活性化信号φｂｒの立上がりに応答して所定パル
ス幅を有するアドレス取込指示信号φｂｒ′を発生する。ワンショットパルス発生回路４
３は、対応のアレイブロックのイコライズ信号ＥＱの非活性化に従って所定期間ローレベ
ルとされるパルス信号ＥＱ′を出力する。
【０１５９】
アドレスラッチ４０は、アドレス取込指示信号φｂｒ′に応答して導通し、アドレスバッ
ファから与えられるアドレス信号Ａを通過させるｎチャネルＭＯＳトランジスタでたとえ
ば構成されるトランスファゲート４４と、トランスファゲート４４を介して与えられたア
ドレス信号を増幅する２段の縦続接続されたインバータ４５および４６と、インバータ４
５の出力信号を受けて反転してインバータ４５の入力部へ伝達するインバータ４７を含む
。インバータ４７の駆動力はインバータ４５のそれよりも小さくされる。インバータ４６
から内部アドレス信号Ａｉが出力され、インバータ４５から内部アドレス信号ＺＡｉが出
力される。
【０１６０】
アドレスラッチ４０は、さらに、ワンショットパルス発生回路４３からのパルス信号ＥＱ
′に応答して、内部アドレス信号ＡｉおよびＺＡｉをローレベルにリセットするリセット
トランジスタ４８および４９を含む。次に、この図１０に示すアドレスラッチ４０の動作
を、その動作波形図である図１１を参照して説明する。
【０１６１】
クロック信号ＣＬＫの立上がり時に内部チップイネーブル信号ＣＥがハイレベルの活性状
態とされ、そのときに与えられたアドレス信号Ａが確定状態とされる。このチップイネー
ブル信号ＣＥの立上がりに応答して、図６に示すブロックデコーダ１０から、アドレス指
定されたアレイブロックに対して、ブロック活性化信号φｂｒが出力される。このブロッ
ク活性化信号φｂｒの活性化に応答して、ワンショットパルス発生回路４１が、所定の時
間幅（ブロック活性化信号φｂｒのパルス幅よりも短いパルス幅）を有する信号φｂｒ′
を出力する。この信号φｂｒ′のハイレベルへの移行に応答して、トランスファゲート４
４が導通し、そのときに与えられているアドレス信号Ａを通過させてインバータ４５の入
力部へ与える。一方、ワンショットパルス発生回路４３は、また図８（Ａ）に示すイコラ
イズ／プリチャージ制御回路からのイコライズ信号ＥＱに応答してパルス信号ＥＱ′が所
定期間ローレベルとし、リセット用トランジスタ４８および４９が非導通状態とされる。
これにより、内部アドレスＡｉおよびＺＡｉがそのときに与えられたアドレス信号Ａに従
って変化し、インバータ４５および４７によりラッチされる。
【０１６２】
トランスファゲート４４は、信号φｂｒ′がローレベルとなると、非導通状態とされる。
これにより、アレイブロックに対して、有効状態とされたアドレスＡｉおよびＺＡｉ（互
いに相補なアドレス信号）が持続的に出力される。アドレスラッチ４０が内部アドレス信
号ＡｉおよびＺＡｉのラッチ中に、次の転送アドレスが与えられても、この場合には、ワ
ンショットパルス発生回路４１の出力する信号φｂｒ′は転送アレイブロックに対しての
みハイレベルの活性状態とされるため、先にアドレス指定されたアレイブロックにおいて
は何ら影響を受けることなく内部アドレス信号ＡｉおよびＺＡｉが継続してラッチされる
。
【０１６３】
信号ＥＱ′がローレベルに立下がってから所定時間が経過すると、この信号ＥＱ′がハイ
レベルに立上がり、リセットトランジスタ４８および４９が導通し、内部アドレス信号Ａ
ｉおよびＺＡｉがともにローレベルとされる。この信号ＥＱ′がハイレベルとされてから
所定期間経過後にイコライズ信号ＥＱがハイレベルとなる。
【０１６４】
図１２は、図１に示すＸデコーダＸＤの具体的構成を示す図である。図１２において１本
のワード線ＷＬに対して設けられるＸデコーダ回路の構成を代表的に示す。図１２におい
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て、Ｘデコーダ回路は、内部アドレス信号をデコードし、対応のワード線を指定する行選
択信号を生成するロウデコード回路５０と、このロウデコード回路５０の出力信号に従っ
て対応のワード線ＷＬを選択状態へと駆動するためのワードドライバ５５を含む。ロウデ
コード回路６０は、内部ノードＺと接地ノードとの間に直列に接続され、それぞれが内部
アドレス信号Ａ１～Ａ３をゲートに受けるｎチャネルＭＯＳトランジスタ５０ａ，５０ｂ
および５０ｃを含む。ロウデコード回路５０は、ＮＡＮＤ型デコード回路である。このロ
ウデコード回路５０の構成において、アドレス信号Ａ３は、複数のワード線（たとえば４
本）のワード線に対して設けられたロウデコード回路に対し共通に与えられてもよい。こ
の４本のうちのワード線のうちの１本が残りのアドレス信号Ａ１およびＡ２により選択さ
れる。
【０１６５】
ワードドライバ５５は、高電圧Ｖｐｐを受けるノードと接地ノードの間に接続され、その
ゲートが内部ノードＺに接続されるｐチャネルＭＯＳトランジスタ５５ａおよびｎチャネ
ルＭＯＳトランジスタ５５ｂを含む。ＭＯＳトランジスタ５５ａおよび５５ｂはインバー
タを構成し、内部ノードＺ上の電位がローレベルのときに、対応のワード線ＷＬＡへ高電
圧Ｖｐｐを伝達する。内部ノードＺ上の電位がハイレベルのときには、対応のワード線Ｗ
Ｌは非選択状態のローレベルとされる。
【０１６６】
ワードドライバ５５は、さらに、ワード線選択動作活性化信号φｗｌの非活性化時に導通
し、内部ノードＺへ高電圧Ｖｐｐを伝達するｐチャネルＭＯＳトランジスタ５５ｃと、ワ
ード線ＷＬ上の電位がローレベルのとき導通し、内部ノードＺへ高電圧Ｖｐｐを伝達する
ｐチャネルＭＯＳトランジスタ５５ｄを含む。ワード線選択動作が行なわれるときには、
信号φｗｌはハイレベルであり、ＭＯＳトランジスタ５５ｃは非導通状態である。この場
合には、ロウデコード回路５０の出力信号に従って内部ノードＺの電位が決定されて、こ
の内部ノードＺ上の電位に従ってワード線ＷＬの電位が決定される。信号φｗｌがローレ
ベルとされると、ワード線選択動作が完了し、ＭＯＳトランジスタ５５ｃが導通し、内部
ノードＺが高電圧Ｖｐｐレベルに充電される。このときには、アドレス信号Ａ１～Ａ３は
すべてローレベルにリセットされており（図１０のアドレスラッチ参照）、ロウデコード
回路５０は出力ハイインピーダンス状態とされる。内部ノードＺを高電圧Ｖｐｐレベルに
保持することにより、ＭＯＳトランジスタ５５ａを確実に非導通状態とし、非選択状態の
ワード線ＷＬをＭＯＳトランジスタ５５ｂを介して接地電位レベルに保持する。
【０１６７】
［アレイの変更例］
図１３は、この発明の第１の実施の形態の変更例の構成を示す図である。図１３において
、半導体記憶装置のアレイおよびデータ伝達のためのＩ／Ｏバスを概略的に示す。図１３
に示す構成において、アレイブロックＭＢａ～ＭＢｄそれぞれに対応して複数ビット（図
１３において４ビット）のデータを伝達するためのローカルＩ／ＯバスＬＩ／Ｏａ～ＬＩ
／Ｏｄが配置される。これらの４ビットローカルＬＩ／Ｏａ～ＬＩ／Ｏｄに共通に、４ビ
ットのグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏが配置される。ローカルＩ／ＯバスＬＩ／Ｏａ～Ｌ
Ｉ／ＯｄとグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏの交差部には、それぞれブロック選択ゲートＢ
ＳＬＥａ～ＢＳＬＥｄが配置される。これらのブロック選択ゲートＢＳＥＬａ～ＢＳＥＬ
ｄの構成は、先の図２において示すものと同じである。
【０１６８】
グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏに対し、１ビットのデータの入出力を行なうためのリード
／ライトドライバＲＷＤＲが配置される。このリード／ライトドライバＲＷＤＲは、内部
リード／ライトバスＲＷＢＳを介して入出力バッファＢＦに結合される。
【０１６９】
図１４は、この図１３に示すリード／ライトドライバＲＷＤＲの構成を概略的に示す図で
ある。図１４において、リード／ライトドライバＲＷＤＲは、グローバルＩ／ＯバスＧＩ
Ｏ１に対して設けられるリードドライバＲＤＲａおよびライトドライバＷＤＲａと、グロ
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ーバルＩ／ＯバスＧＩＯ２に対して設けられるリードドライバＲＤＲｂおよびライトドラ
イバＷＤＲｂと、グローバルＩ／ＯバスＧＩＯ３に対して設けられるリードドライバＲＤ
ＲｃおよびライトドライバＷＤＲｃと、グローバルＩ／ＯバスＧＩＯ４に対して設けられ
るリードドライバＲＤＲｄおよびライトドライバＷＤＲｄを含む。リードドライバＲＤＲ
ａは、アレイブロックＭＢａを指定するブロックアドレス信号ＢＡａとプリアンプイネー
ブル信号（内部読出指示信号）ＰＲがともに活性状態のときに活性状態とされてグローバ
ルＩ／ＯバスＧＩＯ１上のデータを増幅して内部リード／ライトバスＲＷＢＳ上に伝達す
る。ライトドライバＷＤＲａは、ブロックアドレス信号ＢＡａと内部書込指示信号Ｗｉが
ともに活性状態のときに活性化され、リード／ライトバスＲＷＢＳ上のデータを増幅して
グローバルＩ／ＯバスＧＩＯ１上に伝達する。
【０１７０】
リードドライバＲＤＲｂは、アレイブロックＭＢｂを指定するブロックアドレス信号ＢＡ
ｂとプリアンプイネーブル信号ＰＲがともに活性状態のときに活性状態とされてグローバ
ルＩ／ＯバスＧＩＯ２上のデータを増幅して内部リード／ライトバスＲＷＢＳ上に伝達す
る。ライトドライバＷＤＲｂは信号ＷｉおよびＢ４ｂの活性化時に活性化される。
【０１７１】
リードドライバＲＤＲｃは、アレイブロックＭＢｃを指定するブロックアドレス信号ＢＡ
ｃとプリアンプイネーブル信号ＰＲがともに活性状態のときに活性化され、グローバルＩ
／ＯバスＧＩＯ３上のデータを増幅して内部リード／ライトバスＲＷＢＳ上に伝達する。
ライトドライバＷＤＲｃは、ブロックアドレス信号ＢＡｃと内部書込指示信号Ｗａがとも
に活性状態のときに活性化され、内部リード／ライトバスＲＷＢＳ上のデータを増幅して
グローバルＩ／ＯバスＧＩＯ３上に伝達する。リードドライバＲＤＲｄは、アレイブロッ
クＭＢｄを指定するブロックアドレス信号ＢＡｄとプリアンプイネーブル信号ＰＲの活性
化時に活性化され、グローバルＩ／ＯバスＧＩＯ４上のデータを増幅して内部リード／ラ
イトバスＲＷＢＳ上に伝達する。ライトドライバＷＤＲｄは、ブロックアドレス信号ＢＡ
ｄと内部書込指示信号Ｗｉがともに活性状態のときに活性化され、内部リード／ライトバ
スＲＷＢＳ上のデータを増幅してグローバルＩ／ＯバスＧＩＯ４上に伝達する。
【０１７２】
入出力バッファは、読出指示信号Ｒに応答して活性化されて内部リード／ライトバスＲＷ
ＢＳ上のデータを増幅してデータ出力端子ＤＱへ伝達する出力バッファＯＢＦと、書込指
示信号Ｗの活性化時に活性化され、データ入出力端子ＤＱ上のデータを増幅して内部リー
ド／ライトバスＲＷＢＳ上に伝達する入力バッファＩＢＦを含む。
【０１７３】
この図１３および図１４に示す構成によればリード／ライトドライバＲＷＤＲに含まれる
ライトドライバＷＤＲａ～ＷＤＲｄをデータ転送時用いない場合には、図５に示す動作波
形図に従って、４ビットのメモリセルデータを１つのアレイブロックから他のアレイブロ
ックへ伝達することができる。データ転送時にライトドライバを用いる場合、転送元のア
レイブロックにおいて列選択信号を非活性状態とすることにより、元のデータの書換を伴
なうことなく、４ビットのうちの１ビットのメモリセルデータを転送先アレイブロックへ
転送することができる。この４ビットのうちの１ビットの選択は、たとえば最下位２ビッ
トの列アドレスをデコードすることにより生成される。１つのアレイブロックにおいて、
４つのビット線対が同時に選択状態とされるため、この同時に選択状態とされる４つのビ
ット線対のうちの１対を選択する。この場合、図４に示す動作波形に従ってデータ転送が
行なわれる。列選択信号ＣＳＡおよびＣＳＢが同時に選択状態となるのを避けることによ
りデータ読出と並行してデータ転送を行なうことができる。
【０１７４】
［アレイの変更例２］
図１５は、この発明の第１の実施の形態である半導体記憶装置の第２の変更例を示す図で
ある。図１５において、１つのアレイブロックの１列のメモリセルに関連する部分の構成
のみを示す。図１５に示す構成においては、ビット線がメインビット線とサブビット線の
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階層構造とされる。すなわち、メインビット線ＭＢＬおよびＺＭＢＬからなるメインビッ
ト線対ＭＢＬＰに対し、複数のサブビット線対ＳＢＬＰ１～ＳＢＬＰｎが配置される。サ
ブビット線対ＳＢＬＰ１が、ビット線分離信号ＢＬＩＡ１に応答して導通する選択ゲート
ＳＧ１を介してメインビット線対ＭＢＬＰに接続される。サブビット線対ＳＢＬＰ２が、
ビット線分離信号ＢＬＩＡ２を通して導通する選択ゲートＳＧ２を介してメインビット線
対ＭＢＬＰに接続される。サブビット線対ＳＢＬＰｎは、ビット線分離信号ＢＬＩＡｎに
応答して導通する選択ゲートＳＧｎを介してメインビット線対ＭＢＬＰに接続される。メ
インビット線対ＭＢＬＰには、センスアンプＳＡおよびプリチャージ／イコライズ回路Ｐ
Ｅが配置される。このメインビット線対ＭＢＬＰが列選択ゲートＣＳＥＬを介してローカ
ルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡに接続される。サブビット線対ＳＢＬＰ１～ＳＢＬＰｎそれぞれ
とワード線との交差部にメモリセル（図示せず）が配置される。メインビット線対ＭＢＬ
Ｐにはメモリセルは直接接続されない。したがって、このメモリセルの有する寄生容量は
メインビット線対ＭＢＬＰには接続されず、メインビット線対ＭＢＬＰの寄生容量を低減
することができる。
【０１７５】
動作時においては、選択ワード線を含むサブビット線対ＳＢＬＰｉ（ｉ＝１～ｎのいずれ
か）のみがメインビット線対ＭＢＬＰに接続される。この図１５に示すような階層ビット
線の構成を備える半導体記憶装置であっても、上述の実施の形態と同様にして、１つのア
レイブロックから別のアレイブロックへデータ転送を行なうことができる。先の実施の形
態におけるビット線分離信号ＢＬＩＡを、サブビット線対とメインビット線対とを接続す
る信号として利用すればよい。他の動作は全く同様にしてデータ転送を行なうことができ
る。
【０１７６】
以上のように、この発明の第１の実施の形態に従えば、アレイブロックをそれぞれ個々独
立に駆動可能とし、かつクロック信号に同期して外部制御信号およびアドレス信号を取込
むように構成しているため、複雑なタイミング制御を伴うことなく高速でアレイブロック
間のデータ転送を行なうことができる。
【０１７７】
［実施の形態２］
図１６は、この発明の第２の実施の形態である半導体記憶装置の動作を示す信号波形図で
ある。まずこの発明に従う第２の実施の形態の半導体記憶装置の動作について説明し、次
いで、この動作を実現するための構成について説明する。
【０１７８】
この発明の第２の実施の形態において、２つの命令、すなわちアンプ転送命令φＴＡおよ
びセル転送命令φＴＭが用いられる。アンプ転送命令φＴＡは、１つのアレイブロックの
メモリセルのデータを、別のアレイブロックのセンスアンプに転送し、そこでラッチさせ
る命令である。セル転送命令φＴＭは、１つのアレイブロックのメモリセルのデータを別
のアレイブロックのメモリセルへ転送しそこに書込む命令である。アンプ転送命令φＴＡ
を用いた場合には、転送先のアレイブロックのメモリセルへのデータ書込が行なわれず、
センスアンプによるラッチのみが行なわれる。これにより、センスアンプを常時活性化す
ることによりセンスアンプをキャッシュとして利用することができ、また１つのアレイブ
ロックのメモリセルデータを別のアレイブロックのセンスアンプに退避させておくことが
できる。あるメモリセルのデータを外部で加工し、その加工したデータを元のメモリセル
に書込むとともに、加工前のデータを別のアレイブロックのセンスアンプに保持しておく
。必要なときに、加工前のデータを取出すことができ、たとえば演算処理において、同一
の係数データを用いて連続して加算または乗算などの演算を行なうことができる。
【０１７９】
図１６において、クロック信号ＣＬＫの立上がりにチップイネーブル信号ＣＥが活性状態
のハイレベルとされる。この状態においては、アンプ転送命令φＴＡおよびセル転送命令
φＴＭはともに非活性状態のローレベルである。このときには通常のアクセス動作が行な
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われ、このクロック信号ＣＬＫの立上がり時に与えられたアドレス信号が取込まれ、アド
レス指定されたアレイブロックにおいて行および列の選択動作が行なわれる。すなわちア
レイブロック（ＭＢ♯Ａとする）において、アドレス指定されたワード線ＷＬＡが選択さ
れ、この選択ワード線ＷＬＡの電位が上昇する。これに応答して、選択ワード線ＷＬＡに
接続するメモリセルデータが各対応のビット線対ＢＬＰＡに伝達され、ビット線対ＢＬＰ
Ａの電位が変化する。次いで、適当な間隔をおいて、チップイネーブル信号ＣＥが再びク
ロック信号ＣＬＫの立上がり時に活性状態のハイレベルとされる。このとき、併せてアン
プ転送命令φＴＡが活性状態のハイレベルとされる。アンプ転送命令φＴＡの活性化時に
おいては、このときに取込まれたアドレス信号の行アドレスを指定する部分は無視され、
アレイブロックにおけるワード線選択は行なわれず、非選択状態を維持する。ブロックア
ドレス信号と列アドレス信号のみが利用される。
【０１８０】
一方、アレイブロックＭＢ♯Ａにおいては、通常動作時と同様にして、列選択信号が列ア
ドレス信号のデコード結果に従って活性状態のハイレベルとされ、対応のメモリセルのデ
ータがグローバルＩ／Ｏ線上に伝達される。この後、アンプ転送命令φＴＡの活性化に応
答して所定のタイミングで（列選択信号ＣＳＡの活性化の後）内部転送信号φＴＲｉがハ
イレベルの活性状態とされる。この内部転送信号φＴＲｉに応答して、転送先のアレイブ
ロック（ＭＢ♯Ｂとする）においてＹデコーダが活性化され、列選択信号ＣＳＢがハイレ
ベルとされ、先にグローバルＩ／Ｏ線ＧＩ／Ｏ上に読出されたアレイブロックＭＢ♯Ａか
らのデータがセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードに伝達され、このセンスノードの電位
が変化する。このとき、まだセンスアンプＳＡ♯Ｂは活性化されていない。これにより、
容易にセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノード電位がグローバルＩ／Ｏ線上の電位に従って
変化する。次いで内部転送信号φＴＲｉが活性化されてから所定の期間が経過した後、そ
の転送先アレイブロックＭＢ♯ＢのセンスアンプＳＡ♯Ｂの活性化が行なわれ、センスノ
ードに現われた電位差（転送データ）の増幅およびラッチが行なわれる。上述の一連の動
作により、アレイブロックＭＡ♯Ａのメモリセルデータが別のアレイブロックＭＡ♯Ｂの
センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードにラッチされる。
【０１８１】
図１７は、アンプ転送動作時における内部信号を示す波形図である。以下、図１７を参照
してアレイの内部動作についてより詳細に説明する。
【０１８２】
まず図１６に示すように、最初にチップイネーブル信号ＣＥが活性状態とされると、アレ
イブロックＭＢ♯Ａにおいて、メモリセルの選択動作が実行される。すなわちイコライズ
信号ＥＱＡが非活性状態のローレベルとされ、次いでワード線ＷＬＡが選択されてその電
位が上昇する。このときまたビット線分離信号ＢＬＩＡもハイレベルとされ、選択メモリ
セルのデータがセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードへ伝達される。次いで、そのセンス
アンプＳＡ♯Ａのセンスノードの電位が十分に拡大されると、センスアンプ活性化信号Ｖ
ｐＡ，ＶｎＡが活性状態とされ、センスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードの電位が差動的に
増幅される。その後、Ｙデコーダからの列選択信号ＣＳＡがハイレベルとされ、センスア
ンプＳＡ♯Ａのセンスノードの電位がローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡ上に伝達される。次
いでブロック選択ゲートＢＳＥＬＡがブロック選択信号ＴＧＡに従って導通し、このロー
カルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡ上の電位がグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上に伝達される。
【０１８３】
アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいては、このアレイブロックＭＢ♯Ｂのメモリセル選択動作
およびデータの読出動作と並行して、イコライズ信号ＥＱＢの非活性化が行なわれる。こ
のとき、アンプ転送命令φＴＡにより、ワード線選択が行なわれず、またビット線分離信
号ＢＬＩＢも非活性状態のローレベルを維持する。アンプ転送命令φＴＡが与えられてか
ら所定期間が経過すると内部転送信号φＴＲｉに応答して、列選択信号ＣＳＢおよびブロ
ック選択信号ＴＧＢが所定期間ハイレベルの活性状態とされ、グローバルＩ／Ｏバス上に
伝達されたデータがセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードへ伝達され、センスアンプＳＡ
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♯Ｂのセンスノードの電位が変化する。このとき、ビット線分離信号ＢＬＩＢはローレベ
ルの非活性状態を維持しており、センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの寄生容量は小さ
く、容易にこのセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位はグローバルＩ／Ｏバス上の
電位に従って変化する。センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノード電位が変化し、この電位差
が十分拡大されると、センスアンプ活性化信号ＶｐＢおよびＶｎＢが活性状態とされ、こ
のセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位が活性化されたセンスアンプＳＡ♯Ｂによ
り増幅されてラッチされる。以後、この状態を維持する。
【０１８４】
図１８は、このアンプ転送動作時におけるメモリセルデータの転送経路を模式的に示す図
である。この図１８に示す半導体記憶装置の構成においては、ローカルＩ／ＯバスＬＩ／
ＯＡおよびＬＩ／ＯＢおよびグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏは、すべて４ビットの幅を備
える構成が一例として示される。アレイブロックＭＢ♯Ａにおいて同時に選択された４ビ
ットのメモリセルデータがグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏを介して転送されて外部に読出
され（１ビットのみが読出されてもよく、また４ビットデータが読出されてもよい）、こ
れと同時に、アレイブロックＭＢ♯ＢのローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢを介してこのアレ
イブロックＭＢ♯Ｂのセンスアンプへ転送されてここでラッチされる。なおこの図１８に
示す構成においては、先の図１４に示す構成と同様、アレイブロックＭＢ♯Ｂのセンスア
ンプへは、１ビットのデータのみが転送されてもよい。
【０１８５】
図１９は、セル転送時における動作を示す信号波形図である。セル転送命令φＴＭの活性
化時においては、転送先アレイブロックにおいて、ワード線の選択が行なわれる。このと
きには、クロック信号ＣＬＫの立上がり時に活性状態とされたチップイネーブル信号ＣＥ
と同期して与えられたアドレス信号は行アドレス信号、列アドレス信号、およびブロック
アドレス信号すべてが利用される。この場合、すでに、先に与えられたチップイネーブル
信号ＣＥとそれと同時に与えられたアドレス信号に従ってアレイブロックＭＢ♯Ａにおい
ては、先のアンプ転送動作時と同様にワード線選択およびメモリセルの選択動作が実行さ
れる。
【０１８６】
セル転送命令φＴＭの活性化時においては、まず転送アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいて、
ワード線選択が行なわれ、選択ワード線ＷＬＢの電位が立上がる。このとき、また後に説
明するが、ビット線分離信号ＢＬＩＢもハイレベルの活性状態とされ、この選択ワード線
ＷＬＢに接続されるメモリセルのデータがセンスアンプにより増幅される。アレイブロッ
クＭＢ♯Ａにおいて、列選択信号ＣＳＡがハイレベルに立上がり、選択メモリセルデータ
がグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏへ転送された後、アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいては、
内部転送信号φＴＲｉの活性化に応答して、列選択動作が行なわれ、選択された列に対す
る列選択信号ＣＳＢがハイレベルとなり、グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏがこのアレイブ
ロックＭＢ♯ＢのセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードに接続される。センスアンプＳＡ
♯Ｂはまだ活性状態とされていないため、アレイブロックＭＢ♯Ｂの選択メモリセルデー
タが伝達されていても、センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位（ビット線対ＢＬＰ
Ｂの電位）は、容易にこのグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上の電位に従って変化する。セ
ンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位が十分変化した後、センスアンプ活性化信号（
図１９には示さず）が活性状態とされ、センスアンプＳＡ♯Ｂがセンス動作を行ない、こ
のグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏから伝達されたメモリセルデータを検知し増幅し、選択
メモリセルへ書込む。これら一連の動作により、アレイブロックＭＢ♯Ａの選択メモリセ
ルデータがアレイブロックＭＢ♯Ｂのメモリセルへ書込まれる。
【０１８７】
図２０は、セル転送動作時における内部信号波形を示す図である。アレイブロックＭＢ♯
Ａにおいては、イコライズ信号ＥＱＡが立上がってから、選択ワード線ＷＬＡおよびビッ
ト線分離信号ＢＬＩＡがハイレベルに立上がり、この選択ワード線ＷＬＡに接続されるメ
モリセルデータがセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードへ伝達される。次いで、所定のタ
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イミングでセンスアンプ活性化信号ＶｐＡおよびＶｎＡが活性状態とされ、次いで、列選
択信号ＣＳＡがハイレベルとされ、このセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードの電位がロ
ーカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡへ伝達される。この後、ブロック選択信号ＴＧＡがハイレベ
ルとされ、このローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡ上のデータがグローバルＩ／ＯバスＧＩ／
Ｏ上に伝達される。
【０１８８】
一方、このアレイブロックＭＢ♯Ａでのメモリセルデータの検知増幅およびグローバルＩ
／ＯバスＧＩ／Ｏへの伝達と並行して、アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいて同様にメモリセ
ルの選択動作が行なわれる。すなわち、イコライズ信号ＥＱＢがローレベルとされた後、
ワード線ＷＬＢおよびビット線分離信号ＢＬＩＢがハイレベルに立上がり、選択メモリセ
ルのデータがセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードへ伝達される。この後、内部転送信号
の活性化に従ってブロック選択信号ＴＧＢおよび列選択信号ＣＳＢがハイレベルとされ、
グローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上のデータがローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢを介してセン
スアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードへ伝達される。このときまだセンスアンプＳＡ♯Ｂは活
性化されていないため、センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードは、グローバルＩ／Ｏバス
ＧＩ／Ｏから伝達されたデータに応じて変化する。この後、センスアンプ活性化信号Ｖｐ
ＢおよびＶｎＢが活性化され、選択メモリセルのデータがこのアレイブロックＭＢ♯Ｂの
選択メモリセルへ書込まれる。次いで選択ワード線ＷＬＢの電位が立上がり、イコライズ
信号ＥＱＢがハイレベルとされ、ビット線対の電位およびセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンス
ノードのイコライズが行なわれた後、ビット線分離信号ＢＬＩＢがローレベルとされる。
【０１８９】
なお、図２０において、列選択信号ＣＳＡは、アレイブロックＭＢ♯Ｂの列選択信号ＣＳ
Ｂと重なり合わないタイミングで活性化されているが、これは図２０において破線で示す
ように、互いに重なり合うタイミングで活性状態を維持するように構成されてもよい。
【０１９０】
上述の一連の動作を行なうことにより、図２１に示すように、アレイブロックＭＢ♯Ａに
おいて選択されたメモリセルデータがローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＡ、グローバルＩ／Ｏ
バスＧＩ／Ｏ、およびローカルＩ／ＯバスＬＩ／ＯＢを介してアレイブロックＭＢ♯Ｂの
メモリセルへ伝達されてそこに書込まれる。このときまたアレイブロックＭＢ♯Ａの選択
メモリセルのデータが外部に読出される。なお、図２１においては、４ビットのメモリセ
ルが１つのアレイブロックにおいて同時に選択される構成が一例として示されている。こ
の場合、４ビットのメモリセルデータがアレイブロックＭＢ♯ＡからアレイブロックＭＢ
♯Ｂへ伝達されてもよい。
【０１９１】
図２２は、この発明の第２の実施の形態の別の動作波形を示す図である。この図２２にお
いては、アンプ転送命令φＴＡおよびセル転送命令φＴＭ両者が活性状態とされる。この
状態においては、アレイブロックＭＢ♯Ａにおいて選択されたメモリセルのデータがアレ
イブロックＭＢ♯Ｂのメモリセルへ書込まれるとともに、センスアンプで持続的にラッチ
される。すなわち先のアンプ転送動作およびセル転送動作両者が組合せて実行される。
【０１９２】
［センス保持データ書換動作］
図２３は、センス転送動作により保持されたデータを書換える際の動作を示す信号波形図
である。図２３において、アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいては、センスアンプが、センス
転送動作による転送データを保持している。この状態において、再びアレイブロックＭＢ
♯Ａまたは別のアレイブロックからアレイブロックＭＢ♯Ｂの同一のアドレス位置へデー
タが転送される。この場合、アレイブロックＭＢ♯Ａにおいては、先の動作と同様にして
、ワード線ＷＬＡの選択およびビット線分離信号ＢＬＩＡの活性化が行なわれ、次いでセ
ンスアンプＳＡ♯Ａによる検知増幅が行なわれて、この検知増幅されたデータがローカル
Ｉ／ＯバスＬＩ／ＯＡおよびグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏへ伝達される。センス転送命
令が活性状態とされかつそのときの転送アドレスが先に与えられた転送アドレスと同じ場
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合、アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいては、センスアンプ活性化信号ＶｐＢおよびＶｎＢが
非活性状態とされかつイコライズ信号ＥＱＢが活性状態とされ、センスアンプＳＡ♯Ｂの
センスノードのイコライズが行なわれる。次いで、イコライズ信号ＥＱＢを非活性状態と
した後、列選択信号ＣＳＢおよびブロック選択信号ＴＧＢがハイレベルとされ、グローバ
ルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上のデータがセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードへ伝達される。
この後、センスアンプ活性化信号ＶｐＢおよびＶｎＢが活性状態とされ、このグローバル
Ｉ／ＯバスＧＩ／Ｏから伝達されたデータがセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードにおい
て増幅されかつラッチされる。
【０１９３】
なお、図２３において破線で示すように、センス転送動作時に、アレイブロックＭＢ♯Ｂ
のイコライズ信号ＥＱＢを非活性状態のローレベルに維持し、かつセンスアンプ活性化信
号ＶｐＢおよびＶｎＢを所定期間非活性状態とする構成が利用されてもよい。この場合、
センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードが、その保持データに対する電位でフローティング
状態とされる。この状態で、グローバルＩ／ＯバスＧＩ／ＯとセンスアンプＳＡ♯Ｂのセ
ンスノードと接続すれば、このセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードの電位はグローバル
Ｉ／ＯバスＧＩ／Ｏからの信号電位に応じて変化する。センスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノ
ードの容量は、グローバルＩ／Ｏバスの容量に比べて十分小さく、したがってセンスアン
プＳＡ♯Ｂのセンスノード電位は十分このグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏからのデータ信
号（電荷）に従って充放電されてその電位を変化させることができる。
【０１９４】
なおこの図２３に示す動作波形図において、メモリセルへのデータ書込が行なわれるセル
転送動作が併せて行なわれる場合には、図２３に示す信号波形図において、ワード線ＷＬ
Ｂおよびビット線分離信号ＢＬＩＢがイコライズ信号ＥＱＢの非活性化の後センスアンプ
ＳＡ♯Ｂの活性化の前に活性状態のハイレベルとされる。
【０１９５】
［制御回路］
図２４は、この発明の第２の実施の形態である半導体記憶装置のアレイ活性制御部の構成
を概略的に示すブロック図である。この第２の実施の形態に従う半導体記憶装置の全体の
構成は、図１に示す構成と同じである。
【０１９６】
図２４において、アレイ活性制御部は、内部チップイネーブル信号ＣＥの活性化時に活性
化され、内部ブロックアドレス信号ＢＡをデコードし、アドレス指定されたアレイブロッ
クを活性化するためのブロック活性化信号φｂｒを出力するブロックデコーダ１０を含む
。このブロック活性化信号φｂｒが、各アレイブロックそれぞれに対応して発生される。
活性状態とされたブロック活性化信号φｂｒ（φｂｒａ～φｂｒｄ）のアレイブロックの
みが活性状態とされる。
【０１９７】
アレイ活性制御部は、さらに、ブロックデコーダ１０からのブロック活性化信号φｂｒと
内部チップイネーブル信号ＣＥとセンスアンプ転送指示信号（アンプ転送命令）φＴＡと
メモリセル転送指示信号（セル転送命令）φＴＭを受けて、内部転送指示信号φＴＲｉを
所定のタイミングで出力しかつイコライズ／プリチャージ制御回路１２０ａ～１２０ｄの
イコライズ／プリチャージ動作を制御する信号を発生する転送制御回路１１０を含む。イ
コライズ／プリチャージ制御回路１２０ａ～１２０ｄは、アレイブロックＭＡａ～ＭＡｄ
それぞれに対応して設けられ、活性化時対応のアレイブロックのイコライズ／プリチャー
ジ動作を実行する。アレイ活性制御部は、さらに、アレイブロックＭＡａ～ＭＡｄそれぞ
れに対応して配置されるワード線駆動制御回路１４０ａ～１４０ｄ、センスアンプ制御回
路１６０ａ～１６０ｄ、および列選択制御回路１８０ａ～１８０ｄを含む。これらの回路
部分の機能自体は先の実施の形態１において示したものと同じであるが、その内部構成が
、転送指示信号φＴＲｉを受けるため異なる。この構成については後に説明する。
【０１９８】
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次に各部の具体的構成について説明する。
ブロックデコーダ１０の構成は、先の図７において示すものと同じであり、クロック信号
ＣＬＫの立上がりに同期して発生された内部チップイネーブル信号ＣＥに従って活性化さ
れて、そのときに与えられたブロックアドレス信号ＢＡをデコードし、アドレス指定され
たアレイブロックに対し所定の時間幅を有するブロック活性化信号φｂｒ（φｂｒａ～φ
ｂｒｄ）を出力する。
【０１９９】
図２５は、図２４に示す転送制御回路１１０の構成を概略的に示す図である。この図２５
においては、転送制御回路１１０のうちの、内部転送指示信号を発生する部分の構成を示
す。残りの部分（センスアンプ制御回路１６０ａ～１６０ｄを制御する部分およびイコラ
イズ／プリチャージ制御回路１２０ａ～１２０ｄを制御する部分）の構成については後に
各部分の構成と組合せて説明する。
【０２００】
図２５において、転送制御回路１１０は、センスアンプ転送指示信号φＴＡとメモリセル
転送指示信号φＴＭを受けるＯＲゲート１１１と、ＯＲゲート１１１の出力信号を所定時
間遅延する遅延回路１１２と、遅延回路１１２の出力信号の立上がりに応答して、所定の
時間幅を有するワンショットのパルスを発生するワンショットパルス発生回路１１３を含
む。このワンショットパルス発生回路１１３は、先に説明したフリップフロップおよび遅
延回路の構成を用いて実現されればよい。
【０２０１】
この図２５に示す転送制御回路１１０においては、転送指示信号φＴＡおよびφＴＭの少
なくとも一方がハイレベルの活性状態とされたときに、ワンショットパルス発生回路１１
３から、所定のタイミングでデータ転送を指示するワンショットのパルス信号φＴＲｉが
発生される。
【０２０２】
［イコライズ／プリチャージ制御回路およびワード線駆動制御回路の構成］
図２６は、この発明の第２の実施の形態である半導体記憶装置のイコライズ／プリチャー
ジ制御回路１２０（１２０ａ～１２０ｄ）およびワード線駆動制御回路１４０（１４０ａ
～１４０ｄ）の構成を示す図である。図２６において、ワード線駆動制御回路１４０は、
先の第１の実施の形態において図８において示した構成と同じ構成を備え、対応する部分
には同一の参照番号を付す。
【０２０３】
イコライズ／プリチャージ制御回路１２０は、信号φＴＡおよびφＴＭを受けるＯＲゲー
ト１１８（ＯＲゲート１１１に対応）と、イコライズ信号ＥＱ（ＥＱａ～ＥＱｄ）を所定
時間遅延する遅延回路１１９と、遅延回路１１９の出力信号を偽入力に受け、ブロック活
性化信号φｂｒおよびＯＲゲート１１８の出力信号を真入力に受けるゲート回路１２１と
、ゲート回路１２１の出力信号がハイレベルのときに所定期間ハイレベルとなるパルス信
号を発生するパルス発生回路１２３と、ブロック活性化信号φｂｒを反転するインバータ
１２２と、ゲート回路１２１の出力信号とインバータ１２２の出力信号を受けるＮＯＲゲ
ート１２５と、ＮＯＲゲート１２５の出力信号の立上がりに応答してセットされるリセッ
ト優先型セット／リセットフリップフロップ１２４を含む。
【０２０４】
このプリチャージ／イコライズ制御回路１２０は、さらに、フリップフロップ１２４の補
出力ＺＱからの出力信号とパルス発生回路１２３からの出力信号とを受けるＯＲ回路１２
７と、フリップフロップ１２４の補出力ＺＱからの出力信号を所定時間遅延する遅延回路
１２６と、ＮＯＲ回路１２５の出力信号に応答してリセットされ、かつセンスアンプ転送
指示信号φＴＡに応答してセットされるセット／リセットフリップフロップ１２８と、フ
リップフロップ１２８の真出力Ｑからの出力信号と遅延回路１２６の出力信号とを受ける
ＮＯＲ回路１２９を含む。ＮＯＲ回路１２９の出力信号はフリップフロップ１２４のリセ
ット入Ｒへ与えられる。フリップフロップ１２４のＱ出力からの信号は、信号φＴＭを一
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方入力に受けるＯＲ回路１３１を介して遅延回路２７へ与えられる。次にこのプリチャー
ジ／イコライズ制御回路１２０の動作についてその動作波形図である図２７（Ａ）および
（Ｂ）を参照して説明する。
【０２０５】
図２７（Ａ）において、ブロック活性化信号φｂｒが指定するアレイブロックが既にセン
スアンプにデータを保持している場合、イコライズ信号ＥＱはローレベルにある。この状
態において、新たにこのセンスアンプにデータを保持している状態においてさらにセンス
アンプ転送指示信号が活性状態とされると、ゲート回路１２１の出力信号がハイレベルと
なり、パルス発生回路１２３から所定期間ハイレベルとなるパルス信号が出力される。こ
のときゲート回路１２１の出力信号はハイレベルであり、ＮＯＲ回路１２５の出力信号は
ローレベルに固定され、フリップフロップ１２４のセット動作は禁止される。したがって
ＯＲ回路１２７からのイコライズ信号ＥＱが所定時間の間ハイレベルに立上がる。フリッ
プフロップ１２４はリセット状態を維持している。この状態においては、信号φＴＭはロ
ーレベルであり、ワード線駆動制御回路１４０においてワード線選択動作活性化信号φｗ
ｌはローレベルを維持しており、この転送アレイブロックにおいてのワード線選択動作は
禁止される。
【０２０６】
遅延回路１１９が設けられているのは、このイコライズ信号ＥＱのローレベルからハイレ
ベルへの移行時にゲート回路１２１の出力信号がローレベルとされ、フリップフロップ１
２４がセット状態とされるのを防止するためである。
【０２０７】
転送アレイブロックがセンスアンプにデータを保持していない場合においては、イコライ
ズ信号ＥＱはハイレベルにある。この状態においては、ゲート回路１２１の出力信号はロ
ーレベルにあり、パルス発生回路１２３のパルス発生動作は禁止される。この場合、ＮＯ
Ｒ回路１２５がインバータとして機能し、ブロック活性化信号φｂｒに応答して、ハイレ
ベルの信号を出力する。これにより、フリップフロップ１２４がセットされ、かつフリッ
プフロップ１２８がリセットされる。このとき、センスアンプ転送指示信号φＴＡも活性
状態にあり、このセット／リセットフリップフロップ１２８は、セット優先型の構成を備
えており、そのセット入力Ｓおよびリセット入力Ｒに活性状態の信号が与えられたときに
は、セット状態とされ、その真出力Ｑからの出力信号はハイレベルに設定される。これに
より、ＮＯＲ回路１２９の出力信号はローレベルに固定され、フリップフロップ１２４の
リセットが禁止される。フリップフロップ１２４がセットされて、その真出力Ｑからの出
力信号がハイレベルに立上がると、遅延回路２７の出力信号が所定時間経過後に立上がり
、フリップフロップ２８がセットされ、ワード線選択動作活性化信号φｗｌが所定時間ハ
イレベルの活性状態とされる。
【０２０８】
図２７（Ｂ）に示すメモリセル転送動作時においては、信号φＴＡがローレベルであり、
ブロック活性化信号φｂｒがハイレベルである。この場合には、メモリセル転送指示信号
φＴＭがハイレベルであり、ＯＲ回路１１８の出力信号がハイレベルとされ、ゲート回路
１２１の出力信号は、イコライズ信号ＥＱがローレベルのときにはハイレベル、イコライ
ズ信号ＥＱがハイレベルのときにはローレベルとなる。したがって、転送アレイブロック
がセンスアンプにデータを保持しているか否かに従ってイコライズ信号ＥＱの活性／非活
性が制御される。転送アレイブロックが既にセンスアンプにデータを保持している場合に
は、このメモリセル転送指示信号φＴＭとフリップフロップ１２４の真出力Ｑの出力信号
を受けるＯＲ回路１３１の出力信号がハイレベルとされ、遅延回路２７の出力信号により
フリップフロップ２８がセットされて所定期間ワード線選択動作活性化信号φｗｌが活性
状態とされる。これにより、転送アレイブロックがセンスアンプにデータを保持している
か否かにかかわらず、メモリセル転送指示信号φＴＭが与えられると、転送アレイブロッ
クにおいてワード線選択動作が実行される。
【０２０９】
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［センスアンプ制御回路の構成］
図２８は、図２４に示すセンスアンプ制御回路の構成の一例を示す図である。図２８にお
いて、センスアンプ制御回路１６０は、転送指示信号φＴＡおよびφＴＭを受けるＯＲ回
路１６１と、ＯＲ回路１６１の出力信号とブロック活性化信号φｂｒを受けるＡＮＤ回路
１６２とを含む。回路１６１および１６２は、図２４に示す転送制御回路１５０に含まれ
てもよい。この図２８に示すセンスアンプ制御回路１６０は、図９に示すセンスアンプ制
御回路の構成に加えて、さらに、センスアンプ転送指示信号φＴＡの活性化時ワード線選
択動作活性化信号φｗｌを受けるインバータ３５の出力信号の伝達を禁止する禁止ゲート
１６３と、ブロック活性化信号φｂｒおよびイコライズ信号ＥＱを受けるゲート回路１６
４と、禁止ゲート１６３の出力信号とゲート回路１６４の出力信号を受けるＯＲ回路１６
５をさらに含む。他の構成は、先に図９において示したセンスアンプ制御回路の構成と同
じであり、対応する部分には同一の参照番号を付す。
【０２１０】
禁止ゲート１６３はセンスアンプ転送指示信号φＴＡの活性化時、その出力信号をローレ
ベルの非活性状態に固定的に設定する。この禁止ゲート１６３には、たとえば、センスア
ンプ転送指示信号φＴＡに応答して非導通状態とされ、信号φｗｌの非活性化に応答して
導通状態とされるラッチ回路を利用することができる。ゲート回路１６４は、イコライズ
信号ＥＱがローレベルにあり、かつブロック活性化信号φｂｒがハイレベルのときハイレ
ベルの信号を出力する。
【０２１１】
この図２８に示す構成は、残りの構成は図９に示すセンスアンプ制御回路の構成と同じで
あり、対応する部分には同一の参照番号を付す。次に動作について図２９を参照して説明
する。
【０２１２】
ブロック活性化信号φｂｒおよびセンスアンプ転送指示信号φＴＡがともにハイレベルに
あり、イコライズ信号ＥＱがハイレベルのときには、先に図２６を参照して説明した回路
部分により、イコライズ信号ＥＱがローレベルとされる。このときフリップフロップ３４
は、ＯＲ回路１６５の出力信号により、リセットされる可能性はあるが、この場合、既に
フリップフロップ３４はリセット状態にあり、何ら問題は生じない。
【０２１３】
またこのとき、ＯＲ回路１６１およびＡＮＤ回路１６２の出力信号がハイレベルとされ、
セレクタ３２は、内部転送指示信号φＴＲｉを選択する状態に設定される。内部転送指示
信号φＴＲｉが活性状態とされると、セレクタ３２を介してフリップフロップ３４のセッ
ト入力Ｓに活性状態の信号が与えられてフリップフロップ３４がセットされ、トランジス
タ３６および３８が導通し、センスアンプ活性化信号ＶｎおよびＶｐが活性状態とされる
。信号φＴＡの活性化に応答して禁止ゲート１６３は、インバータ３５の出力信号の伝達
を禁止しているため、フリップフロップ３４のリセットは行なわれず、フリップフロップ
３４はセット状態を維持する。これにより、センスアンプ活性化信号ＶｐおよびＶｎは活
性状態を維持する。
【０２１４】
次いでこの状態で、このアレイブロックに対し再びアクセスが行なわれる場合には、イコ
ライズ信号ＥＱがローレベルのため、ゲート回路１６４の出力信号がブロック活性化信号
φｂｒの活性化に応答してハイレベルに立上がり、ＯＲ回路１６５を介してフリップフロ
ップ３４がリセットされる。これにより、センスアンプ活性化信号ＶｐおよびＶｎが非活
性状態とされる。ここで、イコライズ信号ＥＱがローレベルから所定期間ハイレベルとな
る構成は図２６に示す構成により実現される。
【０２１５】
次いで、通常アクセス動作時においては、所定時間経過後にワード線選択動作活性化信号
φｗｌがハイレベルとされ、セレクタ３２を介してフリップフロップ３４がセットされて
センスアンプ活性化信号ＶｐおよびＶｎが活性状態とされる。ワード線選択動作活性化信
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号φｗｌが非活性状態とされると、禁止ゲート１６３は、信号φＴＡの非活性化のためイ
ンバータ３５の出力信号を通過させ、フリップフロップ３４がＯＲ回路１６５の出力信号
に従ってリセットされ、センスアンプ活性化信号ＶｐおよびＶｎが非活性状態とされる。
【０２１６】
メモリセル転送動作時においては、信号φＴＭがハイレベルとされ、ゲート回路１６２の
出力信号がハイレベルとなり、セレクタ３２は、内部転送指示信号φＴＲｉを選択する状
態に設定される。この場合においては、センスアンプ活性化信号ＶｐおよびＶｎは、内部
転送指示信号φＴＲｉの活性化に応答して活性状態とされる。その非活性化は、信号φｗ
ｌの活性状態から非活性状態への移行に応答して行なわれる（メモリセル転送動作時にお
いては、信号φｗｌは活性状態とされる）。
【０２１７】
Ｘデコーダの構成は、先の第１の実施の形態の図１２に示す構成と同じである。またアド
レスラッチの構成は、図１０に示す第１の実施の形態のアドレスラッチの構成を利用する
ことができる。
【０２１８】
以上のように、この発明の第２の実施の形態に従えば、各アレイブロックを互いに独立に
駆動可能とし、かつ１つのアレイブロックから他のアレイブロックのセンスアンプまたは
メモリセルへデータを転送するように構成したため、処理用途に応じてメモリセルデータ
の退避、キャッシュ化を実現することができ、汎用性の高い半導体記憶装置を実現するこ
とができる。
【０２１９】
［実施の形態３］
図３０は、この発明の第３の実施の形態である半導体記憶装置の要部の構成を示す図であ
る。この図３０においては、アドレス入力部の構成が示される。この図３０に示すアドレ
ス入力部から出力される内部アドレス信号が先の実施の形態１および実施の形態２で示し
たブロックデコーダおよび各アレイブロックの行選択回路へ与えられる。
【０２２０】
図３０において、アドレス入力部は、アドレス入力端子１９９へ与えられるアドレス信号
をクロック信号ＣＬＫに同期して取込むアドレスバッファ２００と、メモリセルデータの
転送前のアドレスを格納するマッピングメモリ２０２と、マッピングメモリ２０２に格納
された転送前のアドレス信号のデータ転送後のアドレス信号を各転送前のアドレス信号に
対応して格納するアドレス変換回路２０４と、アドレスバッファ２００およびアドレス変
換回路２０４の一方のアドレス信号を通過させ、内部アドレス信号を生成するマルチプレ
クサ２０６を含む。マッピングメモリ２０２は、たとえば連想メモリ（ＣＡＭ）で構成さ
れ、アドレス変換回路２０４は、たとえばレジスタで構成される。
【０２２１】
このマッピングメモリ２０２およびアドレス変換回路２０４へのデータの格納を制御する
ために外部からのクロック信号ＣＬＫ、チップイネーブル信号ＣＥ、キャッシュ信号φＣ
Ｈ、およびマップ信号φＭＰを受けて、指定されたモードを検出するモード検出回路２１
０と、モード検出回路２１０の制御のもとに、アドレスバッファ２００から与えられたア
ドレス信号をそれぞれラッチするアドレスラッチ２１２と、モード検出回路２１０の制御
のもとに、このアドレスラッチ２１２に格納されたアドレスをマッピングメモリ２０２お
よびアドレス変換回路２０４へ書込む書込制御回路２１４を含む。アドレスラッチ２１２
は、転送前のアドレスと転送後のアドレスを格納する。次に動作についてその動作波形図
である図３１を参照して説明する。
【０２２２】
クロック信号ＣＬＫの立上がり時にチップイネーブル信号ＣＥがハイレベルの活性状態と
され、またデータ転送を指定するキャッシュ信号φＣＨがハイレベルの活性状態とされる
。これにより、データ転送が指定されて、転送されるべきメモリセルのアドレス（Ａ）が
モード検出回路２１０の制御のもとにアドレスラッチ２１２に格納される。この状態にお
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いては、マルチプレクサ２０６は、モード検出回路２１０の制御のもとに、アドレスバッ
ファ２００から与えられる元のアドレスすなわち転送前のアドレスを選択して各アレイブ
ロックのアドレスラッチへ与える。
【０２２３】
次いで、転送先を指定するアドレスＢが与えられ、チップイネーブル信号ＣＥおよびマッ
プ信号φＭＡがクロック信号ＣＬＫの立上がり時にハイレベルの活性状態とされる。モー
ド検出回路２１０は、このチップイネーブル信号ＣＥおよびマップ信号φＭＡに従って、
転送先アドレスが与えられたことを検知し、アドレスバッファ２００から与えられたアド
レス信号をアドレスラッチ２１２に格納する。この場合においても、マルチプレクサ２０
６は、モード検出回路２１０の制御のもとに、アドレスバッファ２００からのアドレス信
号を選択して各アレイブロックへ与え、データ転送動作が行なわれる。
【０２２４】
一方、書込制御回路２１４は、このモード検出回路２１０の制御のもとにマッピングメモ
リ２０２およびアドレス変換回路２０４に対し書込アドレスを発生し、アドレスラッチ２
１２に格納された元のアドレス（転送前アドレス）およびキャッシュ先アドレス（転送ア
ドレス）を格納する。
【０２２５】
以後の動作時において、チップイネーブル信号ＣＥがクロック信号ＣＬＫの立上がり時に
おいて活性状態とされ、アドレス入力端子１９９に元のアドレス（Ａ）が与えられたとき
、マッピングメモリ２０２は、この与えられたアドレスと格納している元のアドレス（キ
ャッシュアドレスと称す）とを比較し、その比較結果を示す信号を出力する。かつこのマ
ッピングメモリ２０２は、一致時においては、アドレス変換回路２０４から、対応の転送
先アドレス（キャッシュ先アドレス）を読出してマルチプレクサ２０６へ与える。マルチ
プレクサ２０６は、マッピングメモリ２０２からの一致信号に従ってアドレス変換回路２
０４から与えられたアドレス信号を選択して各アレイブロックのアドレスラッチへ与える
。これにより、外部から与えられたキャッシュアドレス（Ａ）に対して、転送先アドレス
（Ｂ）が内部アドレスとして指定される。アレイブロックにおいてセンスアンプがデータ
をラッチしている場合には、このセンスアンプをキャッシュとして利用して、転送アドレ
スに格納されたデータの読出または書込を行なうことができる。
【０２２６】
上述のようにマッピングメモリ２０２およびアドレス変換回路２０４を利用することによ
り、別のアレイブロックのセンスアンプにデータが転送されている場合、その転送された
データを高速で読出すことができる。
【０２２７】
図３２は、図３０に示すマッピングメモリ２０２およびアドレス変換回路２０４の構成を
概略的に示す図である。図３２において、マッピングメモリ２０２は、各エントリが元の
アドレス信号を格納する複数の連想メモリセルエントリＥＮＴ１～ＥＮＴｎを含む。連想
メモリセルエントリＥＮＴ１～ＥＮＴｎの各々には、一致線ＣＨＬ１～ＣＨＬｎが接続さ
れる。一致線ＣＨＬ１～ＣＨＬｎは、それぞれ対応の連想メモリセルエントリＥＮＴ１～
ＥＮＴｎの格納するアドレス信号と、外部から与えられるアドレス信号の一致したときに
ハイレベルの活性状態とされる。
【０２２８】
アドレス変換回路２０４は、マッピングメモリ２０２の各エントリＥＮＴ１～ＥＮＴｎに
対応して設けられるレジスタＲＥＧ１～ＲＥＧｎと、レジスタＲＥＧ１～ＲＥＧｎそれぞ
れに対応して設けられ、一致線ＣＨＬ１～ＣＨＬｎの活性化時、対応のレジスタの内容を
読出データ線ＲＤ上に伝達するリードゲートＲＧ１～ＲＧｎを備える。このアドレス変換
回路２０４は、さらに、転送アドレス信号書込時に、書換制御回路の制御のもとにアドレ
スラッチにラッチされたデータを書込むためのライトゲートＷＧ１～ＷＧｎを含む。これ
らのライトゲートＷＧ１～ＷＧｎはレジスタＲＥＧ１～ＲＥＧｎそれぞれに対応して設け
られ、書込制御回路からの活性化信号に従って選択的に活性状態とされ、対応のレジスタ
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ＲＥＧ１～ＲＥＧｎを書込データバスＷＤに接続する。書込制御回路は、明確には示さな
いが、アドレスカウンタなどのアドレス発生器を備えており、アドレスラッチ２１２に格
納されたアドレスをマッピングメモリ２０２およびアドレス変換回路２０４へ格納する。
連想メモリセルエントリＥＮＴ１～ＥＮＴｎへのデータ書込は、通常の手法を用いて行な
われる。すなわちエントリ選択信号線（ワード線）を選択状態として、元のアドレス信号
をこのマッピングメモリへ与えることにより、選択された連想メモリセルエントリへ元の
アドレス信号が格納される。
【０２２９】
一致信号は、一致線ＣＨＬ１～ＣＨＬｎ上の信号を受けるＯＲゲート２１５から出力され
る。一致線ＣＨＬ１～ＣＨＬｎのいずれかが活性状態とされると一致信号が活性状態とさ
れる。このとき、一致を示す一致線に対応して設けられたリードゲートが導通し、対応の
レジスタの内容が読出されてマルチプレクサへ与えられる。
【０２３０】
アドレスラッチ２１２としては、単にモード検出回路２１０の制御のもとに、それぞれ元
のアドレス信号および転送アドレス信号格納領域に、与えられたアドレス信号を格納する
構成が用いられればよい。
【０２３１】
以上のように、この発明の第３の実施の形態の構成に従えば、元のアドレス信号と転送先
アドレス信号とをリンクして（対応付けて）格納し、与えられた信号がこの登録された元
のアドレス信号と一致するときには、転送アドレス信号を内部アドレス信号として出力す
るように構成しているため、この半導体記憶装置において転送先のメモリセルへ容易にア
クセスすることができ、たとえばあるメモリセルのデータの加工時に退避された加工前の
データを再びアクセスすることができる。また転送先アレイブロックのセンスアンプをキ
ャッシュとして利用することができ、高速アクセスが可能となる。
【０２３２】
［実施の形態４］
図３３は、この発明の第４の実施の形態である半導体記憶装置の動作を示す波形図である
。以下、図３３に示す波形図を参照してこの発明の第４の実施の形態である半導体記憶装
置の動作について説明する。
【０２３３】
クロック信号ＣＬＫの立上がり時に、チップイネーブル信号ＣＥをハイレベルとし、かつ
データ保持指示信号ＫＥＥＰをハイレベルとする。この状態においては、時刻Ｔ１におい
て与えられたアドレス信号に従って、アレイブロックにおいてワード線ＷＬＡが選択され
、この選択ワード線ＷＬＡに接続されるメモリセルのデータがビット線上に読出され、次
いでセンスアンプが活性状態とされ、次いで列選択が行なわれ、データＤＡ１が読出され
る。データ保持指示信号ＫＥＥＰがハイレベルであるため、所定期間経過後にワード線Ｗ
ＬＡがローレベルに立下がっても、この選択アレイブロックにおいて、センスアンプは活
性状態を維持する。
【０２３４】
時刻Ｔ２において再びチップイネーブル信号ＣＥが与えられると、その時点において与え
られたアドレス信号に従って別のアレイブロックにおいてワード線ＷＬＢが選択され、こ
のワード線ＷＬＢの電位が立上がり、選択ワード線ＷＬＢに接続されるメモリセルのデー
タがビット対上に読出され、次いで列選択動作が行なわれ、このワード線ＷＬＢに接続す
るメモリセルのうち選択列上に配置されるメモリセルのデータＤＢが読出される。
【０２３５】
時刻Ｔ３において、時刻Ｔ１に与えられたアドレスと同じ行アドレスを指定するアドレス
信号が与えられて、ワード線ＷＬＡが指定された場合、信号ＫＥＥＰにより、このワード
線ＷＬＡのデータはセンスアンプにより保持されているため、行選択動作は行なわれず、
列選択動作のみが行なわれ、このワード線ＷＬＡに接続するメモリセルのうちの対応のメ
モリセルのデータＤＡ２が読出される。以降、信号ＫＥＥＰがハイレベルのある間、選択
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アレイブロックにおいては、すべてセンスアンプが活性状態を維持しており、いずれかの
アレイブロックにおいて選択動作が指定された場合には、列選択動作のみが行なわれ、対
応のメモリセルのデータが読出される。
【０２３６】
上述の一連の動作により、この半導体記憶装置を信号ＫＥＥＰに従ってこの半導体記憶装
置をキャッシュとして利用することができるため、選択ワード線を再度アクセスする場合
に、行選択動作が必要とされず、高速でデータの読出が可能となる。
【０２３７】
図３４は、この発明の第４の実施の形態である半導体記憶装置のアレイ活性制御部の構成
を示す図である。図３４において、アレイブロックＭＢａのアレイ活性制御部の構成のみ
を示す。残りのアレイブロックＭＢｂ～ＭＢｄに対しても同様の構成が用いられる。
【０２３８】
図３４において、アレイ活性制御部は、チップイネーブル信号ＣＥに応答して活性化され
、アドレスバッファ３からのブロックアドレス信号ＢＡをデコードし、ブロック活性化信
号φｂｒａを出力するブロックデコーダ１０ａと、ブロックデコーダ１０ａからのブロッ
ク活性化信号φｂｒａと後に説明する比較器２７２からの一致信号φＩＨａに応答して、
イコライズ信号ＥＱａを選択的に活性／非活性状態とするイコライズ／プリチャージ制御
回路２２０と、イコライズ／プリチャージ制御回路２２０からのイコライズ信号ＥＱａの
立下がりに応答して、所定期間活性状態とされるワード線選択動作活性化信号φｗｌａを
出力するワード線駆動制御回路２４０と、データ保持信号ＫＥＥＰとワード線駆動制御回
路２４０の出力する信号φｗｌａと、比較器２７２からの一致信号φＩＨａに応答して、
センスアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎａを選択的に活性状態にするセンスアンプ制御
回路２６０を含む。イコライズ／プリチャージ制御回路２２０およびセンスアンプ制御回
路２６０の内部構成については後に説明する。ワード線駆動制御回路２４０の構成は、先
の第２の実施の形態において説明したものと同様である。
【０２３９】
アレイ活性制御部はさらに、比較器２７２の出力信号φＩＨａとデータ保持信号ＫＥＥＰ
に応答して、アドレスバッファ３から与えられた内部行アドレス信号ＲＡおよび内部ブロ
ックアドレス信号ＢＡをラッチするラッチ２７０を含む。このラッチ２７０は、データ保
持信号ＫＥＥＰの活性化時（ハイレベル）のとき、一致信号φＩＨａが不一致を示す場合
には、そのときに与えられた行アドレス信号ＲＡおよびブロックアドレス信号ＢＡをラッ
チする。またラッチ２７０は、データ保持信号ＫＥＥＰの非活性化時（ハイレベルからロ
ーレベルへの移行時）、そのラッチデータがリセットされる。
【０２４０】
比較器２７２は、データ保持信号ＫＥＥＰの活性化時、このラッチ２７０にラッチされた
アドレス信号とアドレスバッファ３から与えられる行およびブロックアドレス信号とを比
較し、その比較結果に従って一致信号φＩＨａを活性状態または非活性状態に駆動する。
【０２４１】
Ｘデコーダ２７６に対しては、ブロック活性化信号φｂｒａと一致信号φＩＨａに従って
アドレスバッファ３からの内部行アドレス信号をラッチするＲＡラッチ２７４が設けられ
る。Ｙデコーダ２７９に対しては、ブロック活性化信号φｂｒａに応答してアドレスバッ
ファ３から与えられる内部列アドレス信号をラッチするＣＡラッチ２７８が設けられる。
Ｘデコーダ２７６は、ワード線駆動制御回路２４０からのワード線選択動作活性化信号φ
ｗｌａに応答して活性化される。ＲＡラッチ２７４は、比較器２７２からの一致信号φＩ
Ｈａが一致を示す場合にはブロック活性化信号φｂｒａが活性状態とされてもリセット状
態を維持する。Ｙデコーダ２７９は、ブロック活性化信号φｂｒａに応答して活性化され
る列選択制御回路２８０によりそのデコード開始タイミングが決定される。列選択制御回
路２８０はまた、ブロック活性化信号φｂｒａに応答して、所定のタイミングでブロック
選択信号（ローカルＩ／Ｏ線とグローバルＩ／Ｏ線とを接続するゲート）を導通を制御す
るブロック選択信号ＴＧＡを活性状態とする。
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【０２４２】
Ｘデコーダ２７６からの出力信号（ワード線駆動信号）は、アレイブロックＭＢａに配設
されるワード線ＷＬ上に伝達される。Ｙデコーダ２７９の出力信号は、アレイブロックＭ
Ｂａに対して配設されたビット線対ＢＬＰに設けられた列選択ゲートＳＥＬへ与えられる
。このアレイブロックＭＢａの各ビット線対ＢＬＰに設けられたセンスアンプＳＡａは、
センスアンプ制御回路２６０からのセンスアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎａに応答し
て活性状態とされる。次にこの図３４に示す制御の動作をその動作波形図である図３５お
よび図３６を参照して説明する。
【０２４３】
図３５は、通常動作時の動作を示す波形図である。通常動作時においては、データ保持信
号ＫＥＥＰは非活性状態のローレベルを維持する。この場合には、比較器２７２は非活性
状態とされ、その比較動作が禁止され、一致信号φＩＨａはローレベルに固定される。チ
ップイネーブル信号ＣＥの活性化に応答して、アドレスバッファ３からのブロックアドレ
ス信号ＢＡがブロックデコーダ１０ａでデコードされ、ブロック活性化信号φｂｒａが活
性状態とされる。これに応答して、イコライズ／プリチャージ制御回路２２０からのイコ
ライズ信号ＥＱａが非活性状態のローレベルとされる。ワード線駆動制御回路２４０は、
このイコライズ／プリチャージ制御回路２２０からのイコライズ信号ＥＱａの非活性化に
応答して、所定時間経過後、ワード線選択動作活性化信号φｗｌａを活性状態として、Ｘ
デコーダ２７６へ与える。ＲＡラッチ２７４は、一致検出信号φＩＨａが非活性状態にあ
るため、ブロック活性化信号φｂｒａに応答して、アドレスバッファ３から与えられた内
部行アドレス信号ＲＡをラッチしてＸデコーダ２７６へ与える。Ｘデコーダ２７６は、ワ
ード線駆動制御回路２４０からの信号φｗｌａに応答して活性化され、このＲＡラッチ２
７４から与えられたアドレス信号をデコードし、ワード線ＷＬａを所定期間選択状態へと
駆動する。このワード線ＷＬａが選択状態とされる期間は、ワード線駆動制御回路２４０
から出力される信号φｗｌａにより決定される。選択ワード線ＷＬａに接続されるメモリ
セルデータがビット線対ＢＬＰへ与えられ、その電位差が十分に拡大されると、センスア
ンプ制御回路２６０からのセンスアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎａが活性状態とされ
、ビット線対ＢＬＰのデータが増幅される。
【０２４４】
一方、ＣＡラッチ２７８は、ブロック活性化信号φｂｒａの活性化に応答して、アドレス
バッファ３から与えられた内部列アドレス信号をラッチしている。Ｙデコーダ２７９が列
選択制御回路２８０の制御のもとに活性化され、このＣＡラッチ２７８のラッチする内部
列アドレス信号をデコードし、列選択信号を出力する。これにより、選択列に対応するビ
ット線対ＢＬＰが列選択ゲートおよびブロック選択ゲート（ＳＥＬで示す）を介してグロ
ーバルＩ／Ｏ線に接続される。この後リード／ライトドライバＲＷＤＲがリード／ライト
信号Ｗ／Ｒへ応答して所定のタイミングで活性化され、入出力バッファを介してデータの
出力が行なわれる。
【０２４５】
図３６は、データ保持信号が活性状態のときの動作を示す波形図である。データ保持信号
ＫＥＥＰがハイレベルの活性状態のときには、既に、センスアンプ活性化信号Ｖｐａおよ
びＶｎａは活性状態を維持している。チップイネーブル信号ＣＥが活性状態とされると、
アドレスバッファ３からの内部アドレス信号が確定状態とされる。比較器２７２が、この
ラッチ２７０にラッチされている行アドレス信号ＲＡおよびブロックアドレス信号ＢＡと
アドレスバッファ３から与えられた内部行アドレス信号およびブロックアドレス信号を比
較する。両者が同じ場合、すなわちアレイブロックＭＢａの同じワード線が選択状態とさ
れる場合には、この比較器２７２からの一致信号φＩＨａが活性状態とされる。この一致
信号φＩＨａの活性化に応答して、イコライズ／プリチャージ制御回路２２０はその動作
が禁止され、前のサイクルの状態、すなわち、非活性状態のローレベルを維持する。した
がってこの状態においては、ワード線駆動制御回路２４０からのワード線選択動作活性化
信号φｗｌａは非活性状態を維持し、ＲＡラッチ２７４およびＸデコーダ２７６による、
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新たなワード線の選択動作は禁止される。センスアンプ制御回路２６０は、この比較器２
７２からの活性状態の一致信号φＩＨａに応答して、センスアンプ活性化信号Ｖｐａおよ
びＶｎａを活性状態に維持する。
【０２４６】
ＣＡラッチ２７８が、このチップイネーブル信号ＣＥと同時に与えられたアドレス信号か
ら内部列アドレス信号をラッチし、Ｙデコーダ２７９が列選択制御回路２８０の制御のも
とに活性化される。これにより、既に選択状態とされているセンスアンプＳＡａにラッチ
されている１行のメモリセルデータのうち内部列アドレス信号が指定するメモリセルのデ
ータが選択されてグローバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上に伝達されて、次いでリード／ライト
ドライバＲＷＤＲを介して入出力バッファ（図示せず）へ与えられる。
【０２４７】
チップイネーブル信号ＣＥの活性化時に与えられるアドレス信号がセンスアンプに保持さ
れているメモリセルの行アドレスと異なる行アドレスを指定する場合には、比較器２７２
の出力信号は非活性状態を維持する。この場合には、イコライズ／プリチャージ制御回路
２２０は、ブロックデコーダ１０ａからのブロック活性化信号φｂｒａの活性化に応答し
て、所定期間イコライズ信号ＥＱａをハイレベルに維持する。このときまた、センスアン
プ制御回路２６０が比較器２７２からの非活性状態の一致信号φＩＨａに応答して、セン
スアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎａを非活性状態に維持する。これにより、センスア
ンプＳＡａに保持されていたメモリセルのデータがリセットされる。次いで、ワード線駆
動制御回路２４０が、このイコライズ信号ＥＱａの立下がりに応答して、所定のタイミン
グで信号φｗｌａを活性状態とする。
【０２４８】
ＲＡラッチ２７４は、比較器２７２の非活性状態の一致検出信号φＩＨａとブロック活性
化信号φｂｒａの活性化とに応答して、アドレスバッファ３からの内部行アドレス信号Ｒ
ＡをラッチしてＸデコーダ２７６へ伝達する。Ｘデコーダ２７６が、このワード線選択動
作活性化信号φｗｌａに応答して所定期間活性状態とされ、新たにアドレス指定された行
に対応するワード線を選択状態とする。
【０２４９】
このワード線選択動作活性化信号φｗｌａの活性化に応答して、センスアンプ制御回路２
６０が、一定のタイミングでセンスアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎａを活性状態とす
る。これにより、新たにアドレス指定された行のメモリセルのデータがセンスアンプＳＡ
ａにより検知、増幅され、かつラッチされる。次いで、ＣＡラッチ２７８にラッチされた
内部列アドレス信号がＹデコーダ２７９でデコードされ、対応の列を指定する列選択信号
が活性状態とされる。これにより、新たにアドレス指定されたメモリセルのデータがグロ
ーバルＩ／ＯバスＧＩ／Ｏ上に伝達される。データ保持信号ＫＥＥＰのハイレベルのとき
、センスアンプ制御回路２６０は、ワード線駆動制御回路２４０からの信号φｗｌａが非
活性状態とされても、センスアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎａを活性状態に維持する
。Ｘデコーダ２７６は、この信号φｗｌａの非活性化に応答してプリチャージ状態とされ
る。
【０２５０】
またラッチ２７０は、比較器２７２からの非活性状態の一致検出信号φＩＨａに応答して
、アドレスバッファ３から与えられた内部行アドレス信号ＲＡおよび内部ブロックアドレ
ス信号ＢＡをラッチする。これにより、選択状態とされているワード線を示すアドレス信
号の更新が行なわれる。
【０２５１】
データ保持信号ＫＥＥＰが非活性状態のローレベルとされると、ラッチ２７０のラッチす
るアドレス信号がリセットされ、またセンスアンプ制御回路２６０からのセンスアンプ活
性化信号ＶｐａおよびＶｎａも非活性状態とされ、イコライズ信号ＥＱａがハイレベルへ
立上がる。
【０２５２】
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［イコライズ／プリチャージ制御回路の構成］
図３７は、図３４に示すイコライズ／プリチャージ制御回路の構成および動作を示す図で
ある。図３７（Ａ）において、プリチャージ／イコライズ回路２２０は、信号ＫＥＥＰお
よびφｂｒａを真入力に受け、信号φＩＨａを補入力に受けるゲート回路２２１と、ゲー
ト回路２２１の出力信号の立上がりに応答して、所定の時間幅を有するパルス信号を発生
するパルス発生回路２２２と、信号ＫＥＥＰおよびφｂｒａを受けるＯＲ回路２２３と、
ＯＲ回路２２３の出力信号の立上がりに応答して、所定期間ローレベルとなるパルス信号
を発生するパルス発生器２２４と、信号ＫＥＥＰに応答してパルス発生器２２２および２
２４の一方を選択的に低下させるセレクタ２２５と、信号ＫＥＥＰの立上がりに応答して
立上がりかつ信号φｂｒａの立上がりに応答して立下がるパルス信号を発生するパルス発
生器２２６と、パルス発生器２２６の出力信号とセレクタ２２５の出力を受けるＯＲ回路
２２７を含む。ＯＲ回路２２７からイコライズ信号ＥＱａが出力される。次にこの図３７
に示すイコライズ／プリチャージ制御回路２２０の動作をその動作波形図である図３７（
Ｂ）を参照して説明する。
【０２５３】
信号ＫＥＥＰがローレベルのとき、ゲート回路２２１の出力信号はローレベルに固定され
る。セレクタ２２５は、パルス発生器２２４からのパルス信号φｐ３を選択する状態に設
定される。パルス発生器２２６は、信号ＫＥＥＰがローレベルに固定されるため、パルス
を発生しない。
【０２５４】
ＯＲ回路２２３は、バッファ回路として機能し、信号φｂｒａをバッファ処理してパルス
発生器２２４へ与える。パルス発生器２２４は、このＯＲ回路２２３からの信号の立上が
りに応答して、所定期間ローレベルとされるパルス信号φｐ３を発生する。セレクタ２２
５はこのパルス発生器２２４からのパルス信号φｐ３を選択して通過させる。ＯＲ回路２
２７はいま、バッファ回路として機能しており（パルス発生器２２６出力信号はローレベ
ル）、イコライズ信号φｐ３がイコライズ信号ＥＱａとして出力される。
【０２５５】
一方、信号ＫＥＥＰがハイレベルに立上がると、この立上がりに応答してパルス発生器２
２６が出力信号φｐ１をハイレベルに立上げる。これにより、ＯＲ回路２２７からのイコ
ライズ信号ＥＱａがハイレベルとされる。アレイブロックＭＢａがプリチャージ状態にあ
れば、イコライズ信号ＥＱａはハイレベルを維持するだけであり、何ら状態変化は生じな
い。
【０２５６】
この状態でブロック活性化信号φｂｒａが活性状態とされると、最初のサイクルにおいて
は、比較器（図３４参照）の出力する一致信号φＩＨａは不一致を示すローレベルである
（図３４に示すラッチ２７０は、信号ＫＥＥＰの立上がりに応答してリセットされており
、いずれの行をも指定していない）。これに応答して、ゲート回路２２１の出力信号がハ
イレベルに立上がり、パルス発生器２２２からのパルス信号φｐ２が所定期間ハイレベル
とされる。セレクタ２２５は信号ＫＥＥＰに従ってパルス発生器２２２の出力信号を選択
している。パルス発生器２２６からのパルス信号φｐ１は、ブロック活性化信号φｂｒａ
の立上がりに応答してローレベルとされる。パルス信号φｐ１およびφｐ２は、そのハイ
レベルの期間が互いに重なり合うようにタイミングが設定される。したがって、イコライ
ズ信号ＥＱａが、所定期間経過後、ハイレベルからローレベルとされ、ワード線選択動作
が開始される。
【０２５７】
次いでアクセスが行なわれ、ブロック活性化信号φｂｒａおよび一致信号φＩＨａがとも
にハイレベルとされると、この場合には、ゲート回路２２１の出力信号はローレベルであ
り、パルス発生器２２２からのパルス信号φｐ２はローレベルを維持する。したがってイ
コライズ信号ＥＱａもローレベルを維持する。
【０２５８】
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次に再びブロック活性化信号φｂｒａがハイレベルとなり、一致信号φＩＨａがローレベ
ルのときには、パルス発生器２２２からのパルス信号φｐ２が発生され、イコライズ信号
ＥＱａが所定期間ハイレベルとされ、アレイブロックＭＢａのプリチャージが行なわれる
。この後、ワード線が選択され、新たなメモリセルデータの選択が行なわれる。信号ＫＥ
ＥＰがローレベルとされると、セレクタ２２５がパルス発生器２２４からのハイレベル状
態にあるパルス信号φｐ３を選択し、応じてイコライズ信号ＥＱａがハイレベルに立上が
る。
【０２５９】
ワード線駆動制御回路の構成は、先の第１の実施の形態と第２の実施の形態において用い
た構成を利用することができる。
【０２６０】
［センスアンプ制御回路の構成］
図３８は、図３４に示すセンスアンプ制御回路の構成および動作を示す図である。
【０２６１】
図３８（Ａ）において、センスアンプ制御回路２４０は、ワード線選択動作活性化信号φ
ｗｌａを所定時間遅延する遅延回路２４１と、遅延回路２４１の出力信号の立上がりに応
答してセットされるセット／リセットフリップフロップ２４２と、遅延回路２４１の出力
信号を所定時間遅延させかつその出力信号を反転する反転遅延回路２１３と、データ保持
信号ＫＥＥＰと反転遅延回路２４３の出力信号とを受けるＮＯＲ回路２４４と、信号ＫＥ
ＥＰの立下がりに応答して所定時間ハイレベルとされるパルス信号を発生するパルス発生
器２４５と、パルス発生器２４５の出力信号と、図３７に示すパルス信号φｐ２を受ける
ＯＲ回路２４６と、ＮＯＲ回路２４４の出力信号とＯＲ回路回路２４６の出力信号とを受
けるＯＲ回路２４７とを含む。フリップフロップ２４２は、このＯＲ回路２４７の出力信
号の立上がりに応答してリセットされる。
【０２６２】
フリップフロップ２４２の補出力ＺＱからの出力信号は、センスアンプ活性化信号Ｖｐａ
を出力するｐチャネルＭＯＳトランジスタ２４９のゲートへ与えられる。フリップフロッ
プ２４２のＱ出力からの出力信号は、センスアンプ活性化信号Ｖｎａを出力するｎチャネ
ルＭＯＳトランジスタ２４８のゲートへ与えられる。次に図３８（Ｂ）に示す動作波形図
を参照してこの図３８（Ａ）に示すセンスアンプ制御回路動作について説明する。
【０２６３】
信号ＫＥＥＰがローレベルのとき、ＮＯＲ回路２４４は、インバータとして機能する。フ
ルロック活性化信号φｂｒａがハイレベルとされると、イコライズ信号ＥＱａがハイレベ
ルからローレベルへ立下がり、このイコライズ信号ＥＱａの立下がりに応答して、所定期
間ワード線選択動作活性化信号φｗｌａがハイレベルとされる。この信号φｗｌａの立上
がりに応答して、フリップフロップ２４２が遅延回路２４１の出力信号に従ってセットさ
れ、次いで反転遅延回路２４３、ＮＯＲ回路２４４およびＯＲ回路２４７により、所定時
間経過後にリセットされる。これにより、センスアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎａが
所定時間活性化状態とされる。
【０２６４】
データ保持信号ＫＥＥＰがハイレベルとされると、パルス信号φｐ２が所定期間ハイレベ
ルされ、ＯＲ回路２４６および２４７を介してフリップフロップ２４２がリセットされる
。このときには、センスアンプ活性化信号ＶｎａおよびＶｐａはリセット状態（非活性状
態）にあり、何ら問題は生じない。パルス信号φｐ２がローレベルに立下がると、イコラ
イズ信号ＥＱａがハイレベルからローレベルに立下がり、応じてワード線選択動作活性化
信号φｗｌａが所定期間ハイレベルの活性状態とされる。このワード線選択動作活性化信
号φｗｌａの立上がりに応答して、フリップフロップ２４２が所定時間経過後にセットさ
れ、センスアンプ活性化信号ＶｎａおよびＶｐａが活性状態とされる。信号ＫＥＥＰがハ
イレベルであり、ＮＯＲ回路２４４の出力信号はローレベルに固定されるため、このフリ
ップフロップ２４２のリセットが禁止され、センスアンプ活性化信号ＶｎａおよびＶｐａ
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は活性状態を維持する。
【０２６５】
信号φｂｒａおよびφＩＨａがともにハイレベルの活性状態とされる場合、イコライズ信
号ＥＱａはローレベルを維持しており、センスアンプ活性化信号ＶｎａおよびＶｐａも活
性状態を維持している。
【０２６６】
信号φｂｒａがハイレベルであり、信号φＩＨａがローレベルのとき、パルス信号φｐ２
がハイレベルとされ、フリップフロップ２４２がリセットされ、センスアンプ活性化信号
ＶｐａおよびＶｎａが非活性状態とされる。イコライズ信号ＥＱａがパルス信号φｐ２に
従ってハイレベルからローレベルとされると、ワード線選択動作活性化信号φｗｌａが所
定期間ハイレベルとされ、新たなワード線選択動作が行なわれる。このワード線選択動作
活性化信号φｗｌａの立上がりに応答して、フリップフロップ２４２が所定時間経過後に
セットされ、センスアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎａが活性状態とされる。以降、上
述の動作が繰返される。信号ＫＥＥＰがハイレベルからローレベルへ立下がると、パルス
発生器２４５が所定時間幅を有するパルス信号を出力し、ＯＲ回路２４６および２４７を
介してフリップフロップ２４２がリセットされ、センスアンプ活性化信号ＶｎａおよびＶ
ｐａが非活性状態とされる。
【０２６７】
以上のように、この発明の第４の実施の形態に従えば、アレイブロックをそれぞれ独立に
駆動可能とし、かつ各アレイブロックにおいてセンスアンプにデータを保持するように構
成しているため、各アレイブロックをキャッシュとして利用することができ、高速アクセ
スが可能となる。
【０２６８】
なお、この第４の実施の形態において、ビット線対とセンスアンプとの間にビット線分離
ゲートが設けられており、センスアンプの活性化／非活性化に応じてビット線対とセンス
アンプとの接続／分離が行なわれる構成が用いられてもよい。この場合、ビット線分離信
号ＢＬＩの活性／非活性の制御は、ワード線選択動作活性化信号φｗｌａに従って行なわ
れればよい。
【０２６９】
［実施の形態５］
図３９は、この発明の第５の実施の形態である半導体記憶装置のアレイ部の構成を示す図
である。図３９において、この半導体記憶装置のアレイは、複数のアレイブロックＭＢＡ
～ＭＢＦに分割される。これらのアレイブロックＭＢＡ～ＭＢＦそれぞれに対応して、互
いに独立に動作可能なアレイ活性制御回路３００ａ～３００ｆがそれぞれ配置される。ま
たアレイブロックＭＢＡ～ＭＢＦそれぞれに対応して、センスアンプおよびイコライズ回
路を含むアレイ活性化回路３１０ａ～３１０ｅが設けられる。アレイ活性化回路は、各ビ
ット線対に対して設けられるセンスアンプＳＡと、隣接するアレイブロックのビット線対
をそれぞれ接続するためのトランスファーゲート３０１を含む。図３９においては、アレ
イブロックＭＢＣおよびＭＢＤの間のアレイ活性化回路３１０ｃにおけるビット線対ＢＬ
ＰＣおよびＢＬＰＤに対して設けられる部分の構成を示す。センスアンプＳＡは、トラン
スファーゲート３０１ｃｄの導通時、アレイブロックＭＢＤのビット線対ＢＬＰＤに接続
可能である。通常動作時においては、センスアンプＳＡはアレイブロックＭＢＣのビット
線対ＢＬＰＣにトランスファーゲート３０１ｃｃを介して接続される。
【０２７０】
図４０は、このアレイブロックそれぞれに対して設けられるアレイ活性化回路の構成をよ
り拡大して示す図である。図４０に示すように、アレイブロックＭＢＡおよびＭＢＢの間
のセンス活性化回路３１０ａは、アレイブロックＭＢＡのビット線対ＢＬＰＡにトランス
ファーゲート３０１ａａを介して接続されかつトランスファーゲート３０１ａｂを介して
アレイブロックＭＢＢのビット線対ＢＬＰＢに接続されるセンスアンプＳＡＡを含む。ア
レイ活性化回路３１０ｂは、アレイブロックＭＢＢのビット線対ＢＬＰＢにトランスファ

10

20

30

40

50

(41) JP 3973250 B2 2007.9.12



ーゲート３０１ｂｂを介して接続されかつアレイブロックＭＢＣのビット線対ＢＬＰＣに
トランスファーゲート３０１ｂｃを介して接続されるセンスアンプＳＡＢを含む。アレイ
活性化回路３１０ｃは、アレイブロックＭＢＣのビット線対ＢＬＰＣにトランスファーゲ
ート３０１ｃｃを介して接続されかつアレイブロックＭＢＤのビット線対ＢＬＰＤにトラ
ンスファーゲート３０１ｃｄを介して接続されるセンスアンプＳＡＣを含む。他のアレイ
ブロックについても同様の接続が行なわれる。トランスファーゲート３０１ａｂ，３０１
ｂｃ，３０１ｃｄ…は、転送制御回路３１５の制御のもとに導通状態とされる。この転送
制御回路３１５の制御により、隣接アレイブロック間での１行のメモリセルデータの転送
を行なうことができる。次にこの図３９および図４０に示す半導体記憶装置の動作をその
動作波形図である図４１を参照して説明する。
【０２７１】
この半導体記憶装置は、アレイブロック間でのデータ転送を指定する転送指示信号φＴＲ
と、転送先のアレイブロックに対しデータをメモリセルに書込む書込指示信号φＴＲＷを
含む。
【０２７２】
時刻Ｔ１において、クロック信号ＣＬＫの立上がりにチップイネーブル信号ＣＥがハイレ
ベルとされ、転送信号φｂｒが活性状態とされ、書込指示信号φＴＲＷがローレベルに設
定される。この場合には、時刻Ｔ１において確定状態とされたアドレス信号に従ってアド
レス指定されたアドレスアレイブロックＭＢ♯Ａにおいてワード線ＷＬＡが選択され、こ
の選択されたメモリセルデータの読出しが行なわれる。転送信号φＴＲの活性化時、次の
クロックサイクルＴ２において与えられたアドレス信号に従って転送先アレイブロックが
指定される。この転送先アレイブロックに対して、時刻Ｔ１においてアドレス指定された
アレイブロックにおけるワード線ＷＬＡに接続されるメモリセルのデータが転送される。
次いでこの転送先アレイブロックにおいてセンスアンプが活性化され、センスアンプにデ
ータが保持される。
【０２７３】
時刻Ｔ３において、チップイネーブル信号ＣＥが活性状態のハイレベルとされ、転送信号
φＴＲおよび書込指示信号φＴＲＷがともにハイレベルとされると、この時刻Ｔ３におい
てアドレス指定されたアドレス信号に従ってアレイブロックＭＢ♯Ａにおいてワード線Ｗ
ＬＡが選択され、この選択ワード線ＷＬＡに接続されるメモリセルのデータが読出され、
センスアンプにより検知、増幅されてラッチされる。次のクロックサイクルＴ４において
与えられたアドレス信号に従って、転送先アレイブロックにおいてワード線ＷＬＢが選択
状態とされ、転送先アレイブロックにおいてセンスアンプが次いで活性化され、この選択
されたワード線ＷＬＢに接続するメモリセルにワード線ＷＬＡに接続されるメモリセルデ
ータが書込まれる。
【０２７４】
図４２は、この発明の第５の実施の形態である半導体記憶装置のより詳細な内部転送動作
を示す図である。図４２においては、アレイブロックＭＢ♯Ａからそれに隣接するアレイ
ブロックＭＢ♯Ｂへのデータ転送動作が示される。転送指示信号φＴＲのみが活性状態の
とき、アドレスＡ１に従ってアレイブロックＭＢ♯Ａのワード線ＷＬＡが選択される。こ
のときまた、ビット線分離信号ＢＬＩ♯Ａがハイレベルとされ、センスアンプＳＡ♯Ａと
ビット線対ＢＬＰ♯Ａとが接続され、ワード線ＷＬＡに接続されるメモリセルデータがビ
ット線対ＢＬ♯Ａに伝達される。次いでセンスアンプ活性化信号ＶｐＡおよびＶｎＡが活
性状態とされ、このビット線対ＢＬＰ♯Ａ上のデータが増幅されラッチされる。次いで、
ワード線ＷＬＡおよびセンスアンプ活性化信号ＶｐａおよびＶｎＡの非活性化の後、転送
指示信号ＴＬＩ♯Ａがハイレベルとされ、アレイブロックＭＢ♯Ｂのビット線対ＢＬＰ♯
ＢがセンスアンプＳＡ♯Ａと接続される。イコライズ信号ＥＱ♯Ｂはローレベルであり、
フローティング状態のビット線対ＢＬＰ♯Ｂが、このセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノー
ドにラッチされたデータ（およびビット線対ＢＬＰ♯Ａの充電電荷）により充放電され、
緩やかにその電位が変化する。この転送指示信号ＴＬＩ♯Ａのハイレベルへの移行と同期
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してビット線分離信号ＢＬＩ♯Ｂもハイレベルとされる。これにより、アレイブロックＭ
Ｂ♯Ｂのビット線対ＢＬＰ♯ＢがセンスアンプＳＡ♯Ｂに接続され、センスアンプＳＡ♯
Ｂのセンスノードの電位が変化する。次いで、センスアンプ活性化信号ＶｐＢおよびＶｎ
Ｂが活性化され、このセンスアンプＳＡ♯Ｂが動作し、ビット線対ＢＬＰ♯Ｂの電位が差
動的に増幅される。
【０２７５】
このセンスアンプＳＡ♯Ｂの活性前に転送指示信号ＴＬＩ♯Ａはローレベルとされており
、トランスファーゲート３０１♯ａｂはオフ状態とされる。アレイブロックＭＢ♯Ａにお
いては、この転送指示信号ＴＬＩ♯Ａの非活性化（ローレベル）に応答して、センスノー
ドおよびビット線対のイコライズが行なわれる。このイコライズ完了後、ビット線分離信
号ＢＬＩ♯Ａがローレベルとされる。
【０２７６】
アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいては、ビット線分離信号ＢＬＩ♯Ｂがローレベルとされる
。このとき、ビット線対ＢＬＰ♯ＢおよびセンスアンプＳＡ♯Ｂはその増幅した電位を保
持している。
【０２７７】
なお、このアレイブロックＭＢ♯Ｂにおいては、ビット線対ＢＬＰ♯Ｂが中間電位にイコ
ライズされ、センスアンプＳＡ♯Ｂのみが増幅したデータを保持するように構成されても
よい。この構成は、イコライズ回路をビット線対に接続し、センスアンプとイコライズ回
路の間にトランスファーゲートが配置される構成が用いられれば容易に実現される。
【０２７８】
転送指示信号φＴＲと書込指示信号φＴＲＷがともにハイレベルとされたときには、アド
レス信号Ａ３およびＡ４に従ってアレイブロックＭＢ♯Ａにおいてワード線ＷＬＡが選択
され、センスアンプＳＡ♯Ａによりこのアドレス線ＷＬＡに接続されるメモリセルデータ
が検知増幅される。アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいてもワード線ＷＬＢが選択される。転
送指示信号ＴＬＩ♯ＡおよびＢＬＩ♯Ｂがハイレベルとされると、このアレイブロックＭ
Ｂ♯ＡのセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードおよびビット線対ＢＬＰ♯Ａに保持された
電荷がアレイブロックＭＢ♯Ｂのビット線対ＢＬＰ♯Ｂ上に伝達される。アレイブロック
ＭＢ♯Ａの電位は電源電位レベルおよび接地電位レベルへ充放電されており、アレイブロ
ックＭＢ♯Ｂにおいてワード線ＷＬＢが選択状態とされても、その選択メモリセルデータ
はアレイブロックＭＢ♯Ａから転送されたデータに従って変化する。次いで、センスアン
プＳＡ♯Ｂが活性化され、このアレイブロックＭＢ♯Ｂに転送されたデータの検知増幅が
行なわれ、ワード線ＷＬＢに接続されるメモリセルへのデータの書込みが行なわれる。所
定時間が経過すると、センスアンプＳＡ♯Ｂが非活性状態とされ、次いでビット線対ＢＬ
Ｐ♯ＢおよびセンスアンプＳＡ♯Ｂのセンスノードのイコライズが行なわれる。このとき
、センスアンプＳＡ♯Ｂは持続的に増幅データを保持する構成が用いられてもよい。
【０２７９】
上述のような動作シーケンスを用いることにより、隣接アレイブロック間で１行のメモリ
セルデータを容易に転送することができる。この動作を繰返し実行すれば、１つのアレイ
ブロックから複数のアレイブロックへ１行のメモリセルデータを転送することができ、た
とえば画像データ処理において、画像の複製、塗り潰しなどの処理を高速で実現すること
ができる。
【０２８０】
図４３は、この発明の第５の実施の形態である半導体記憶装置の動作を実現するための制
御系の構成を示す図である。図４３のおいて、制御は、チップイネーブル信号ＣＥに応答
して、転送指示信号φＴＲおよび書込指示信号φＴＲＷを受け、指定されたモードを検出
するモード検出器４００と、モード検出回路４００の制御のもとに、アドレス信号をクロ
ック信号に同期して取込むアドレスバッファ４１０と、モード検出回路４００の転送指示
検出時にアドレスバッファ４１０から与えられるアドレス信号を各クロックサイクルごと
にラッチするアドレスラッチ４１２と、アドレスラッチ４１２に格納されたアドレス信号
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をデコードするクロックデコーダ４１４と、このブロックデコーダ４１４からのブロック
活性化信号φｂｒとモード検出回路４００からのモード検出信号に従ってビット線分離信
号ＢＬＩおよび転送指示信号ＴＬＩを出力する転送制御回路４１６（図４０の転送制御回
路３１５に相当）と、ブロックデコーダ４１４からのブロック活性化信号に応答してアド
レス指定されたアレイブロックを活性化するアレイ活性制御回路４１８を含む。このアレ
イ活性制御回路４１８は、図３９に示すアレイ活性制御回路３００ａ～３００ｆに対応す
る。
【０２８１】
アドレスラッチ４１２は、モード検出器４００からの転送モード指示信号に従って、アド
レスバッファ４１０から与えられる２つのアドレス信号をラッチするアドレスラッチ４１
２ａおよび４１２ｂを含む。このアドレスラッチ４１２ａおよび４１２ｂにラッチされた
アドレス信号は、図示しないＸデコーダおよびＹデコーダへ転送される。データ転送時に
おいては、データの書込／読出が禁止されてもよい。またデータの書込／読出が最初にア
ドレス指定されたアレイブロックに対して行なわれる方式が用いられてもよい。
【０２８２】
転送制御回路４１６は、ブロックデコーダ４１４からのブロック活性化信号に従って、こ
のブロック活性化信号が指定するアレイブロックに対して設けられる転送指示信号ＴＬＩ
を所定のタイミングでハイレベルの活性状態とする。アレイ活性制御回路４１８は、この
モード検出器４００からの転送モード検出時においては、転送制御回路４１６からの転送
指示信号ＴＬＩの非活性化に応答してイコライズ信号（図示せず）を活性状態とする。転
送制御回路４１６は、またモード検出器４００からの転送モード検出信号に従ってブロッ
ク活性化信号φｂｒが指定するブロックおよび隣接する（または転送先）アレイブロック
に対しビット線分離信号ＢＬＩの活性／非活性を実行する。
【０２８３】
このアレイ活性制御回路４１８および転送制御回路４１６の内部詳細構成は示さないが、
先の第１ないし第３の実施の形態に示した制御回路の構成を適用することにより容易に実
現することができる。転送モードが指定されたとき、最初のアレイブロックにおけるセン
スアンプの非活性化が行なわれてから隣接（転送先）アレイブロックにおいてセンスアン
プの活性化が行なわれる構成が用いられればよい。
【０２８４】
以上のように、この発明の第５の実施の形態に従えば、隣接アレイブロック間で１行のワ
ード線のデータを転送可能としたため、高速で複製データを複製を行なうことができ、た
とえば画像処理における塗り潰し処理などを容易に実現することができる。
【０２８５】
［実施の形態６］
図４４は、この発明の第６の実施の形態である半導体記憶装置の要部の構成を示す図であ
る。この図４４において、アレイブロックの間に配置されるセンスアンプの構成を示す。
アレイブロックの配置は図３９に示す配置と同じである。図４４においては、ビット線対
ＢＬＰ♯Ａおよびビット線対ＢＬＰ♯ＢとセンスアンプＳＡとを接続するためのトランス
ファーゲートは示していない。
【０２８６】
センスアンプＳＡは、センスアンプ活性化信号線４５０および４５２を介して伝達される
センスアンプ活性化信号ＶｎおよびＶｐに応答して活性化される。これらセンスアンプ活
性化信号４５０、４５２の間には、イコライズ信号ＥＱに応答して導通して、センスアン
プ活性化信号線４５０および４５２にそれぞれプリチャージ電位Ｖｂｌを伝達するｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタで構成されるトランスファーゲート４５４および４５６が配置さ
れる。このセンスアンプ活性化信号線をイコライズするための回路部分において、さらに
センスアンプ活性化信号線４５０および４５２を電気的に短絡するイコライズトランジス
タが配置されてもよい。
【０２８７】
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センスアンプ活性化信号線４５０および４５２それぞれに対し、センスアンプ駆動信号Ｂ
Ｓ・ＳＮおよびＢＳ・ＳＰに応答して導通するセンスアンプ活性化トランジスタ４５８お
よび４６０が設けられる。センスアンプ活性化トランジスタ４５８は、導通時センスアン
プ活性化信号線４５０を接地電位に結合する。センスアンプ活性化トランジスタ４６０は
、導通時、センスアンプ活性化信号線４５２を電源電位Ｖｃｃ（または高電圧Ｖｐｐ＞Ｖ
ｃｃ）に結合する。センスアンプ駆動信号ＢＳ・ＳＮは、ブロック指定信号ＢＳとセンス
アンプ駆動信号ＳＮの論理積信号であり、両者が活性状態とされたとき、ハイレベルの活
性状態とされる。信号ＢＳ・ＳＰは、ブロック選択信号ＢＳとセンスアンプ活性化信号Ｓ
Ｐの論理積信号であり、両者の信号が活性状態とされたとき、ローレベルの活性状態とさ
れる。
【０２８８】
センスアンプ活性化信号線４５０に対し、さらに、接続タイミング信号φＢＳに応答して
キャパシタ４７０の一方電極とセンスアンプ活性化信号線４５０とを接続するｎチャネル
ＭＯＳトランジスタで構成されるトランスファーゲート４６２が配置される。センスアン
プ活性化信号線４５２に対しては、接続タイミング信号φＺＢＳの活性化時に導通し、セ
ンスアンプ活性化信号線４５２をキャパシタ４７５の一方電極に伝達するｐチャネルＭＯ
Ｓトランジスタで構成されるトランスファーゲート４６４が配置される。キャパシタ４７
０および４７５は、複数のアレイブロック（図４４に示す）に対し共通に配置される。こ
の接続タイミング信号φＢＳおよびφＺＢＳは、センスアンプ活性化信号のＢＳ・ＳＮお
よびＢＳ・ＳＰの非活性化から活性化の移行の前に所定期間活性状態とされ、かつセンス
アンプ活性化信号ＢＳ・ＳＮおよびＢＳ・ＳＰの活性化から非活性化の後所定期間導通状
態とされる。次にこの図４４に示す回路の動作をその動作波形図である図４５を参照して
説明する。
【０２８９】
対応のアレイブロックの非選択時においては、信号φＢＳがローレベル、信号φＺＢＳが
ハイレベルであり、トランスファーゲート４６２および４６４はともに非導通状態にある
。キャパシタ４７０および４７５はそれぞれ前のサイクルにおいて充放電されている。キ
ャパシタ４７０の充電電位は中間電位よりも低く、キャパシタ４７５の充電電位は中間電
位よりも高くされる（これについては後に詳細に説明する）。
【０２９０】
アレイブロックが指定されると、この指定されたアレイブロックに対するイコライズ信号
ＥＱがブロック活性化信号に従ってハイレベルからローレベルへ移行し、センスアンプ活
性化信号線４５０および４５２のイコライズが停止される。センスアンプ活性化信号線４
５０および４５２に対するイコライズ信号ＥＱは、ビット線対ＢＬＰに対して設けられた
イコライズ／プリチャージ回路に対して与えられるイコライズ信号と別な信号であっても
よい。すなわちこの図４４に示すセンスアンプ活性化信号線に対するイコライズ信号ＥＱ
は、センスアンプの非活性化時においてのみハイレベルの活性状態とされる構成が用いれ
てもよい。
【０２９１】
イコライズ信号ＥＱがローレベルとされて所定期間が経過すると、図示しないワード線選
択動作活性化信号φｗｌがハイレベルとされ、アドレス指定されたアレイブロックにおい
て対応のワード線が選択状態とされる（アドレス指定されたアレイブロックにおいてワー
ド線が選択状態とされるとき）。次いで所定時間が経過すると（各ビット線対に選択メモ
リセルデータが読出された後）、制御タイミング信号φＢＳが所定期間ハイレベルとされ
、また信号φＺＢＳが所定時間ローレベルとされる。これにより、トランスファーゲート
４６２および４６４が導通し、キャパシタ４７０および４７５に充電された電荷がセンス
アンプ活性化信号線４５０および４５２にそれぞれ伝達される。これにより、キャパシタ
４７０の充電電荷によりセンスアンプ活性化信号Ｖｎが中間電位からその電位レベルが低
下し、またそのキャパシタ４７５からの充電電荷により、センスアンプ活性化信号Ｖｐが
中間電位からその電位が上昇する。このキャパシタ４７０および４７５からの充電電荷に
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より、センスアンプ活性化信号ＶｎおよびＶｐが活性化され、センスアンプＳＡが活性状
態とされ、センス動作を開始する。
【０２９２】
次いでタイミング信号φＢＳおよびφＺＢＳが非活性状態とされると、次いでセンスアン
プ駆動信号ＢＳ・ＳＮおよびＢＳ・ＳＰが活性状態とされ、センスアンプ活性化トランジ
スタ４５８および４６０が導通し、センスアンプ活性化信号Ｖｎがローレベル、センスア
ンプ活性化信号Ｖｐがハイレベルとされる。これにより、センスアンプＳＡが、対応のビ
ット線対ＢＬＰ♯ＡまたはＢＬＰ♯Ｂ上の電位をそれぞれ接地電位レベルおよび電源電位
レベルへ高速で駆動する。このセンスアンプＳＡの活性化時に、キャパシタ４７０および
４７５の充電電荷を利用することによりセンスアンプ活性化信号線４５０から接地電位へ
流れる電荷およびセンスアンプ活性化信号線４５２へ電源電位（または高電圧印加ノード
）から流入する電荷量を低減することができ、消費電流を低減することができる。またキ
ャパシタ４７０および４７５の充電電荷によりセンスアンプＳＡを駆動することにより、
センスアンプＳＡの活性化時、センスアンプ活性化信号ＶｎおよびＶｐの比較的緩やかに
変化して、センスアンプＳＡが緩やかにセンス動作をし、確実に対応のビット線対ＢＬＰ
♯Ａ（またはＢＬＰ♯Ｂ）の電位を増幅することができる。
【０２９３】
センス動作が完了し、所定期間が経過すると、ワード線選択動作活性化信号φｗｌがハイ
レベルからローレベルとなり、またセンスアンプ駆動信号ＢＳ・ＳＮおよびＢＳ・ＳＰも
非活性状態のローレベルおよびハイレベルとされる。これにより、センスアンプ活性化ト
ランジスタ４５８および４６０が非導通状態とされる。このセンスアンプ駆動信号ＢＳ・
ＳＮおよびＢＳ・ＳＰの非活性化に応答して、制御タイミング信号φＢＳが所定期間ハイ
レベルとなり、また制御タイミング信号φＺＢＳが所定期間ローレベルとされる。このと
きまだ、イコライズ信号ＥＱはローレベルを維持している。したがって、センスアンプ活
性化信号線４５０がトランスファーゲート４６２を介してキャパシタ４７０に接続され、
またセンスアンプ活性化信号線４５２がトランスファーゲート４６４を介してキャパシタ
４７５を接続される。これにより、キャパシタ４７０の一方電極電位が低下し、またキャ
パシタ４７５の電位がセンスアンプ活性化信号線４５２からの充電電荷により上昇する。
キャパシタ４７０および４７５の充電電位は、キャパシタ４７０および４７５のそれぞれ
の容量値とセンスアンプ活性化信号線４５０および４５２の寄生容量の容量値の比により
決定される。センスアンプ活性化信号線４５０および４５２の充電電荷をキャパシタ４７
０および４７５へ格納することにより、次のサイクルにおいてキャパシタ４７０および４
７５の充電電荷を利用することができ、センスアンプ駆動のための消費電流を低減するこ
とができる。制御タイミング信号φＢＳおよびφＺＢＳが非活性状態とされると、イコラ
イズ信号ＥＱがハイレベルとされ、トランスファーゲート４５４および４５６が導通し、
センスアンプ活性化信号線４５０および４５２がプリチャージ電位Ｖｂｌにプリチャージ
されかつイコライズされる。
【０２９４】
図４６は、この発明の第６の実施の形態である半導体記憶装置の１つのアレイブロックの
ためのアレイ活性制御回路の構成を示す図である。図４６においては、アレイ活性制御回
路３００（図４３に示すアレイ活性制御回路４１８のうちの１つのアレイブロックに対し
て設けられる回路部分）は、チップイネーブル信号ＣＥの活性化時に活性化され、図示し
ないアドレスバッファから与えられたブロックアドレス信号ＢＡをデコードしてブロック
活性化信号φｂｒを出力するブロックデコーダ５００と、このブロックデコーダ５００か
らのブロック活性化信号φｂｒに従って、イコライズ信号ＥＱを選択的に非活性化するイ
コライズ／プリチャージ制御回路５１０と、イコライズ／プリチャージ制御回路５１０か
らのイコライズ信号ＥＱとモード検出回路４００からのモード検出信号に従ってワード線
選択動作活性化信号φｗｌを出力するワード線駆動制御回路５２０を含む。このワード線
駆動制御回路５２０は、モード検出回路４００からのモード検出信号が対応のアレイブロ
ックにおけるワード線非選択を示すときには、このワード線選択動作活性化信号φｗｌを
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ローレベルの非活性状態に維持する。なお、図４６においては、モード検出回路４００は
ブロックデコーダ５００からのブロック活性化信号φｂｒに従って、アドレス指定された
回路部分に対し、それぞれモード検出信号および転送指示信号φＭを発生するように示さ
れる。このモード検出回路４００は、先の図３９に示すモード検出回路と同様の構成を備
える。
【０２９５】
アレイ活性制御回路３００は、さらにモード検出回路４００からの転送モード指示信号φ
Ｍに従って、後に説明する転送制御回路４１６ａからの転送指示信号φＴｉおよびワード
線選択動作活性化信号φｗｌの一方を選択するセレクタ５３１と、セレクタ５３１から与
えられる信号を所定時間遅延する遅延回路５３２ａと、遅延回路５３２ａの出力信号の立
上がりに応答してワンショットのパルス信号を発生するワンショットパルス発生器５３３
ａと、セレクタ５３１の出力信号を所定時間遅延する遅延回路５３２ｂと、ワンショット
パルス発生回路５３３ａの出力するパルス信号の立下がりに応答してセットされかつ遅延
回路５３２ｂの出力信号の立上がりに応答してリセットされるセット／リセットフリップ
フロップ５３４を含む。フリップフロップ５３４の真出力Ｑからセンスアンプ駆動信号Ｂ
Ｓ・ＳＮが出力され、補出力ＺＱからセンスアンプ駆動信号ＢＳ・ＳＰが出力される。
【０２９６】
センスアンプ制御回路３００は、さらに、フリップフロップ５３４から出力されるセンス
アンプ駆動信号ＢＳ・ＳＰの立上がりに応答してワンショットのパルス信号を発生するパ
ルス発生回路５３３ｂと、ワンショットパルス発生回路５３３ａおよび５３３ｂのパルス
信号を受けるＯＲ回路５３５と、ＯＲ回路５３５の出力信号を受けるインバータ５３６を
含む。ＯＲ回路５３５から、制御タイミング信号φＢＳが出力され、インバータ５３６か
ら制御信号φＺＢＳが出力される。
【０２９７】
このセンスアンプ制御回路５３０は、さらに、インバータ５３６の出力信号の立上がりに
応答して所定の時間幅を有するパルス信号を出力するパルス発生回路５３３ｃと、センス
アンプ駆動信号ＢＳ・ＳＮの立下がりに応答してワンショットのパルス信号を出力するパ
ルス発生回路５３３ｄと、パルス発生回路５３３ｃおよび５３３ｄの出力信号を受けるＡ
ＮＤ回路５３７を含む。このＡＮＤ回路５３７からのリセット信号ＲＳＴがハイレベルと
されると、イコライズ／プリチャージ制御回路５１０からのイコライズ信号ＥＱが非活性
状態から活性状態のハイレベルとされる（イコライズ信号ＥＱのリセットが行なわれる）
。
【０２９８】
転送制御回路４１６ａは、モード検出回路からの転送モード検出信号φＭに応答して、イ
コライズ信号ＥＱの活性化から非活性化に従って、所定のタイミングで（第５の実施の形
態参照）ビット線分離信号ＢＬＩおよび転送ゲート接続信号ＴＬＩおよび内部データ転送
信号φＴｉをそれぞれ選択的に活性／非活性状態とする。
【０２９９】
この図４６に示すセンスアンプ制御回路３００の構成においては、転送モード検出信号φ
Ｍは、データ転送を受けるアレイブロックに対して活性状態とされ、データ転送するアレ
イブロックにおいては通常動作時と同様の非活性状態に設定される。セレクタ５３１は、
この転送モード検出信号φＭが転送モードを示すときには、内部転送信号φＴｉを選択し
、転送モード検出信号φＭが非活性状態にあり、データ転送を受けることを示さないとき
には、ワード線選択動作活性化信号φｗｌを選択する。
【０３００】
この転送指示信号φＴｉは、所定のタイミングで発生され、アレイブロック間においてビ
ット線対の接続が行なわれて所定期間経過して再びアレイブロック間が分離された後に活
性状態とされるタイミングで発生される。
【０３０１】
セレクタ５３１の出力信号はハイレベルとされ、所定期間が経過すると、ワンショットの
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パルス信号がワンショットパルス発生回路５３３ａから出力される。これにより信号φＢ
Ｓがハイレベル、信号φＺＢＳがローレベルとされる。このワンショットパルス発生回路
５３３ａからのパルス信号の立下がりに応答して、フリップフロップ５３４がセットされ
、センスアンプ駆動信号ＢＳ・ＳＮがハイレベル、センスアンプ駆動信号ＢＳ・ＳＰがロ
ーレベルとされ、センスアンプが活性化される。センスアンプの活性化期間が経過すると
、すなわち遅延回路５３２ｂの出力信号がハイレベルに立上がりと、フリップフロップ５
３０がリセットされ、センスアンプ駆動信号ＢＳ・ＳＮがローレベル、センスアンプ駆動
信号ＢＳ・ＳＰがハイレベルとされる。パルス発生回路５３３ｂがこのセンスアンプ駆動
信号ＢＳ・ＳＰの立上がりに応答して、ワンショットのパルス信号を発生する。これによ
り再び制御タイミング信号φＢＳがハイレベル、制御信号φＺＢＳがローレベルとされる
。
【０３０２】
センスアンプ駆動信号ＢＳ・ＳＮのハイレベルからローレベルの立下がりに応答して、パ
ルス発生回路５３３ｄがワンショットのパルス信号を発生し、またパルス発生回路５３３
ｃが、制御タイミング信号φＺＢＳの立上がりに応答してワンショットのパルス信号を発
生する。このパルス発生回路５３３ｃおよび５３３ｄの出力するパルス信号がともにハイ
レベルとなると、リセット信号ＲＳＴがハイレベルとされ、イコライズ信号ＥＱがハイレ
ベルとされる。パルス発生回路５３３ｃおよび５３３ｄを用いることにより、センスアン
プの非活性化から活性化への移行時に誤ってイコライズ信号ＥＱがリセットされるのを防
止することができ、確実にセンス動作が完了し、かつキャパシタへの電荷の充電の完了後
、イコライズ信号ＥＱをハイレベルへ駆動することができる。
【０３０３】
図４７は、図４０に示すキャパシタ４７０の構成を示す図である。図４７（Ａ）において
は、キャパシタ４７０は、ＭＯＳキャパシタで構成される。このＭＯＳキャパシタ４７０
は、そのゲートが電源電位を受けるように接続され、ドレイン、ソースおよび基板が共通
に結合されて、センスアンプ活性化信号線４５０に結合される。図４７（Ｂ）に示す構成
においては、キャパシタ４７０は、逆バイアスされたＰＮダイオードで構成される。すな
わち、このダイオード４７０のカソードが電源電位を受けるように接続され、アノードが
信号線４５０に結合される。
【０３０４】
図４８は、図４４に示すキャパシタ４７５の構成を示す図である。図４８（Ａ）における
キャパシタ４７５は、そのゲート、ソースおよび基板が接地電位を受けるように結合され
、そのゲートがセンスアンプ活性化信号線に結合されるｎチャネルＭＯＳトランジスタで
構成される。ゲート電位が、そのソースおよびドレイン電位よりも高くなるため、ＭＯＳ
トランジスタにチャネルが形成され、このチャネルがキャパシタ４７５の他方電極として
機能する。図４８（Ｂ）に示すキャパシタ４７５は、ゲートが接地電位に接続され、その
ソース、ドレインおよび基板領域がセンスアンプ活性化信号線４５２に結合されるｐチャ
ネルＭＯＳトランジスタで構成される。この場合、ゲート電位は、ソースおよびドレイン
電位よりも低いため、同様にチャネルが形成され、キャパシタ４７５の一方電極として機
能する。図４８（Ｃ）に示すキャパシタ４７５は、逆バイアスされたＰＮダイオードで構
成される。このＰＮダイオードは、アノードが接地電位を受けるように接続され，カソー
ドが信号線４５２に結合される。
【０３０５】
図４９は、アレイブロックＭＢＡ～ＭＢＡのセンスアンプ活性化信号Ｖｐａ～Ｖｐｆそれ
ぞれとキャパシタ４７５との接続を示す図である。図４９において、キャパシタ４７５の
一方電極はトランスファ（セレクタ）４６４ａ～４６４ｆを介してセンスアンプ活性化信
号線４５２ａ～４５２ｆにそれぞれ接続される。トランスファーゲート４６４ａ～４６４
ｆの各々は、制御タイミング信号φＺＢＳａ～φＺＢＳｆに応答して導通される。図４９
においては、またセンスアンプ活性化信号線４５２ａおよび４５２ｆそれぞれに対して設
けられるセンスアンプ駆動トランジスタ４６０ａおよび４６０ｆを代表的に示す。センス
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アンプ駆動トランジスタ４６０ａは、センスアンプ駆動信号ＢＳａ・ＳＰａに応答して導
通し、センスアンプ駆動トランジスタ４６０ｆは、センスアンプ駆動信号ＢＳｆ・ＳＰｆ
に応答して導通する。この図４９に示す構成を利用することにより、データ転送時におい
て、選択アレイブロックにおいて、センスアンプ駆動信号を活性化するために利用された
電荷を、別のアレイブロックのセンスアンプの活性化時に再利用することができ、消費電
流を低減することができる。
【０３０６】
図５０は、キャパシタの配置を示す図である。図５０においては、２つのアレイブロック
ＭＢ♯ＡおよびＭＢ♯Ｂの間に配置されるセンスアンプ帯ＳＡＢにおけるセンスアンプＳ
Ａを代表的に示す。アレイブロックＭＢ♯ＡおよびＭＢ♯Ｂには、それぞれワード線シャ
ント領域ＷＳが設けられる。ワード線シャント領域ＷＳにおいては、ポリシリコン等で構
成される比較的高抵抗のワード線が、その上層に形成されるたとえばアルミニウムなどで
形成される低抵抗導体にコンタクト孔ＣＴを介して接続される。この領域においては、ビ
ット線は存在しない。この領域においてキャパシタＣａおよびＣｂを形成し、かつトラン
スファーゲート４６２および４６４を配置する。図５０においては、キャパシタＣａおよ
びＣｂは、それぞれアレイブロックＭＢ♯Ａにおいてのみ設けられるように示される。し
かしながら、並行電極型キャパシタを用いる（ワード線シャント用の低抵抗導体よりも上
層の配線層を利用する）、またはＰＮ接合を利用する構成を用いれば、このワード線シャ
ント領域に、複数のアレイブロック（ＭＢＡ～ＭＢＦ）に対し共通にキャパシタを形成す
ることができる。ＰＮ接合容量を用いる場合、ワード線シャント領域において基板領域に
Ｎウェル（またはＰウェル）を形成し、その表面にＰ不純物領域（またはＮ不純物領域）
を形成する。ワード線シャント領域ＷＳにおけるコンタクト孔ＣＴの影響を受けることな
くすべてのアレイブロックに共通なキャパシタを形成することができる。
【０３０７】
なおすべてのアレイブロックに共通にキャパシタを設けるのではなく、各アレイブロック
それぞれに対しセンスアンプ活性化信号の充電電荷を再利用するためのキャパシタが個々
に設けられてもよい。
【０３０８】
［他の構成の適用例］
図５１は、この発明の第６の実施の形態の他の半導体記憶装置の適用例を示す図である。
図５１においては、標準のＤＲＡＭの動作波形が示される。標準のＤＲＡＭ（ダイナミッ
ク・ランダム・アクセス・メモリ）においては、外部からのロウアドレスストローブ信号
ＺＲＡＳが立下がるとメモリサイクルが始まり、そのときに与えられたアドレス信号に従
ってワード線の選択が行なわれ、選択ワード線ＷＬの電位が上昇する。この後、所定期間
経過後に、制御タイミング信号φＢＳをハイレベルとし、かつ制御タイミング信号φＺＢ
Ｓをローレベルとする。この信号φＢＳおよびφＺＢＳが非活性招待とされた後、センス
アンプ駆動信号ＢＳ・Ｓｎをハイレベルとし、センスアンプ駆動信号ＢＳ・Ｓｐをローレ
ベルとし、センスアンプを高速で活性化する。これにより、センスアンプ活性化信号Ｖｎ
，Ｖｐは、信号φＢＳおよびφＺＢＳに従って緩やかに上昇した後、センスアンプ駆動信
号ＢＳ・ＳｎおよびＢＳ・Ｓｐに応答して急速に立上がる。これによりビット線電位高速
で差動的に電源電位および接地電位にまで駆動される。
【０３０９】
ロウアドレスストローブ信号ＺＲＡＳがローレベルからハイレベルへ立上がると、１つの
メモリセルサイクルは完了する。このロウアドレスストローブ信号ＺＲＡＳの立上がりに
応答して、センスアンプ駆動信号ＢＳ・Ｓｎがローレベルとされ、センスアンプ駆動信号
ＢＳ・Ｓｐがハイレベルとされる。そのとき、センスアンプ駆動信号ＢＳ・ＳｎおよびＢ
Ｓ・Ｓｐの非活性化に応答して、制御タイミング信号φＢＳおよびφＺＢＳが所定期間ハ
イレベルおよびローレベルとそれぞれされる。タイミング信号φＢＳおよびφＺＢＳが非
活性状態とされた後、イコライズ信号ＥＱがハイレベルとされる。
【０３１０】
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上述のような動作シーケンスを利用することにより、標準のＤＲＡＭにおいても、センス
アンプ活性化のために用いられた電荷をセンスアンプ駆動回路部分で再利用することがで
き、センスアンプ駆動のために必要とされる消費電流を低減することができる。
【０３１１】
以上のように、この発明の第６の実施の形態の構成に従えば、センスアンプ活性化信号線
を選択的にキャパシタに接続するように構成したため、センスアンプ活性化のために消費
された電荷を再利用することができ、センスアンプ駆動時における消費電流を低減するこ
とができる。
【０３１２】
［実施の形態７］
図５２は、この発明の第７の実施の形態である半導体記憶装置の動作を示す波形図である
。この第７の実施の形態において用いられる半導体記憶装置のアレイ構造は、図３９に示
すアレイ構造と同様の構成を備える。すなわち、隣接アレイブロックは、トランスファー
ゲート３０１♯ａｂを介して相互接続される。すなわち、伝送指示信号ＴＬＩ♯Ａに従っ
てアレイブロックＭＢ♯Ａに設けられたセンスアンプは隣接アレイブロックＭＢ♯Ｂのビ
ット線対に接続される。以下、図５２および図３９を参照してこの発明の第７の実施の形
態の半導体記憶装置の動作について説明する。アレイブロックＭＢ♯Ａ（ＭＢＡ～ＭＢＦ
のいずれか）は、センスアンプＳＡ♯Ａが活性状態にあり、１行のメモリセルデータを保
持している。図５２においては、ワード線ＷＬＡも活性状態とされている状態が示される
が、ワード線ＷＬＡは非活性状態とされてもよい（図５２において破線で示す）。この状
態において、外部からリフレッシュ指示信号ＲＥＦまたは内部リフレッシュ指示信号φＲ
ＥＦ）が与えられ、アレイブロックＮＢ♯Ａのリフレッシュ動作が指定された場合を考え
る。センスアンプＳＡ♯Ａがそのセンスノードに保持するデータは、リフレッシュにより
消去されるべきではない。この状態においては、選択状態とされたワード線ＷＬＡが非選
択状態とされ、かつセンスアンプ活性化信号φＶｐｎａ（ＶｐａおよびＶｎａを含めて示
す）が非活性状態とされる。センスアンプ活性化信号φＶｐｎａが非活性状態とされた後
、転送指示信号ＴＬＩ♯Ａが所定期間活性状態とされ、ビット線対ＢＬＰＡ（図５２には
示さず）およびセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードが隣接アレイブロックＭＢ♯Ｂのビ
ット線対ＢＬＰＢに接続され、センスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードに保持されていた電
荷が隣接アレイブロックＭＢ♯Ｂのビット線対ＢＬＰＢに伝達され、ビット線対ＢＬＰＢ
の電位が変化する。
【０３１３】
転送指示信号ＴＬＩ♯Ａが非活性状態とされ、アレイブロックＭＢ♯Ａとアレイブロック
ＭＢ♯Ｂが再び切り離されると、アレイブロックＭＢ♯Ａにおいては、後に示すリフレッ
シュアドレス信号に従ってワード線ＷＬＡ′が選択状態とされ、同時にビット線分離信号
ＢＬＩ♯Ａのハイレベルとされ、このリフレッシュ行に対応するワード線ＷＬａ′に接続
されるメモリセルデータがセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードに伝達される。次いでセ
ンスアンプ活性化信号φＶｐｎａが活性状態とされ、このワード線ＷＬＡ′に接続される
メモリセルデータの検知、増幅が行なわれ、この増幅されたデータがワード線ＷＬＡ′に
接続されるメモリセルへ書込まれる。これにより、リフレッシュ行に対応するワード線Ｗ
ＬＡ′に接続されるメモリセルのデータがリフレッシュされる。
【０３１４】
リフレッシュサイクルが完了すると、すなわち、ワード線ＷＬＡ′が非選択状態とされ、
センスアンプ活性化信号φＶｐｎａが非活性状態とされ、ビット線分離信号ＢＬＩ♯Ａが
ローレベルとされると、次いで転送指示信号ＴＬＡＩ♯Ａが所定期間ハイレベルとされる
。これにより、隣接アレイブロックＭＢ♯Ｂに退避されていたデータが再びアレイブロッ
クＭＢ♯ＡのセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードに伝達される。このとき、単にセンス
アンプＳＡ♯Ａのセンスノードに保持されていた電荷がビット線対ＢＬＰＢへ伝達され、
再びセンスアンプＳＡ♯Ａへ転送されるだけであり、センスアンプＳＡ♯Ａのセンスノー
ドはその電位が十分容易にプリチャージ電位から変化する。その後、転送指示信号ＴＬＩ
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♯Ａの非活性化後センスアンプ活性化信号φＶｐｎａが活性状態とされ、センスアンプＳ
Ａ♯Ａのセンスノード電位が増幅され、アレイブロックＭＢ♯Ｂに退避されていたデータ
が再び増幅されてセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノードに保持される。これにより、セン
スアンプＳＡ♯Ａのセンスノードに保持されていたデータ（キャッシュデータ）は、再び
キャッシュバック（復元）される。
【０３１５】
アレイブロックＭＢ♯Ｂにおいては、転送指示信号ＴＬＩ♯Ａが最初に活性化されたとき
に、ビット対ＢＬＰＢはフローティング状態とされており、最後に再び転送指示信号ＴＬ
Ｉ♯Ａが所定期間活性状態とされた後、ビット線対ＢＬＰＢはイコライズ／プリチャージ
される。
【０３１６】
図５３は、この発明の第７の実施の形態である半導体記憶装置の制御部の構成を示す図で
ある。図５３において、この発明の第７の実施の形態に従う半導体記憶装置の制御部は、
外部から与えられるリフレッシュ指示信号ＲＥＦに応答してリフレッシュ指示信号φｒｅ
ｆを出力するリフレッシュ制御回路６００と、リフレッシュ制御回路６００からのリフレ
ッシュ指示信号に従ってリフレッシュ行を示すリフレッシュアドレスを出力し、かつリフ
レッシュ完了時に、そのカウント値が増分されるリフレッシュカウンタ６０２とを含む。
このリフレッシュカウンタ６０２は、アレイブロックを指定するブロックアドレスＢＡ′
およびアレイブロックにおけるワード線を指定する行アドレス信号ＲＡ′を出力する。
【０３１７】
この制御部は、さらに、アレイブロックＭＢＡ～ＭＢＦそれぞれに対応して設けられるア
レイ活性制御回路６２０ａ～６２０ｆを含む。アレイ活性制御回路６２０ａ～６２０ｆは
それぞれ同じ構造を備えており、図５３においては、アレイ活性制御回路６２０ａの構成
のみを示す。アレイ活性制御回路６２０ａは、ブロックデコーダ６１８からのブロック活
性化信号に応答して活性化され、アレイブロックのイコライズ／プリチャージ動作を制御
するイコライズ／プリチャージ制御回路６２１と、イコライズ／プリチャージ制御回路６
２１からのイコライズ指示信号の変化に応答して、ワード線選択動作活性化信号およびビ
ット線分離信号ＢＬＩＡを出力するワード線駆動制御回路６２４と、ワード線駆動制御回
路６２４からのワード線選択動作活性化信号φｗｌに応答してセンスアンプ活性化信号を
出力するセンスアンプ制御回路６２６を含む。センスアンプ制御回路６２６からセンスア
ンプ活性化信号φＶｐｎａが出力される。アレイ活性制御回路６２０ｂ～６２０ｆ各々か
ら、センスアンプ活性化信号φＶｐｎｂ～φＶｐｎｆが出力される。
【０３１８】
制御部は、さらに、アレイ活性制御回路６２０ａ～６２０ｆからのセンスアンプ活性化信
号φＶｐｎａ～φＶｐｎｆとリフレッシュ制御回路６００からのリフレッシュ指示信号φ
ＲＥＦを受け、リフレッシュ動作に必要な転送などの調停動作を行なうリフレッシュ調停
回路６１０と、リフレッシュ調停回路６１０の出力信号に従って転送指示信号ＴＬＩを出
力する転送制御回路６１５を含む。この半導体記憶装置の制御部は、さらに、リフレッシ
ュ調停回路６１０の制御のもとに、リフレッシュカウンタ６０２からのリフレッシュブロ
ックアドレス信号ＢＡ′と外部から与えられるアドレス信号に含まれるブロックアドレス
信号ＢＡの一方を選択してブロックデコーダ６１８に与えるセレクタ６１６ａと、リフレ
ッシュ調停回路６１０の制御のもとに、リフレッシュ回路６０２から与えられるリフレッ
シュ行アドレス信号ＲＡ′と外部から与えられるアドレス信号に含まれる行アドレス信号
ＲＡの一方を選択して図示しないＸデコーダへ与えるセレクタ６１６ｂを含む。
【０３１９】
リフレッシュ調停回路６１０は、アレイ活性制御回路６２０ａ～６２０ｆから出力される
センスアンプ活性化信号φＶｐｎａ～φＶｐｎｆの状態をモニタし、いずれのセンスアン
プ活性化信号が活性状態にあるかを常時モニタする。リフレッシュ指示信号φｒｅｆが与
えられたとき、リフレッシュ調停回路６１０は、リフレッシュカウンタ６０２からのリフ
レッシュブロックアドレス信号ＢＡ′に従って、このリフレッシュブロックアドレス信号
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ＢＡ′が指定するアレイブロックにおけるセンスアンプ活性化信号φＶｐｎａが活性状態
にあるか否かを識別する。リフレッシュブロックアドレス信号ＢＡ′が指定するアレイブ
ロックにおいて、センスアンプ活性化信号φＶｐｎが非活性状態のときには、リフレッシ
ュ調停回路６１０はこのリフレッシュ指示信号φｒｅｆに応答してセレクタ６１６ａおよ
び６１６ｂをそれぞれリフレッシュカウンタ６０２からのリフレッシュブロックアドレス
信号およびリフレッシュ行アドレス信号ＢＡ′およびＲＡ′を選択する状態に設定し、次
いでブロックデコーダ６１８を活性状態とする。それにより、リフレッシュブロックアド
レス信号ＢＡ′が指定するアレイブロックにおいてリフレッシュ行アドレス信号ＲＡ′に
対応するワード線が選択状態とされ、このリフレッシュ行アドレスに対応するワード線に
接続されるメモリセルのデータのリフレッシュが実行される。
【０３２０】
リフレッシュ制御回路６００からリフレッシュ指示信号φｒｅｆが与えられたときにセン
スアンプ活性化信号φＶｐｎａ～φＶｐｎｆのいずれかが活性状態にあるときには、リフ
レッシュ調停回路６１０は、リフレッシュカウンタ６０２から与えられるリフレッシュブ
ロックアドレス信号ＢＡ′が指定するアレイブロックのセンスアンプ活性化信号φＶｐｎ
が活性状態にあるか否かを識別する。このリフレッシュブロックアドレス信号ＢＡ′が指
定するアレイブロックのセンスアンプ活性化信号が活性状態にあるとき、リフレッシュ調
停回路６１０は、ブロックデコーダ６１８を非活性状態に維持し、イコライズ／プリチャ
ージ制御回路６２１からのイコライズ信号をハイレベルとし、かつ選択状態のワード線を
非選択状態としかつセンスアンプ制御回路６２６からのセンスアンプ活性化信号を非活性
状態とする。この図５３においてはリフレッシュ調停回路６１０からのワード線駆動制御
回路６２４およびセンスアンプ制御回路６２６への制御経路は示していない。この構成は
、単にリフレッシュ調停回路６１０からワード線駆動制御回路６２４およびセンスアンプ
制御回路６２６へリセット信号が与えられる構成が利用されればよい。
【０３２１】
リフレッシュ調停回路６１０は、活性状態のセンスアンプ活性化信号φＶｐｎを非活性状
態とした後、次いで転送制御回路６１５へ、このブロックアドレス信号ＢＡ′に従って転
送指示を行なうための信号を与える。これにより転送制御回路６１５は、リフレッシュブ
ロックアドレス信号ＢＡ′が指定するアレイブロックＭＢ♯Ａに対して設けられた転送指
示信号ＴＬＩ（ＴＬＩ♯Ａ）を所定期間活性状態とする。リフレッシュ調停回路６１０は
、この転送制御回路６１５からの転送指示信号ＴＬＩ（ＴＬＩ♯Ａ）が非活性状態とされ
ると、ブロックデコーダ６１８を活性状態とする。セレクタ６１６ａおよび６１６ｂは、
リフレッシュ調停回路５１０の制御のもとに、リフレッシュ指示信号φｒｅｆに応答して
リフレッシュブロックアドレス信号ＢＡ′およびリフレッシュ行アドレス信号ＲＡ′を選
択する状態に設定されている。これにより、アレイブロックＭＢ♯Ａにおいて、リフレッ
シュ行アドレス信号ＲＡ′が指定するワード線が選択された後、センスアンプ活性化信号
φＶｐｎが活性状態とされ、リフレッシュ行アドレスが指定するワード線に接続されるメ
モリセルのデータのリフレッシュが実行される。
【０３２２】
リフレッシュ調停回路６１０は、このセンスアンプ活性化信号φＶｐｎの活性化から非活
性化への移行を検出すると、転送制御回路６１５へ指示を与え、再びアレイブロックＭＢ
♯Ａに設けられたトランスファーゲートを導通状態とするように転送指示信号ＴＬＩ（Ｔ
ＬＩ♯Ａ）を所定期間活性状態とする。これにより、アレイブロックＭＢ♯Ｂからのデー
タが再びアレイブロックＭＢ♯Ａへ戻される。リフレッシュ調停回路５１０は、この転送
制御回路６１５からの転送指示信号ＴＬＩが非活性状態とされると、アレイブロックＭＢ
♯Ａへのセンスアンプ活性化信号φＶｐｎを再び活性状態とする。
【０３２３】
なおリフレッシュ調停回路６１０はリフレッシュブロックアドレス信号ＢＡ′が指定する
アレイブロックにおいてセンスアンプ活性化信号φＶｐｎが活性状態のときには、その隣
接アレイブロックＭＢ♯Ｂのイコライズ／プリチャージ制御回路６２１を制御し、イコラ
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イズ信号ＥＱをローレベルとする。このとき隣接アレイブロックにおけるワード線選択動
作は禁止される。この構成は、リフレッシュ指示時において、リフレッシュ調停回路６１
０は、隣接アレイブロックＭＢ♯Ｂのイコライズ信号ＥＱのみをローレベルとし、ワード
線選択動作を禁止する構成が用いられればよい。なおこの図５３に示す構成において、隣
接アレイブロックは、図３９において、水平方向右側に隣接するアレイブロックへのデー
タ転送が行なわれる。一番右に配設されるアレイブロックＭＢＦがリフレッシュを行なう
場合には、このアレイブロックＭＢＦに隣接するアレイブロックＭＢＥへデータ転送が（
キャッシュデータの対比）が行なわれる。
【０３２４】
リフレッシュ動作が完了するとリフレッシュ制御回路５００は、リフレッシュカウンタ６
０２のカウント値を１増分するとともに、リフレッシュ指示信号φｒｅｆを非活性状態と
する。リフレッシュ調停回路６１０は、このリフレッシュ指示信号φｒｅｆの非活性化に
応答して、セレクタ６１６ａおよび６１６ｂを、外部から与えられるアドレス信号ＢＡお
よびＲＡを選択する状態に設定する。この状態においては、ブロックデコーダ６１８は、
図示しないチップイネーブル信号ＣＥの活性化時に活性状態とされる。
【０３２５】
以上のように、この発明の第７の実施の形態に従えば、センスアンプがデータを保持して
いる状態において、このアレイブロックのリフレッシュを行なう場合、隣接アレイブロッ
クへそのセンスアンプの保持するデータを退避させるように構成したため、何らセンスア
ンプの保持データが損なわれることなくリフレッシュを行なうことができる。
【０３２６】
なおリフレッシュが１つのアレイブロックに行なわれている場合、退避先のアレイブロッ
クにおいてセンスアンプが活性状態とされ、このセンスアンプへアクセスが行なわれる構
成がさらに用いられてもよい。リフレッシュ退避時アドレス変換（ブロックアドレス変換
）を行なう構成が用いられればよい。
【０３２７】
この場合には、セレクタ６１６ａおよび６１６ｂを、それぞれアレイブロックに対応して
配置することにより、リフレッシュと外部アクセスとを同時に並行して行なうことができ
る。リフレッシュバンクアドレス信号ＢＡ′が指定するセレクタのみをリフレッシュバン
クアドレス信号およびリフレッシュ行アドレス信号を選択する状態に設定する構成とすれ
ば、アレイブロックそれぞれ個々に駆動することができるために、リフレッシュおよび外
部アクセスを並行して行なうことができる。
【０３２８】
またこの発明の第７の実施の形態の構成に従えば、アレイブロックＭＢ♯Ａから隣接アレ
イブロックＭＢ♯Ｂへのデータ転送時においては単にセンスアンプＳＡ♯Ａのセンスノー
ドに蓄積された電荷を隣接アレイブロックＡＢ♯Ｂのビット線対ＢＬＰＢへ伝達している
だけであり、何ら電流は消費されない（電荷が分散されるだけであるため）。
【０３２９】
［実施の形態８］
図５４は、この発明の実施の形態８に従う半導体記憶装置の全体の構成を概略的に示す図
である。図５４において、半導体記憶装置は、行列状に配列される複数のアレイブロック
Ｂ１１～Ｂ１４…Ｂ４１～Ｂ４４を含むメモリアレイ１６００と、外部から与えられるア
ドレス入力を変換して内部アドレス信号を生成する入力変換部１６０２と、この入力変換
部１６０２により変換された内部アドレス信号に従ってメモリアレイ１６００のアレイブ
ロックＢ１１～Ｂ４４の１つを選択状態へ駆動するためのブロックデコーダ１６０３ｘお
よび１６０３ｙと与えられた命令をデコードし、入力変換部１６０２におけるアドレス変
換指示およびその態様を決定する信号を生成して入力変換部１６０２へ与える命令デコー
ド部１６０４を含む。
【０３３０】
先の実施の形態と同様に、アレイブロックＢ１１～Ｂ４４は互いに独立に選択状態／非選
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択状態へ駆動することができる。これらのアレイブロックＢ１１～Ｂ４４は、特に、行列
状に配置される必要はないが、通常のＤＲＡＭにおいて複数のメモリマットが行列状に配
置される構成に合わせている（このメモリアレイの各アレイブロックの詳細配置は後に説
明する）。
【０３３１】
また、メモリアレイ１６００において、アレイブロックＢ１１～Ｂ４４の各々は、行ブロ
ック指定信号Ｒ１～Ｒ４の１つと列ブロック指定信号Ｃ１～Ｃ４の１つとにより選択状態
とされる。これらのブロック指定信号Ｒ１～Ｒ４およびＣ１～Ｃ４は、複数ビットのアド
レス信号に対応しているが、説明を簡略化するために、１つの信号で各ブロック指定信号
を示す。
【０３３２】
命令デコード部１６０４は、与えられた命令に従って、このアドレス変換を入力変換部１
６０２において行なう必要があるか否かを判定し、アドレス変換を行なう必要がある場合
には、入力変換部１６０２へ与えられた入力アドレス信号を変換してブロックデコーダ１
６０３ｘおよび１６０３ｙへ与える。この入力変換部１６０２においては、アレイブロッ
クを指定するアレイブロックアドレスについてのみアドレス変換が行なわれており、アレ
イブロック内部におけるメモリセルを指定するためのアドレス信号についての変換は行な
われていない。したがってこの図５４においては、単にアレイブロックを指定するための
アレイブロックアドレスに対する構成のみが示される。
【０３３３】
図５５（Ａ）は、図５４に示す入力変換部１６０２の構成の一例を示す図である。図５５
（Ａ）において、入力変換部１６０２は、行アレイブロックを指定するアドレスビットＡ
１およびＡ２を受け、これらのビット位置を交換して内部アドレス信号ビットＡＲ１およ
びＡＲ２を出力する入替回路１６０２ａと、列ブロックを指定するアドレスビットＡ３お
よびＡ４を受け、これらの論理の一致を検出する一致検出回路１６０２ｂと、アドレスビ
ットＡ４を論理を反転して出力する反転回路１６０２ｃを含む。一致検出回路１６０２ｂ
から内部アドレスビットＡＣ１が出力され、反転回路１６０２ｃから内部アドレスビット
ＡＣ２が出力される。内部アドレスビットＡＲ１およびＡＲ２は、図５４に示すブロック
デコーダ１６０３ｘへ与えられ、内部アドレスビットＡＣ１およびＡＣ２は、図５４に示
すブロックデコーダ１６０３ｙへ与えられる。
【０３３４】
入替回路１６０２ａ、一致検出回路１６０２ｂおよび反転回路１６０２ｃの処理機能は、
命令デコード部１６０４からのデコード信号により指定される。すなわち、この命令デコ
ード部１６０４がアドレス変換を指令したときにのみ図５５（Ａ）に示すアドレス変換機
能が実行される。次にこの入力変換部１６０２の動作について図５５（Ｂ）および（Ｃ）
を示す表を参照して説明する。
【０３３５】
まず、図５５（Ｂ）に示す表を参照して、入替回路１６０２ａの動作について説明する。
アドレスビットＡ１，Ａ２が、（Ａ１，Ａ２）＝（０，０）、（０，１）、（１，０）お
よび（１，１）のときに、それぞれ行アレイブロック指定信号Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３およびＲ
４がそれぞれ選択状態とされる。入替回路１６０２ａは活性化時、このアドレスビットＡ
１およびＡ２のビット位置を変更する。したがって、図５５（Ｂ）に示すように、アドレ
スビット（Ａ１，Ａ２）は、そのビット位置が変換されて、内部アドレス信号ビットＡＲ
１およびＡＲ２が出力される。したがって、アドレスビットＡ１およびＡ２が（０，０）
および（１，１）のときには、入替回路１６０２ａにおいてビット位置が変換されても、
選択状態とされるブロック指定信号は、変化せず、Ｒ１およびＲ４である。一方、アドレ
スビットＡ１，Ａ２が、（０，１）および（１，０）であり、行アレイブロック指定信号
Ｒ２およびＲ３が選択状態とされる場合には、変換により、行アレイブロック指定信号Ｒ
３およびＲ２がそれぞれ選択状態とされる。
【０３３６】
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次に、図５５（Ｃ）を参照して、アドレスビットＡ３およびＡ４の変換態様について説明
する。今、アドレスビット（Ａ３，Ａ４）が（０，０）、（０，１）、（１，０）および
（１，１）のときに、列ブロック指定信号Ｃ１，Ｃ２，Ｄ３およびＣ４がそれぞれ選択状
態とされるとする。一致検出回路１６０２ｂは、アドレスビットＡ３およびＡ４の論理が
一致したときにＨレベル（“１”）の信号を出力する。したがって、内部アドレスビット
ＡＣ１は、アドレスビット（Ａ３，Ａ４）が（０，０）および（１，１）のときに“１”
となる。一方、反転回路１６０２ｃは、アドレスビットＡ４を反転しているため、内部ア
ドレス信号ビットＡＣ２は、アドレスビットＡ４が０，１のときにそれぞれ１，０となる
。したがってアドレスビットＡ３，Ａ４が列アレイブロック指定信号Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３お
よびＣ４を選択状態とするときこの入力変換部１６０２の変換機能により、それぞれ列ア
レイブロック指定信号Ｃ４，Ｃ１，Ｃ２およびＣ３が選択状態とされる。
【０３３７】
今、たとえばアレイブロックＢ１１が選択状態とされる場合を考える。この場合、外部か
ら与えられるアドレス信号ビットＡ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４は、０，０，０，０である（図
５５（Ｂ）および（Ｃ）参照）。入力変換部１６０２によりアドレス信号ビットの変換が
行なわれると、内部アドレス信号ビットＡＲ１，ＡＲ２，ＡＣ１，ＡＣ２は０，０，１，
１となる。したがって、行アレイブロック指定信号Ｒ１および列アレイブロック指定信号
Ｃ４が選択状態とされ、アレイブロックＢ４１が選択状態とされる。これにより、外部ア
ドレス信号ビットＡ１～Ａ４が指定するアレイブロックＢ１１と異なる別のアレイブロッ
クＢ４１が選択状態とされる。
【０３３８】
次に、このアドレス変換機能を用いた半導体記憶装置へのアクセス動作について図５６に
示す波形図を参照して説明する。
【０３３９】
今、１つのアレイブロックＢａ（たとえば図５４のアレイブロックＢ１１）においてワー
ド線ＷＬ１（１ページに相当）が選択され、このワード線ＷＬ１に接続されるメモリセル
へのアクセス動作が行なわれている場合を考える。この場合、出力データＱがワード線Ｗ
Ｌ１が選択されてから所定時間経過後に出力される。このワード線ＷＬ１に接続するメモ
リセルへのページモードでのアクセスの後、このワード線ＷＬ１と異なるワード線ＷＬ２
を次いで（ページモードで）アクセスする動作を考える。アドレス変換を入力変換部１６
０２において行なえば、このアレイブロックＢａを指定するアドレスビットが与えられて
も、別のアレイブロックＢｂが選択され、この別のアレイブロックＢｂ（たとえば図５４
のアレイブロックＢ４１）が選択状態とされ、この選択された別のアレイブロックＢｂに
おいてワード線ＷＬ２が選択状態とされる。したがって、通常、ＲＡＳプリチャージ時間
ｔＲＰと呼ばれる時間アクセス期間を待ち合わせることなく、高速で連続してアレイブロ
ックＢｂにアクセスしてワード線ＷＬ２を選択状態とすることができる。
【０３４０】
したがって、図５６に示すように、ブロックＢａのワード線ＷＬ１が非選択状態とされ、
即座にアドレス信号を与えて別のアレイブロックＢｂへアクセスすることができる。した
がって時刻ｔ２において、このブロックＢｂのワード線ＷＬ２に接続されるメモリセルの
データを読出すことができる。このアドレス変換を行なわない場合、ワード線ＷＬ２は、
ブロックＢａに含まれており、このアレイブロックＢａを一旦非選択状態へ駆動し、ＲＡ
Ｓプリチャージ時間ｔＲＰ経過後にこのアレイブロックＢａへ再びアクセスして、ワード
線を選択状態とする必要がある（図５６において、このワード線の立上がりを破線で示す
）。この図５６において破線で示すワード線が選択状態へ駆動されてからデータＱ′が出
力される。したがって、この場合ワード線ＷＬ１におけるメモリセルのデータＱ′が出力
されてからＲＡＳプリチャージ時間ｔＲＰとＲＡＳアクセス時間ｔＲＡＣが経過した時刻
ｔ３において、このワード線ＷＬ２に接続されるメモリセルのデータが出力データＱ′と
して出力される。この図５６に示す動作波形図から明らかなように、アドレス変換を行な
う場合に、同じアレイブロックの異なるページ（ワード線）が連続してアクセスされる場
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合、アレイブロックの切換えにのみ必要とされる時間だけで、別のページ（ワード線）の
メモリセルへアクセスすることができる。一方、このアドレス変換を行なわない場合には
、ページ変更のために、ＲＡＳプリチャージ時間およびＲＡＳアクセス時間が、この別の
ページのメモリセルデータを読出すために必要とされる。したがって、この異なるページ
を連続的にアクセスする場合アドレス変換を行ない、異なるアレイブロックを順次アクセ
スすることにより、高速で選択メモリセルへアクセスすることができる。
【０３４１】
この連続アクセス時におけるアドレス変換を行なうか否かの判定および動作制御は、図５
４に示す命令デコード部１６０４により実行される。通常、ＣＰＵ（中央演算処理装置）
からは、アクセスするデータが演算に用いられるデータであるのか命令であるのかを示す
情報が与えられる。この情報に、シリアルアクセスが行なわれるデータであるのか否か、
すなわちたとえば画像データまたは音声データなどのデータの属性（種類）を示す情報を
含ませておくことにより、命令デコード部１６０４でこの命令に含まれるデータ属性情報
をデコードし、同一アレイブロックの異なるページが連続的にアクセスされるデータ（た
とえば画像データ）の場合、ページ切替時にアドレス変換を実現することにより、高速で
データのアクセスを行なうことができる。
【０３４２】
図５７は、図５５（Ａ）に示す入替回路１６０２ａの構成の一例を示す図である。図５７
において、入替回路１６０２ａは、アドレス信号ビットＡ１およびＡ２をそれぞれ入力ａ
ｉおよびｂｉに受け、変換活性化信号ＡＣＶに従って一方を選択的に通過させる選択回路
１６０２ａａと、アドレスビットａ１およびａ２を入力ｂｉおよびａｉにそれぞれ受け、
変換活性化信号ＡＣＶに従って与えられたビットの一方を選択して通過させる選択回路１
６０２ａｂを含む。選択回路１６０２ａａおよび１６０２ａｂから内部アドレス信号ビッ
トＡＲ１およびＡＲ２がそれぞれ出力される。
【０３４３】
選択回路１６０２ａａおよび１６０２ａｂは、変換活性化信号ＡＣＶが活性状態にあり、
アドレス変換を指定する場合には、入力ｂｉに与えられたアドレス信号ビットを選択して
出力する。一方、このアドレス変換活性化信号ＡＣＶの非活性化時には、選択回路１６０
２ａａおよび１６０２ａｂは、その入力ａｉに与えられたアドレスビットを選択する。選
択回路１６０２ａａおよび１６０２ａｂを用いて、アドレス変換活性化信号ＡＣＶに従っ
てこれらの選択回路を介してのアドレス信号ビットＡ１およびＡ２の伝播経路を切換える
ことにより、必要とされるときにのみアドレス変換を行なうことができる。
【０３４４】
図５８は、図５５（Ａ）に示す一致検出回路１６０２ｂの構成の一例を示す図である。図
５８において、一致検出回路１６０２ｂは、変換活性化信号ＡＣＶを受けるインバータ回
路１６０２ｂａと、インバータ回路１６０２ｂａの出力信号とアドレスビットＡ４を受け
るＯＲ回路１６０２ｂｂと、ＯＲ回路１６０２ｂｂの出力信号とアドレスビットＡ３を受
けるＥＸＮＯＲ回路１６０２ｂｃを含む。このＥＸＮＯＲ回路１６０２ｂｃは、その両入
力に与えられた信号の論理が一致するときに、その出力する内部アドレス信号ＡＣ３の論
理を“１”とする。
【０３４５】
アドレス変換活性化信号ＡＣＶがＨレベル（“１”）の活性状態のとき、インバータ回路
１６０２ｂａの出力信号はＬレベル（“０”）となり、ＯＲ回路１６０２ｂｂは、バッフ
ァ回路として作用し、アドレスビットＡ４を変換することなく通過させる。したがってＥ
ＸＮＯＲ回路１６０２ｂｃにより、アドレスビットＡ３およびＡ４の論理の一致／不一致
が判定され、その判定結果に従った論理のアドレスビットＡＣ３が出力される。
【０３４６】
アドレス変換活性化信号ＡＣＶが非活性状態のＬレベルのとき、インバータ回路１６０２
ｂａの出力信号はＨレベルであり、ＯＲ回路１６０２ｂｂの出力信号がＨレベルとなる。
ＥＸＮＯＲ回路１６０２ｂｃは、バッファとして機能し、アドレスビットＡ３がＨレベル
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のときには、内部アドレス信号ビットＡＣ３をＨレベルとし、一方、アドレスビットＡ３
がＬレベルのときには、内部アドレスビットＡＣ３をＬレベルとする。
【０３４７】
図５９は、図５５（Ａ）に示す反転回路１６０２ｃの構成の一例を示す図である。図５９
において、反転回路１６０２ｃは、アドレスビットＡ４とアドレス変換活性化信号ＡＣＶ
を受けるＥＸＯＲ回路１６０２ｂｃを含む。ＥＸＯＲ回路１６０２ｂｃは、その両入力の
論理が不一致のときに、その出力する内部アドレス信号ビットＡＣ４を論理“１”とする
。したがって、アドレス変換活性化信号ＡＣＶがＨレベルの活性状態のときには、このＥ
ＸＯＲ回路１６０２ｂｃは、インバータとして機能し、アドレスビットＡ４の論理を反転
して内部アドレスビットＡＣ４として出力する。一方、アドレス変換活性化信号ＡＣＶが
非活性状態のＬレベルのときには、このＥＸＯＲ回路１６０２ｂｃは、バッファとして機
能し、アドレスビットＡ４がＨレベルのときには、内部アドレスビットＡＣ４がＨレベル
となり、アドレスビットＡ４が、Ｌレベルのときには、アドレスビットＡＣ４はＬレベル
となる。
【０３４８】
この図５７ないし図５９に示すように、入力変換部１６０２に含まれる入替回路１６０２
ａ、一致検出回路１６０２ｂおよび反転回路１６０２ｃの機能を、アドレス変換活性化信
号ＡＣＶに従って選択的に実現することにより、必要とされるときのみアドレス変換機能
を実現することができ、連続アクセス時において複数のアレイブロックを用いて交互にア
クセスすることができ、高速アクセスが可能となる。このアドレス変換活性化信号ＡＣＶ
は、２つのアレイブロックを用いる場合演算処理装置から、各ページごとにページ変換を
示すデータが与えられて、そのページ変換ごとにアドレス変換活性化信号ＡＣＶの活性／
非活性化が交互に行なわれてもよい。またこれに代えて、ブロックアドレス信号ビットＡ
１～Ａ４の変化を検出するブロックアドレス変化検出回路を設け、このブロックアドレス
変化検出回路の出力信号に応答してその出力がＨレベルとＬレベルの間で交互に変換する
Ｔフリップフロップを用いてアドレス変換活性化信号ＡＣＶを発生するように構成しても
よい。
【０３４９】
図６０は、図５４に示す入力変換部の一般的構成を示す図である。図６０においては、８
ビットのアドレス信号Ａ１～Ａ８により１つのアレイブロックが指定される。したがって
、２５６個のアレイブロックのうちの１つのアレイブロックが選択される。図６０におい
て、入力変換部１６０２は、アドレス信号ビットＡ１およびＡ２を受けてＯＲ演算を行な
い、内部アドレスビットＡＢ１およびＡＢ２として出力するＯＲ回路１６０２ｄと、アド
レスビットＡ４およびＡ５のビット位置を交換してアドレスビットＡＢ４およびＡＢ５と
して出力する入替回路１６０２ｅと、アドレスビットＡ６論理を反転して内部アドレスビ
ットＡＢ６を出力する反転回路１６０２ｆと、アドレスビットＡ７およびＡ８の論理積を
取って内部アドレスビットＡＢ７を生成するＡＮＤ回路１６０２ｇを含む。アドレスビッ
トＡ８は内部アドレスビットＡＢ８として出力される。
【０３５０】
これらの回路１６０２ｄ～１６０２ｇも、それぞれ図５４に示す命令デコーダからの信号
に従ってその機能の活性／非活性が制御される。この構成により、アドレス変換を行ない
、メモリアレイに含まれるアレイブロックに対するブロックアドレスを任意のシーケンス
で割当てることが可能となる。したがって、隣接するアレイブロックがセンスアンプを形
成するシェアードセンスアンプ構成においても、常に、１つのセンスアンプを共有するア
レイブロックが同時に選択状態とされるのを防止するようにアドレス変換を行なうことが
でき、センスアンプの活性／非活性制御を行なう必要がない。すなわち、シェアードセン
スアンプ構成において、内部アレイ活性化の制御が容易となるとともに、活性状態のセン
スアンプを一旦非活性状態とした後に再びセンスアンプを活性化して別のアレイブロック
を選択状態へ駆動する必要がなく、高速アクセスが可能となる。
【０３５１】
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このアドレス変換は、動作モードに応じて命令デコーダの制御の下にアドレス変換の実行
／非実行が制御されてもよい。またこれに代えて、アドレス変換が常時動作モードにかか
わらず行なわれるように構成されてもよい。以下に、アドレス変化が常時行なわれる構成
について説明する。
【０３５２】
図６１は、この発明の実施の形態８に従う半導体記憶装置メモリアレイ部の他の構成を概
略的に示す図である。図６１において、この半導体記憶装置は、２行２列に配列される上
位バンクＢ♯Ａ、Ｂ♯Ｂ、Ｂ♯Ｃ、およびＢ♯Ｄを含む。この半導体記憶装置は、１６Ｇ
ビットの記憶容量を備えており、上位バンクＢ♯Ａ～Ｂ♯Ｄの各々は、４Ｇビットの記憶
容量を備える。
【０３５３】
上位バンクＢ♯Ａ～Ｂ♯Ｄの各々は、さらに、２行４列に配列される８個の中位バンクを
含む。すなわち、上位バンクＢ♯Ａは、中位バンクＡ－１～Ａ－８を含み、上位バンクＢ
♯Ｂは、中位バンクＢ－１～Ｂ－８を含み、上位バンクＢ♯Ｃは、中位バンクＣ－１～Ｃ
－８を含み、上位バンクＢ♯Ｄは、中位バンクＤ－１～Ｄ－８を含む。これらの中位バン
クＡ－１～Ｄ－８の各々は、５１２Ｍビットの記憶容量を備える。中位バンクＡ－１～Ｄ
－８の各々は、それぞれ８個の下位バンク（アレイブロックに対応）を含む。また中位バ
ンクＡ－１～Ｄ－８の各々は、各下位バンク（アレイブロック）それぞれに対応して設け
られるロウデコーダＲＤと、各中位バンクＡ－１～Ｄ－８それぞれに対して、それぞれに
含まれる下位バンクに共通に設けられるコラムデコーダＣＤを含む。
【０３５４】
下位バンクは、先の実施の形態と同様、互いに独立に選択状態へ駆動することができる。
上位バンクＢ♯Ａ～Ｂ♯Ｄそれぞれにおいて、中央部に配置された中位バンク（バンクＡ
２，Ａ３，Ａ６およびＡ７）は、そのバンク境界線を中心として、ロウデコーダが互いに
反対方向に配置される。この場合、上位バンクＢ♯Ａ～Ｂ♯Ｄは、そのバンクの列方向に
ついての中心線について鏡面対称となるようにアドレスが配置されてもよい。デコーダの
レイアウトが簡略化される。上位バンクＢ♯Ａ～Ｂ♯Ｄそれぞれにおいて、互いに対向し
て配置されるロウデコーダの間の領域に周辺制御回路ＰＨＣが配置される。これらの周辺
回路ＰＨＣへは、後に説明するクロック信号が伝達される。アドレス変換後のアドレスが
バンク指定信号として伝達される。このアドレス変換後のアドレスは、上位バンクＢ♯Ａ
～Ｂ♯Ｄを指定してもよく、また中位バンクを指定してもよく、さらに中位バンクに含ま
れる下位バンク（アレイブロック）を指定してもよい。このアドレス変換を受けるブロッ
クアドレスが、どのレベルのバンクを指定するかは、この半導体記憶装置の用途に応じて
適宜定められる。ここでは、変換後のアドレスが、下位バンクを指定する場合を想定する
。
【０３５５】
図６２は、図６１に示す半導体記憶装置のバンクに対するアドレス信号ビットの割当、す
なわちアドレスマッピングを示す図である。図６２において、上位バンクＢ♯Ａ～Ｂ♯Ｄ
の各々は、アドレス信号ビットＡ１およびＡ２（補のアドレス信号ビット／Ａ１および／
Ａ２を含む）により指定される。すなわち、上位バンクＢ♯Ａは、アドレス信号ビットＡ
１およびＡ２がともにＨレベル“１”のときに指定され、上位バンクＢ♯Ｂは、アドレス
信号ビット／Ａ１およびＡ２がともにＨレベルのときに指定され、上位バンクＢ♯Ｃは、
アドレス信号ビットＡ１および／Ａ２がともにＨレベルのときに指定され、上位バンクＢ
♯Ｄは、アドレス信号ビット／Ａ１および／Ａ２がともにＨレベルのときに指定される。
【０３５６】
これらの上位バンクＢ♯Ａ～Ｂ♯Ｄに含まれる中位バンクおよび下位バンクに対するアド
レス信号ビットの割当は同じであり、中位バンクに対するアドレス信号ビットの割当を上
位バンクＢ♯Ａに対してのみ代表的に示す。また下位バンクに関しては、中位バンクＣ－
５に対する下位バンクＬＢ１－ＬＢ８に対するアドレス信号ビットの割当を代表的に示す
。
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【０３５７】
アドレス信号ビットＡ３により、２行４列に配列される中位バンクＡ１－Ａ－８のうち、
２列に配列される４つの中位バンクが指定される。すなわち、アドレス信号ビットＡ３が
Ｈレベルのときには、中位バンクＡ－１，Ａ－２，Ａ－５およびＡ－６が指定され、アド
レス信号ビット／Ａ３がＨレベルのときには、中位バンクＡ－３，Ａ－４，Ａ－７および
Ａ－８が指定される。
【０３５８】
アドレス信号ビットＡ３および／Ａ３により指定された４つの中位バンクのうち、１列に
配列される２つの中位バンクがアドレス信号ビットＡ４，／Ａ４により指定される。図６
２においては、中位バンクＡ－１，Ａ－２，Ａ－５，Ａ－６に対してのみアドレス信号ビ
ットＡ４，／Ａ４を示すが、中位バンクＡ－３，Ａ－４，Ａ－７およびＡ－８も同様、ア
ドレス信号ビットＡ４および／Ａ４により指定される。アドレス信号ビットＡ４がＨレベ
ルのときには、中位バンクＡ－１およびＡ－５が指定され、アドレス信号ビット／Ａ４が
Ｈレベルのときには、中位バンクＡ－２およびＡ－６が指定される。
【０３５９】
２行の中位バンクＡ－１～Ａ－８のうち、１行の中位バンクがアドレス信号ビットＡ５お
よび／Ａ５により指定される。アドレス信号ビットＡ５がＨレベルのときには、中位バン
クＡ－１～Ａ－４が指定され、アドレス信号ビット／Ａ５がＨレベルのときには、中位バ
ンクＡ－５～Ａ－８が指定される。
【０３６０】
中位バンクは、それぞれが６４Ｍビットの記憶容量を有する８個の下位バンクＬＢ１～Ｌ
Ｂ８を含む。８個の下位バンクＬＢ１～ＬＢ８のうち、４つの下位バンクがアドレス信号
ビットＡ６および／Ａ６により指定される。このアドレス信号ビットＡ６および／Ａ６に
より指定された４つの下位バンクのうち、２つの下位バンクがアドレス信号ビットＡ７お
よび／Ａ７により指定される。このアドレス信号ビットＡ７および／Ａ７により指定され
た２つの下位バンクのうち、アドレス信号ビットＡ８および／Ａ８により、１つの下位バ
ンクが指定される。相補アドレス信号ビットＡ１，／Ａ１～Ａ８，／Ａ８により、１つの
下位バンクが指定される。
【０３６１】
［アドレス変換の適用例］
図６３は、この発明の実施の形態８に従うアドレス変換の適用例の一例を示す図である。
図６３において、この半導体記憶装置は、図６１および図６２に示すバンク配置を備える
。１６Ｇビットのような大記憶容量の半導体記憶装置の場合、そこに含まれるメモリセル
の数が数多くなり、パーティクルまた製造パラメータのばらつきなどにより、不良メモリ
セルが存在し、このため半導体記憶装置の歩留りが低下し、完全動作する半導体記憶装置
の収率が低下する。大記憶容量の半導体記憶装置および小記憶容量の半導体記憶装置を同
じ面積のウェハ上に形成した場合に不良メモリセルが同じ割合で分布した場合、不良メモ
リセルにより１つの小記憶容量の半導体記憶装置を不良とすることにより他の小記憶容量
の半導体記憶装置への影響を排除することができる。しかしながら、大記憶容量の半導体
記憶装置の場合、１つが複数の小記憶容量の半導体記憶装置に相当するため、１つの小記
憶容量の半導体記憶装置に相当する部分が不良とされた場合、この大記憶容量の半導体記
憶装置全体を不良として処分する必要がある（半導体記憶装置は１つのチップで構成され
る）。このため、大記憶容量の場合、小記憶容量の半導体記憶装置に比べて、収率が低下
する。
【０３６２】
この不良メモリセルの存在は、比較的大きなパーティクルに起因し、１つのアレイブロッ
クに集中的に存在するため、冗長メモリセルで救済できず、使用不能アレイブロック（最
下位バンク）ＤＦＬＢａおよびＤＦＬＢｂが存在する。これらの使用不能な最下位バンク
ＤＦＬＢａおよびＤＦＬＢｂが指定されたときには、アドレス変換を行なって、この不良
アレイブロック（最下位バンク）に対するアクセスを禁止し、別の正常に動作する正常（
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完全使用可能）アレイブロック（最下位バンク）へアクセスする。この正常（完全使用可
能）アレイブロック（最下位バンク）は、全く不良メモリセルが存在しない領域であって
もよく、また内部に含まれる冗長セルにより、これらの不良セルがすべて救済される領域
であってもよい。この使用不能アレイブロック（最下位バンク）と置換される正常アレイ
ブロック（最下位バンク）は、通常のアレイブロックに加えて、置換用に余分に設けられ
ている場合には、そのアレイブロックが利用されればよい（スペアアレイブロックの利用
）。また通常のアレイブロック（最下位バンク）のみを利用し、アドレス変換により、こ
の不良アレイブロック（最下位バンク）を他の正常アレイブロック（最下位バンク）に置
換してもよい。図６３においては、スペアアレイブロックは設けられておらず、アドレス
変換により、他の正常アレイブロック（最下位バンク）に対するアドレス変換が行なわれ
る構成が示される。この場合、不良（使用不能）アレイブロック分の記憶容量が低下する
が、１６Ｇビットのような大記憶容量の場合、１つの最下位バンクの記憶容量は６４Ｍビ
ットであり、全体の１／２５６であり、このような使用不能なアレイブロック（最下位バ
ンク）の救済を他の正常なアレイブロック（最下位バンク）を用いて行なっても、その記
憶容量の低下はほとんどＣＰＵアドレス空間に対し影響は及ぼさない。
【０３６３】
図６３において、入力アドレス（０００００１１１）が使用不能アレイブロック（最下位
バンク）に対応し、この使用不能アレイブロックアドレスが、別の正常アレイブロック（
最下位バンク）を指定するようにアドレス変換が行なわれる。図６３において、入力アド
レス信号Ａ１～Ａ８は、不良アレイブロックを避けるように１つずつシフトしてアドレス
変換が行なわれるように示される。このアドレス変換は、たとえばＰＲＯＭまたはＲＡＭ
（ランダム・アクセス・メモリ）などの記憶素子を用いてアドレス変換をテーブル状に格
納する構成により容易に実現することができる。すなわち、入力アドレス信号それぞれに
対応して、変換後のアドレス信号を格納し、アドレス変換時には、この変換用記憶素子の
内容を読出して変換後のアドレスとして利用する。これにより、不良アレイブロックへの
アクセスを禁止するようにアドレス変換を行なうことができる。
【０３６４】
この図６３に示す構成において、さらに、アレイブロックにおいて、冗長セルで救済でき
ない不良メモリセルが所定数以下の場合、この所定数以下の不良メモリセルの存在を許容
し、マージナル（使用可能）アレイブロック（最下位バンク）ＭＤＦＬＢａおよびＭＤＦ
ＬＢｂとして利用する。通常の処理操作において、数値データ、プログラム命令、および
一時記憶される計算用データなどの記憶の場合には、その記憶データは１ビットの破壊も
許されない。したがってこれらのデータは、完全使用可能な正常アレイブロック（最下位
バンク）ＧＬＢに格納する。図６３において、これらのデータの格納領域をシリアルデー
タ領域として示す。
【０３６５】
一方、画像データおよび音声データなどの時系列データの場合、時間的に前後するデータ
ワードの相関性が強く、多少のビットエラーが存在しても、相関処理によりこのようなビ
ットエラーが相殺される。この場合、記憶データに対し、多少のビットエラーは許容され
る。そこで、許容可能な不良が存在するアレイブロック（最下位バンク）をマージナル不
良ブロックとして、このような音声データおよび画像データなどを記憶するために用いる
。ここで、多少の不良ビットは、多くの場合、１つのアレイブロック（最下位バンク）内
において疎らに存在するビット不良程度を意味する。
【０３６６】
しかしながら、使用するデータのビットの破壊（エラー）許容量が多くまたこのようなエ
ラーが連続しても問題が生じない場合には、ワード線単位の不良またはビット線単位の不
良の場合でも使用することが可能な場合がある。たとえば表示画像データを格納する場合
、ワード線単位またはビット線単位の不良が存在する場合、表示画像において、最大１水
平線または１垂直線の画像の不連続が生じるだけであり、致命的な欠点とはならず、許容
可能な範囲である。このような許容可能な不良ビットが存在するアレイブロックすなわち
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マージナルブロックに対しこのマージナルブロックを示すフラグを立て、音声データおよ
び画像データを専用に格納する領域として利用する。
【０３６７】
したがって、図６３に示すように、このような不完全使用可能なマージナルブロックＭＤ
ＦＬＢａおよびＭＤＦＬＢｂには、音声データ領域を示すアドレス１１１１１０００およ
び１１１１１００１がそれぞれ割当てられる。使用不能であるアレイブロックＤＦＬＢｂ
は、音声データおよび画像データに対しても利用されない。この不良アレイブロック（最
下位バンク）ＤＦＬＢｂを指定するアドレス１１１１１０１０が与えられたときにはこの
アドレスを変換し、別の正常なアレイブロックＧＬＢを指定するようにする。
【０３６８】
この図６３に示す構成において、音声データ領域の不良アレイブロックＤＦＬＢｂの救済
は正常なアレイブロックＧＬＢを用いて行なわれている。したがってこの音声データ領域
の最大アドレス１１１１１１１１が割当てられる領域は存在しないが、この場合、マージ
ナルブロックＭＤＦＬＢａおよびＭＤＦＬＢｂへ割当てられるアドレス領域が、このアド
レス１１１１１１１の示すアレイブロック（最下位バンク）であってもよい。
【０３６９】
なお、マージナルブロックとして利用されるアレイブロックに含まれる不良ビットの数は
、処理用途に応じて適当に定められればよい。
【０３７０】
図６４は、アドレス変換を行なう入力変換部の具体的構成を示す図である。図６４におい
て、入力変換部１６０２は、アドレス変換を行なうべきアレイブロック（最下位バンク）
を指定するアドレスを格納するマッピングメモリ１６１０と、このマッピングメモリ１６
１０に格納されたバンクアドレス（Ａ１～Ａ８）の変換後のアドレスをそれぞれ対応して
格納するアドレス変換回路１６１２と、外部からのアドレスＡ１～Ａ８を受けるアドレス
バッファ１６１４と、アドレスバッファ１６１４の出力する内部アドレス信号とアドレス
変換回路１６１２から読出された変換アドレス信号の一方を選択して内部アドレス信号と
して出力するマルチプレクサ１６１６を含む。
【０３７１】
このマッピングメモリ１６１０は、与えられたアドレスＡ１～Ａ８と格納しているアドレ
スとの比較を行ない、かつこの比較結果を示す信号を出力する。アドレス変換回路１６１
２は、マッピングメモリ１６１０からの一致検出信号に従って対応の変換アドレス信号を
出力する。マルチプレクサ１６１６は、マッピングメモリ１６１０からの一致指示信号に
従ってアドレス変換回路１６１２から読出されたアドレス信号を選択して内部アドレス信
号として出力し、一方、マッピングメモリ１６１０から不一致指示信号が出力された場合
には、マルチプレクサ１６１６はアドレスバッファ１６１４から与えられたアドレス信号
を選択して内部アドレス信号として出力する。
【０３７２】
この図６４に示す入力変換部１６０２の構成は、図３０および図３２に示すアドレス変換
部の構成と実質的に同じである。格納されるアドレスが、不良アレイブロック（マージナ
ル不良領域および使用不能領域両者を含む）を指定するアドレス信号が格納されている点
が図３０および図３２に示す構成と異なるだけである。したがってその動作はおなじであ
り、その詳細動作については繰返さない。
【０３７３】
図６５は、図６４に示すアドレス変換を行なう入力変換部によるアドレス変換態様を示す
図である。図６５において、マッピングメモリ１６１０内に、不良アレイブロックＭＤＦ
ＬＢ０、ＭＤＦＬＢ１およびＤＦＬＢ０を示すアドレスＡＤ２，ＡＤ３およびＡＤ４が格
納され、アドレス変換回路１６１２には、これらのアドレスＡＤ２，ＡＤ３およびＡＤ４
それぞれに対応して、アドレスＡＤｘ，ＡＤｙおよびＡＤｚが格納される。さらに、マッ
ピングメモリ１６１０において、アドレスＡＤｕおよびＡＤｖが格納され、これらのアド
レスＡＤｕおよびＡＤｖに対応して、アドレスＡ２およびＡＤ３がアドレス変換回路１６
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１２に格納される。したがって、正常アレイブロック（最下位バンク）ＧＬＢ０，ＧＬＢ
１，ＧＬＢｊ、…、ＧＬＢｗを指定するアドレスＡＤ０，ＡＤ１，ＡＤ５，…およびＡＤ
ｗが与えられたとき、この入力変換部１６０２は、与えられるアドレスを選択して内部ア
ドレス信号として出力し、アドレス変換は行なわれず、対応の正常アレイブロック（最下
位バンク）が指定される。
【０３７４】
一方、アドレスＡＤ２，ＡＤ３またはＡＤ４が与えられたとき、この入力変換部１６０２
によりアドレス変換が行なわれ、それぞれアドレスＡＤｘ，ＡＤｙまたはＡＤｚがそれぞ
れ対応して出力される。したがって、アレイブロック（最下位バンク）ＭＤＦＬＢ０，Ｍ
ＤＦＬＢ１およびＭＤＦＬＢ０が指定されたときには、正常アレイブロックＧＬＢｘ，Ｇ
ＬＢｙおよびＧＬＢｚがそれぞれ指定される。また、外部からのアドレス信号が正常アレ
イブロックＧＬＢｕおよびＧＬＢｖを指定したときには、入力変換部１６０２によりアド
レス変換が行なわれ、マージナルアレイブロックＭＤＦＬＢ０およびＭＤＦＬＢ１がそれ
ぞれ指定される。
【０３７５】
このアドレス変換においては、外部からのアドレスＡＤｘ、ＡＤｙおよびＡＤｚは使用さ
れない。この場合、半導体記憶装置からＣＰＵ（中央演算処理装置）に対し、上位バンク
における利用可能なバンクの数を指定する情報を転送し、ＣＰＵで、利用可能なアドレス
空間を決定するように構成してもよい。
【０３７６】
このマッピングメモリ１６１０およびアドレス変換回路１６１２へアドレスを書込む際、
この変換を受けるべきアドレスおよび変換後のアドレスの決定は、半導体記憶装置のテス
ト時において、テスターにおいて不良アレイブロックを示すアドレス情報を管理し、この
管理された不良アレイブロックアドレス情報に基づいて各不良アレイブロックに対するア
ドレスおよび変換後のアドレスが決定されてもよい。
【０３７７】
図６６は、この不良アレイブロック識別のための構成の一例を示す図である。図６６にお
いて、アレイブロック（最下位バンク）に対応して、レジスタＲＧ０，ＲＧ１，…ＲＧｉ
，ＲＧａ，…ＲＧｍ，ＲＧｎ，…ＲＧｘおよびＲＧｙが配置される。このレジスタＲＧ０
～ＲＧｙは、対応のアレイブロックの良／不良およびマージナル／非マージナルを示す情
報を格納する（２ビットのフラグレジスタ）。これらのレジスタＲＧ０～ＲＧｙの各々は
、互いに直列に接続され、クロック信号ＣＬＫに従ってその保持内容を転送するシフトレ
ジスタを構成する。図６６において、アレイブロックＬＢ♯０～ＬＢ♯ｎを代表的に示す
。これらのアレイブロックＬＢ♯０～ＬＢ♯ｎの良／不良およびマージナル／非マージナ
ルを示す情報（フラグ）が対応のレジスタＲＧ０～ＲＧｎにそれぞれ格納される。
【０３７８】
このレジスタＲＧ０～ＲＧｙに対し、フラグを書込むために、テスターからの情報に従っ
て必要とされる情報を発生して、クロック信号ＣＬＫに従って入力ポート１６２５を介し
てレジスタＲＧｙへ与える書込回路１６２０と、読出時、出力ポート１６２６から与えら
れるレジスタＲＧ０の情報を読出す読出回路１６２２と、この読出回路１６２２の読出し
た情報に従ってマッピングメモリ１６１０およびアドレス変換回路１６１２（図６４参照
）へ格納すべきアドレスを発生するアドレス発生器１６２４を含む。これらの書込回路１
６２０、読出回路１６２２およびアドレス発生器１６２４は、周辺回路として半導体記憶
装置内部に設けられてもよく、また単に装置外部に設けられてもよい。
【０３７９】
テスト動作時において、各アレイブロックＬＢ♯０～ＬＢ♯ｎの良／不良およびマージナ
ル／非マージナルの判定が行なわれる。この判定は、装置外部に設けられたテスターまた
は、ビルトインテスト回路により実施され、そのテスト結果を示す情報が書込回路１６２
０へ与えられる。書込回路１６２０は、テスト動作時に、この各アレイブロックのテスト
ごとにクロック信号ＣＬＫを発生し、各対応のアレイブロックの状態を示すフラグを発生
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して入力ポート１６２５を介してレジスタＲＧｉへ与える。各アレイブロックに対する情
報が書込回路１６２０を介してレジスタＲＧｙへ格納され、順次このシフトレジスタを介
してこれらのレジスタＲＧ０～ＲＧｙの格納データが転送される。すべてのアレイブロッ
クのテスト完了時においては、アレイブロックＬＢ♯０～ＬＢ♯ｎについての情報が、レ
ジスタＲＧ０～ＲＧｎにそれぞれ格納される。すべてのアレイブロックのテスト動作完了
後、読出回路１６２２が読出動作を行なう。このとき書込回路１６２０は、クロック信号
ＣＬＫを発生し、また最終レジスタを示す所定のパターンを発生する。読出回路１６２２
により読出されるフラグデータが正常を示す場合には、アドレス発生器１６２４は変換用
のアドレスは発生しない。一方、読出回路１６２２から与えられた情報が、対応のアレイ
ブロックが不良であり、完全に使用できないことを示している場合には、アドレス発生器
１６２４は、この対応のアレイブロックを示すアドレス信号を発生してマッピングメモリ
１６１０へ格納し、その変換後のアドレスを、アドレス変換回路１６１２へ与える。この
場合、上位バンクまたは中位バンクそれぞれにおいて、不良ブロックを救済すべき正常ア
レイブロックのアドレス領域が予め定められて、この予め定められたアドレス領域の先頭
アドレスから順次アドレス発生器１６２４から変換後のアドレスが発生される。この構成
は、カウンタ（クロック信号ＣＬＫをカウントする）を用いて容易に実現される。読出回
路１６２２が、対応のアレイブロックがマージナルアレイブロックであることを示す場合
には、アドレス発生器１６２４は、対応のアレイブロックのアドレス信号をアドレス変換
回路１６１２へ与え、またその特定領域すなわち音声データまたは画像データ格納領域の
最終または先頭最下位バンクアドレスを生成してマッピングメモリ１６１０へ与える。こ
れらのアドレス発生器１６２４からの不良アレイブロックに対するアドレスを発生する構
成は、マージナルブロックおよび使用不能アレイブロック両者に対しそれぞれカウンタを
設け、それぞれのカウンタのカウント値の初期値を各上位または中位のバンクにおける転
送最下位バンクを示すアドレスに設定しておけば容易に実現される。
【０３８０】
上述のような、レジスタをアレイブロック（最下位バンク）それぞれに対応して設け、こ
れらのレジスタをシフトレジスタを構成するように直列に接続することにより、容易にア
ドレス変換を行なうべきアドレスを識別し、必要とされるアドレスを生成することができ
る。
【０３８１】
図６７は、不良アレイブロックの処置態様を示す図である。図６７においては、アレイブ
ロックＬＢ♯ａ～ＬＢ♯ｈを代表的に示す。アレイブロックＬＢ♯ａ～ＬＢ♯ｈに共通に
コラムデコーダＣＤが設けられ、アレイブロックＬＢ♯ａ～ＬＢ♯ｈそれぞれに対してロ
ウデコーダＲＤが設けられる。アレイブロックＬＢ♯ａ～ＬＢ♯ｈに共通に、各種内部電
圧、電源電圧ＶＣＣ、接地電圧ＶＳＳ、ビット線プリチャージ電圧ＶＢＬ、昇圧電圧ＶＰ
Ｐおよびセルプレート電圧ＶＣＰを伝達する電源線が配設される。図６７において、電圧
線ＶＣＣ、ＶＳＳおよびＶＢＬを代表的に示す。
【０３８２】
アレイブロックＬＢ♯ａ～ＬＢ♯ｈそれぞれに対して、これらの電圧線ＶＣＣ、ＶＳＳ、
ＶＢＬ（ＶＰＰ，ＶＣＰ）を選択的に対応のアレイブロックへ伝達するスイッチング素子
ＳＷと、これらのスイッチング素子ＳＷの導通／非導通を制御するプログラミング回路Ｐ
Ｇａ～ＰＧｈが設けられる。プログラミング回路ＰＧａ～ＰＧｈの各々は、たとえばヒュ
ーズ素子などによりその記憶情報がプログラムされる。このプログラミング回路ＰＧａ～
ＰＧｈは、また先の図６６に示すレジスタで構成されてもよい。
不良アレイブロック（使用不能アレイブロック）に設けられたスイッチング素子ＳＷは、
対応のプログラミング回路ＰＧ（ＰＧａ～ＰＧｈのいずれか）の制御のもとに、非導通状
態とされる。これにより、使用不能アレイブロックにおいてたとえばワード線不良による
電源線と接地線の間の短絡が発生した場合において、この使用不能アレイブロックを介し
て短絡電流が流れるのを防止することができ、消費電流を低減することができる。また、
たとえワード線短絡などが生じない場合においても、使用不能アレイブロックを電圧線か
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ら分離することにより、これらの電圧線の負荷が軽減され、制御アレイブロックに対し安
定に必要とされる電圧を供給することができる。
【０３８３】
また、ヒューズ素子に代えてスイッチング素子ＳＷを用いて各アレイブロックに対し必要
とされる電圧ＶＣＣ，ＶＳＳ，ＶＰＬ，ＶＰＰおよびＶＣＰを供給する構成とすることに
より、各アレイブロックごとにそれらの電圧のリーク電流をテストすることができ、電圧
線の異常を容易に検出することができる。
【０３８４】
［入力変換部の変更例］
図６８は、図５４に示す入力変換部の変更例の構成を概略的に示す図である。図６８にお
いて、入力変換部１６３２は、それぞれが互いにアドレス変換態様を記憶するアドレス変
換部ＡＣ♯１～ＡＣ♯５を含む。これらのアドレス変換部ＡＣ♯１～ＡＣ♯５の各々は、
プログラム書込回路１６３４により、そのアドレス変換態様を示す情報が格納され、その
アドレス変換態様が決定される。命令デコーダ１６３６が与えられた命令またはデータの
属性を示す情報をデコードし、この入力変換部１６３２に含まれるアドレス変換部ＡＣ♯
１～ＡＣ♯５のうちの１つを活性状態とする。これにより、複数のアドレス変換態様のう
ち１つのアドレス変換態様が用いられる。この入力変換部１６３２は、たとえば、スタテ
ィック・ランダム・アクセス・メモリＳＲＡＭ、フィールド・プログラムゲートアレイＦ
ＰＧＡ、プログラマブルリードオンリメモリＰＲＯＭなどの、電源遮断時におけるバック
アップ機能を有しかつその内容の書換が可能なプログラミング素子を用いて構成される。
プログラム書込回路１６３４は、通常のメモリへの書込回路で構成される。
【０３８５】
このプログラム書込回路１６３４により、アドレス変換部ＡＣ♯１～ＡＣ♯５の内容を動
作モードに応じて書換え、またたとえば図６４に示すマッピングメモリまたはアドレス変
換回路の内容を変更することが自由にでき、その処理内容に従って時系列的にアドレス変
換対象を任意に変更することができる。以下に、この処理内容に応じたアドレス変換態様
の変更の操作について具体的に説明する。
【０３８６】
今、図６９（Ａ）に示すように、アドレス信号ＡＤが、変換時アレイブロック（最下位バ
ンク）ＢＲＧ０を規定しており、処理Ｐ♯０に従ってこのアレイブロックＢＲＧ０が利用
される場合を想定する。この処理Ｐ♯０が、サブルーチンＰ♯１を含んでおり、サブルー
チンＰ♯１の処理において、アドレス変換を行ない、アレイブロックＢＲＧ１を用い、処
理Ｐ♯１を実行する。この場合、処理Ｐ♯０に割当てられているアドレス領域が予め定め
られている場合、そのアドレス領域を実質的に拡張して処理を行なうことができ、処理結
果格納領域のアドレス領域を実質的に拡張することができる。この処理Ｐ♯１実行時にお
いて、さらにサブルーチンＰ♯２を実行する場合、アドレス信号ＡＤを変換して、アレイ
ブロックＢＲＧ２を指定する。これにより、処理時において、ＣＰＵのアドレス空間にお
いて同じアドレス領域内に、それぞれ異なる処理結果が異なるアレイブロックＢＲＧ０～
ＢＲＧ２に格納される。したがってこのようなネスティング構造の処理の実行結果を格納
する場合、この処理に必要とされるデータ格納のためのアドレス領域を変更することなく
かつ処理結果を互いに衝突することなく格納することができる。
【０３８７】
図６９（Ｂ）においては、アレイブロックＢＲＧの変換先が、アレイブロックＢＲＧ２か
らさらにアレイブロックＢＲＧ３へ変更される。処理内容に応じてアドレス変換先を変更
することにより、たとえば２つのＣＰＵがこの半導体記憶装置へアクセスする場合、一方
のＣＰＵがアレイブロックＢＲＧ２へアクセスし、他方のＣＰＵが別のアレイブロックＢ
ＲＧ３へアクセスし、それぞれのＣＰＵがこの半導体記憶装置の同一のアドレス領域を介
して異なるアレイブロックを作業用メモリ領域として利用することができる。
【０３８８】
またこの場合、アレイブロックＢＲＧ２およびＢＲＧ３を同時に選択状態とするようにア
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ドレス変換を行なった場合、バックアップ用のデータを格納することができ、データの信
頼性が改善される。
【０３８９】
図６９（Ｃ）は、アレイブロックＢＲＧａおよびＢＲＧｂそれぞれを指定するアドレス信
号が、その処理動作に応じてアドレス変換を受けて、同じアレイブロックＢＲＧｃをアド
レス指定する。この場合、ＣＰＵの異なるアドレス領域のデータを、実質的に１つの半導
体記憶装置のアドレスエリアに対応させることができ、実効的に半導体記憶装置の入力可
能なアドレス空間を拡張することができる。また、異なるＣＰＵアドレス領域に同じ半導
体記憶装置のアドレス領域が対応するため、実効的にＣＰＵアドレス領域間でのデータコ
ピー操作を実現させることができる。
【０３９０】
またこの図６８に示す入力変換部１６３２の構成の場合、アドレス変換部ＡＣ♯１～ＡＣ
♯５それぞれの内容をその処理操作に応じて変更することにより、この図６９（Ａ）～（
Ｃ）に示す処理操作を各アドレス領域に応じて変更することができる。また、アドレス変
換部ＡＣ♯１～ＡＣ♯５それぞれを命令デコーダ１６３６の制御のもとに選択的に活性状
態とすることにより、必要とされる処理操作をこれらのアドレス変換部ＡＣ♯１～ＡＣ♯
５それぞれに予め格納しておくことにより、処理操作と平行してプログラム書込回路１６
３４によりこのアドレス変換部ＡＣ♯１～Ａｃ♯５の内容を書換える必要がなく、容易に
必要とされるアドレス変換を実現することができる。
【０３９１】
また、たとえば画像データなどのような大量のデータが順次アクセスされる場合、このア
ドレス変換を利用することにより、１つのアレイブロック選択時において、連続ページを
別々のアレイブロックへ割当てることができ、１つのアレイブロック内でページ変更する
構成に比べて、高速でページ変更を行ない（アレイブロックの変換があり、ＲＡＳプリチ
ャージは必要とされない）、高速アクセスが可能となる。
【０３９２】
以上のように、この発明の実施の形態８に従えば、外部からのアドレス信号を内部で変換
して、この外部アドレス信号が指定するアレイブロックと異なるアレイブロックを指定す
るように構成しているため、ページ変更時において、ＲＡＳプリチャージ時間が必要とさ
れず、高速アクセスが可能となる。また、不良アレイブロック存在時においても、このア
ドレス変換を行なうことにより、この外部からのアドレス信号により指定される不良アレ
イブロックを非選択状態へ駆動する必要がなく、不良アレイブロックへのアクセスは完全
に禁止されるため、高速で不良アレイブロック指定時においてもアクセスすることができ
る。
【０３９３】
［実施の形態９］
図７０は、この発明の実施の形態９に従う半導体記憶装置の全体の構成を概略的に示す図
である。図７０において、この半導体記憶装置１６４０は、それぞれが別々のチップで構
成されるモジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３を含む。これらのモジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３
それぞれに対して、アドレス変換を行なう入力変換部１６５０と、この入力変換部１６５
０におけるアドレス変換態様を規定する変換演算部１６４５が設けられる。
【０３９４】
モジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３の各々は、その内部は、図５４に示す半導体記憶装置と同
様の構成を備える。変換演算部１６４５は、これらのモジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３の各
アレイブロック（最下位バンク）の良／不良を判定し、その判定結果に従って、不良アレ
イブロックへのアクセスが禁止されるようにアドレス変換を行なうように入力変換部１６
５０におけるアドレス変換態様を決定する。この変換演算部１６４５の動作態様は、図示
しないコントローラからの制御信号により決定される。
【０３９５】
図７１は、図７０に示すモジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３の内部構成を概略的に示す図であ
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る。図７１において、モジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３の各々は、入力ポートＩＰと出力ポ
ートＯＰの間に直列に接続されるレジスタＲＧを含む。これらのレジスタＲＧは、各モジ
ュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３それぞれに含まれるアレイブロックに対応して配置される。こ
のレジスタＲＧ内に、対応のアレイブロックの良／不良を示す情報が格納される。モジュ
ールＭＯＤ０～ＭＯＤ３の入力ポートと出力ポートが順次このレジスタＲＧが１つのシフ
トレジスタを構成するように接続される。
【０３９６】
変換演算部１６４５は、このレジスタＲＧのデータ格納およびそれらのレジスタＲＧには
、それぞれ対応のモジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３内の各アレイブロックの良／不良を示す
情報が、図示しないコントローラまたは各モジュール内部に設けられた制御回路の制御の
もとに格納される。このレジスタＲＧへの良／不良データ（フラグ）の書込は、先の実施
の形態８において、図６６を参照して説明したものと同様の構成を用いて実行されてもよ
い。変換演算部１６４５は、このレジスタに格納された良／不良データに基づいて、内部
に含まれるアドレス変換部１６４７の制御のもとに演算して、アドレス変換態様を決定す
る。
【０３９７】
アドレス変換部１６４７は、このレジスタＲＧに対し共通にループを形成するように配設
されるクロック制御信号線１６６０上にクロック信号ＣＬＫを送出し、レジスタＲＧに格
納されるデータを順次転送する。このレジスタＲＧを順次ループ状に直列に接続する信号
線１６６２上には、アドレス変換部１６４７から、１つのモジュール内に許容される不良
ブロックの数よりも多い不良ブロックを示すデータが連続的に出力される。クロック信号
ＣＬＫの発生に従って、モジュールＭＯＤ０から順次そのレジスタＲＧの格納データが読
出され、アドレス変換部１６４７は、読出データに基づいて、いずれのモジュールのアレ
イブロックが不良であり、アドレス変換を行なうべきか否かを判別する。
【０３９８】
図７２は、図７１に示すアドレス変換部の構成を概略的に示す図である。図７２において
、アドレス変換部１６４７は、モジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３に含まれるレジスタＲＧの
内容の読出を制御するスキャンレジスタ制御部１６４７ａと、このスキャンレジスタ制御
部１６４７ａから読出されたデータのうち、不良アレイブロックを指定するデータが与え
られたとき、対応のアレイブロックのアドレスを格納するレジスタメモリ１６４７ｂと、
このレジスタメモリ１６４７ｂに格納されたアドレスに従ってマッピングメモリ１６５０
ａに格納されるアドレス信号およびアドレス変換回路１６５０ｂに格納されるアドレスを
算出する演算部１６４７ｃを含む。ここで、マッピングメモリ１６５０ａおよびアドレス
変換回路１６５０ｂは、入力変換部１６５０に含まれている。この入力変換部１６５０の
構成は、先の図６４に示す入力変換部の構成と同じである。図７２においては、必要とさ
れるマッピングメモリ１６５０ａおよびアドレス変換回路１６５０ｂのみを示す。
【０３９９】
スキャンレジスタ制御部１６４７ａは、たとえばカウンタを格納しており、クロック信号
ＣＬＫの送出ごとに、そのカウント値を増分し、そのカウント値をアレイブロック指定用
のアドレスとし、レジスタＲＧから不良アレイブロックを示すデータ“０”が与えられた
ときにカウンタのカウント値をレジスタメモリ１６４７ｂに格納する。スキャンレジスタ
制御部１６４７ａは、また、１つのモジュール内において許容される不良アレイブロック
の数よりも大きな数の不良アレイブロックを示す情報を連続的に送出する。このスキャン
レジスタ制御部１６４７ａから送出されるレジスタの終了を示すパターン（所定数以上の
不良アレイブロック指示ビットのパターン）がレジスタＲＧの出力ポートＯＰからスキャ
ンレジスタ制御部１６４７ａへ返送されると、このスキャンレジスタ制御部１６４７ａは
、モジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３のレジスタＲＧの内容がすべて読出されたと判定する。
モジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３に含まれるアレイブロックの数は予め定められている。し
たがってスキャンレジスタ制御部１６４７ａは、このクロックのカウント数を見ることに
より、半導体記憶装置１６４０内に含まれるチップ（モジュール）の数を知ることができ
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る。この半導体記憶装置１６４０内に含まれるモジュールの数は、図示しない経路を介し
てスキャンレジスタ制御部１６４７ａからＣＰＵへ送出されてもよい。ＣＰＵが、その場
合、半導体記憶装置のモジュールの数に合わせて、そのＣＰＵアドレス空間を設定するこ
とができる。
【０４００】
演算部１６４７ｃが行なう演算内容は、単にレジスタメモリ１６４７ｂに格納されたアド
レス情報をマッピングメモリ１６５０ａに格納し、各モジュール内において、予め定めら
れたアドレス領域内の先頭アドレスから順次変換先のアドレスを決定してアドレス変換回
路１６５０ｂへ送出する。この場合、単に使用不可のアレイブロックに対してのみアドレ
ス変換が行なわれる。先の実施の形態８と同様に、このモジュールにおいて、画像データ
または音声データが用いられる場合、マージナルアレイブロックを示す情報がまた、レジ
スタＲＧに格納されており、レジスタメモリ１６４７ｂ内に、このマージナルアレイブロ
ックであるか否かを示すフラグとともに対応のアドレスが格納されて演算部１６４７ｃに
より、変換前のアドレスおよび変換後のアドレスが決定される構成が用いられてもよい。
【０４０１】
この図７０ないし図７２に示すようなモジュール構成の場合でも、先の実施の形態８と同
様、アドレス変換を行なって、不良アレイブロックへのアクセスを容易に禁止することが
できる。この場合、通常の冗長アレイブロックを用いて不良アレイブロックの救済を行な
う場合、プログラム回路による判定動作を行なって、不良アレイブロックを非選択状態へ
駆動する必要がある。しかしながら、本実施の形態９においては、このような不良アレイ
ブロックアドレスを格納するプログラム回路における一致／不一致判定結果に従って不良
アレイブロックを非選択状態へ駆動する必要はなく、高速アクセスが実現される。
【０４０２】
なお、この実施の形態９において、モジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３の各々は、その内部に
含まれるアレイブロックはそれぞれバンクを構成するように示している。しかしながら、
このモジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３に含まれるアレイブロックは、バンクでなく、モジュ
ール内において１つのメモリブロック（アレイブロック）のみが選択状態へ駆動される構
成が用いられてもよい。
【０４０３】
その場合、複数のモジュールＭＯＤ０～ＭＯＤ３それぞれにおいて、１つのメモリブロッ
クが選択状態へ駆動される。したがって、先の実施の形態８と同様、アレイブロックをモ
ジュールに置換えることにより、容易にページ変更時の高速アクセスを実現することがで
きる。
【０４０４】
以上のように、この発明の実施の形態９に従えば、半導体記憶装置がモジュール構成の場
合においても、各モジュール内にメモリブロックの良／不良を示すレジスタを配置し、こ
のレジスタをモジュール間でシフトレジスタを構成するように相互接続するため、各モジ
ュール内の良／不良アレイブロックを外部に設けられた変換演算部において容易に識別す
ることができ、不良アレイブロックへのアドレス指定された場合にこの不良アレイブロッ
クへのアクセスを禁止するようにアドレス変換を容易に行なうことができる。
【０４０５】
なお、上述の実施の形態９の説明において、最終レジスタを識別するために、１つのモジ
ュール内において許容される不良ブロックの数以上の不良ビットを連続的にスキャンレジ
スタ制御部１６４７ａから出力している。これに代えて、スキャンレジスタ制御部１６４
７ａからは、特定のビットパターンを有するデータ系列をレジスタ最終レジスタ識別情報
として送出する構成が用いられてもよい。
【０４０６】
［実施の形態１０］
図７３は、この発明の実施の形態１０に従う半導体記憶装置の要部の構成を概略的に示す
図である。図７３において、半導体記憶装置は、２つのバンク♯Ａおよび♯Ｂを含むよう
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に示される。さらに多くのバンクが設けられてもよい。図７３において、この半導体記憶
装置は、外部から与えられるクロック（制御信号）ＭＡＣを受けるクロック入力バッファ
１６６２と、外部から与えられる入力アドレス信号を受けるアドレス入力バッファ１６６
４と、クロック入力バッファ１６６２およびアドレス入力バッファ１６６４からの信号を
受け、所定の変換処理を行なってバンク♯Ａおよび♯Ｂへ与える変換演算部１６６６を含
む。この変換演算部１６６６は、先の実施の形態８と同様の機能を備える。この変換演算
部１６６６は、アドレス入力バッファ１６６４から与えられるバンクアドレス信号に変換
処理を施しかつその変換後のバンクアドレス信号に従ってクロック入力バッファ１６６２
から与えられるクロック信号を変換し、その変換後のバンクアドレス信号が指定するバン
クへのみ活性状態の内部クロック信号を与える。すなわち、変換演算部１６６６において
、外部からのクロック信号ＭＡＣに対しても変換処理を施す。
【０４０７】
図７４は、図７３に示す変換演算部１６６６の構成の一例を示す図である。図７４におい
て、変換演算部１６６６は、入力アドレス信号を受け、所定の変換処理を行なう入力変換
部１６６６ａと、クロック入力バッファ１６６２からの内部クロック信号ＭＡＣに応答し
て活性化され、入力変換部１６６６ａから与えられる内部アドレス信号をデコードし、バ
ンク♯Ａおよびバンク♯Ｂそれぞれに対するローカルクロック信号ＭＡＣａおよびＭＡＣ
ｂを出力するバンクデコーダ１６６６ｂを含む。このバンクデコーダ１６６６ｂは、入力
変換部１６６６ａから与えられた内部変換後の（または変換されていない）内部バンクア
ドレス信号をデコードし、アドレス指定されたバンクに対してのみ、活性状態とされるク
ロック信号を出力する。
【０４０８】
この図７４に示す構成の場合、クロック入力バッファ１６６２からの内部クロック信号を
バンク♯Ａおよびバンク♯Ｂそれぞれへ与え、バンク♯Ａおよびバンク♯Ｂそれぞれにお
いてデコード動作を行なって活性状態とする構成に比べて以下の利点を得ることができる
。すなわち、バンクデコーダ１６６６ｂは、バンク♯Ａおよびバンク♯Ｂに共通に設ける
ことができ、そのクロック信号生成のためのバンクデコーダの数を低減することができ、
装置占有面積を低減することができる。また、クロック入力バッファ１６６２の出力信号
をバンク♯Ａおよび♯Ｂ共通に与える場合、このクロック入力バッファ１６６２の出力負
荷が大きくなる。一方、バンクデコーダ１６６６ｂから、バンク♯Ａおよびバンク♯Ｂそ
れぞれに対し別々にローカルクロック信号ＭＡＣａおよびＭＡＣｂを出力することにより
、このバンクデコーダ１６６６ｂの出力負荷は、１つのバンクのみとなり、出力負荷が軽
減され、高速で信号を伝搬することができ、高速アクセスが可能となる。
【０４０９】
このクロック信号ＭＡＣは、ＤＲＡＭ（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ）の
場合に用いられる信号、／ＲＡＳ、／ＣＡＳ、および／ＷＥ、／ＯＥ、および／ＣＡＳで
あってもよい。この場合、ライトイネーブル信号／ＷＥおよび出力イネーブル信号／ＯＥ
は、半導体記憶装置において、バンク♯Ａおよび♯Ｂに共通に設けられる入出力バッファ
へ与えられ、また各バンクに対し、データの書込／読出を行なうためのローカルライトイ
ネーブル信号およびローカル出力イネーブル信号が与えられる（各バンクに対し個々に書
込回路および読出回路が設けられている場合）。
【０４１０】
なお、図７４に示す変換演算部１６６６の構成において、バンクデコーダ１６６６ｂは、
プリデコーダの構成を備えていてもよい。その場合、変換演算部１６６６から、プリデコ
ードされたローカルクロック信号が出力され、各バンクにおいて、さらにデコードされて
、対応のバンクが活性状態とされる。このバンクは先の実施の形態のいずれかにおいて説
明した、アレイブロックであってもよい。
【０４１１】
以上のように、この発明の実施の形態１０に従えば、クロック信号に対しても処理を行な
い、アドレス指定されたバンク（アレイブロック）に対してのみ内部のクロック信号を伝
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達するように構成したため、そのクロック信号の伝達する信号線の負荷が軽減され、高速
で内部クロック信号を各アレイブロック（バンク）へ伝達することができる。
【０４１２】
［実施の形態１１］
図７５は、この発明の実施の形態１１に従う半導体記憶装置の要部の構成を概略的に示す
図である。図７５において、この半導体記憶装置は、２つのバンク♯Ａおよび♯Ｂを含む
。これらのバンク♯Ａおよび♯Ｂに対して、動作モードおよびアドレスの指定を行なうた
めに、外部からのクロック信号ＭＣＡを受けるクロック入力バッファ１６６２と、外部か
らの入力アドレス信号を受けるアドレス入力バッファ１６６４と、これらのバッファ１６
６２および１６６４からの信号に対し変換処理を行なって、制御バスＣＴａおよびＣＴｂ
を介してバンク♯Ａおよび♯Ｂに対しそれぞれローカル制御信号を伝達する変換演算部１
６６６と、バンク♯Ａおよび♯Ｂに内部データバスＩＯａおよびＩＯｂを介して接続され
る変換演算部１６７０と、この変換演算部１６７０を介してバンク♯Ａおよび／または♯
Ｂとデータの入出力を行なうデータ入出力バッファ１６７２を含む。このデータ入出力バ
ッファ１６７２は、外部データバスに接続される。
【０４１３】
クロック入力バッファ１６６２、アドレス入力バッファ１６６４および変換演算部１６６
６は、図７３に示す実施の形態１０の構成と同じである。
【０４１４】
変換演算部１６７０は、内部データバスＩＯａおよびＩＯｂとデータ入出力回路１６７２
の間の接続を制御する。この内部データバスＩＯａおよびＩＯｂの各々は、外部データバ
スのバス線と同じ数のバス線を備える。
【０４１５】
変換演算部１６７０は、外部バス（データ入出力バッファ１６７２のデータ入出力端子）
のそれぞれの所定数のバス線（データ入出力端子）を有する複数のグループＥＤＢ０～Ｅ
ＤＢ３に分割し、各グループ単位で内部データバスＩＯａおよびＩＯｂのデータに出力バ
ッファ１６７２との間の接続を確立する。これにより、外部データバスと内部データバス
とのデータ入出力バッファ１６７２を介しての接続態様が変更される。
【０４１６】
通常、バンク♯Ａおよびバンク♯Ｂの一方が、内部データバスＩＯａまたはＩＯｂのすべ
てのバス線を用いて外部データバスＥＸＤＢとデータの授受を行なう。しかしながら、外
部データバスＥＸＤＢのバス線の数が多い場合（図７６においては、３２ビット幅）、常
に３２ビットワードが外部データバスＥＸＤＢと内部データバスＩＯ（ＩＯａまたはＩＯ
ｂ）の間で転送されるとは限らない。１６ビットワードまたは８ビットワードが用いられ
る場合もある。この場合、図７６に示すように、その用いられるワード数に応じて、外部
データバスＥＸＤＢと内部データバスの接続が変更される。このとき、またバンク♯Ａお
よびバンク♯Ｂが同時に活性状態とされる。バンク♯Ａおよびバンク♯Ｂが、それぞれ内
部データバスＩＯａおよびＩＯｂの使用されるバス線は変換演算部１６７０により決定さ
れる。したがって、バンク♯Ａおよびバンク♯Ｂが並列に、外部データバスＥＸＤＢとデ
ータの授受を行なう。
【０４１７】
たとえばバンク♯Ｂを介して図７６に示すサブデータバスＥＤＢ２およびＥＤＢ３を用い
てデータ転送が行なわれる場合、この空きサブデータバスＥＤＢ０およびＥＤＢ１を用い
てバンク♯Ａとデータの授受を行なう。これにより、データ転送効率が大幅に改善される
。サブデータバスＥＤＢ２およびＥＤＢ３がプロセッサＣＰＵ♯Ａにデータを転送し、ま
たサブデータバスＥＤＢ０およびＥＤＢ１が別のＣＰＵ♯Ｂにデータを転送する構成とす
れば、マルチプロセッサシステムにおいて、複数のＣＰＵが、同時に必要とされるデータ
の転送を行なうことができる。
【０４１８】
図７７は、図７５に示す半導体記憶装置を利用する処理システムの構成の一例を示す図で
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ある。図７７において、ＣＰＵ１６８２およびプロセッサ１６８４が外部データバス（Ｅ
ＸＤＢ）１６８５を介して半導体記憶装置１６８０に接続される。この外部データバス１
６８５は、半導体記憶装置１６８０に含まれる変換演算部１６７０に接続される。ＣＰＵ
１６８２およびプロセッサ１６８４は、制御バス１６８７を介してバスコントローラ１６
８６に接続される。このバスコントローラ１６８６は、また変換演算部１６７０と制御バ
ス１６８９を介して結合される。ＣＰＵ１６８２およびプロセッサ１６８４は、この半導
体記憶装置１６８０に含まれるバンク♯Ａおよびバンク♯Ｂそれぞれをアクセス領域とし
ており、たとえばインターリーブ態様でこれらのバンク♯Ａおよび♯Ｂにアクセスする。
このプロセッサ１６８４は、ＣＰＵであってもよく、また所定の演算機能のみを実行する
機能モジュールであってもよい。ここでは、簡単化のため、ＣＰＵ１６８２は、演算処理
操作を行ない、プロセッサ１６８４は、画像データの表示操作を制御するものとする。Ｃ
ＰＵ１６８２およびプロセッサ１６８４は、バスコントローラ１６８６に対し、外部デー
タバス１６８５の使用の要求を出力する。このとき、またＣＰＵ１６８２は、バスコント
ローラ１６８６に対し、この外部データバス１６８５のいずれのデータバス線を使用する
かを示す情報を併せて送出する。バスコントローラ１６８６は、このＣＰＵ１６８２から
のバス使用要求に従って、対応のバスが空状態とされたとき（プロセッサ１６８４が使用
していないとき）、ＣＰＵ１６８２に対し、半導体記憶装置１６８０に対するアクセスを
許可する。
【０４１９】
変換演算部１６７０は、このＣＰＵ１６８２からの命令に含まれるバス情報に従って、内
部データバスと外部データバス１６８５との間の接続態様を決定する。この場合、変換演
算部１６７０は、ＣＰＵ１６８２のアクセス時には、バンク♯Ａの内部データバスＩＯａ
を外部データバス１６８５に接続して、データの授受を行なう。このとき、ＣＰＵ１６８
２が、外部データバス１６８５のすべてのバス線を使用しない場合、変換演算部１６７０
に対し、この情報を与える。変換演算部１６７０は、このＣＰＵ１６８２からのバス使用
情報に応じてその内部データバスと外部データバス１６８５との接続態様を決定する。こ
の変換演算部１６７０は、ＣＰＵ１６８２からの命令に従って、外部データバス１６８５
のすべてのバス線が使用されていない場合、その空きサブデータバスを示す情報を制御バ
ス１６８９を介してバスコントローラ１６８６へ与える。バスコントローラ１６８６は、
この変換演算部１６７０から与えられるサブデータバス情報に従ってプロセッサ１６８４
にその空きサブデータバスの使用許可情報を与える。プロセッサ１６８４は、この空き情
報に従って、空きサブデータバスを利用して、半導体記憶装置１６８０へアクセスする。
ＣＰＵ１６８２およびプロセッサ１６８４は、インターリーブ態様でしか半導体記憶装置
１６８０に対してアクセスできない場合において、ＣＰＵ１６８２の使用する演算データ
のビット幅が、外部データバス１６８５のバス幅よりも小さい場合には、プロセッサ１６
８４がその空きサブデータバスを利用してデータの転送を行なうことができ、外部データ
バス１６８５の利用効率を改善することができる。
【０４２０】
なお、変換演算部１６７０は、バスコントローラ１６８６からの制御のもとに、内部デー
タバスと外部データバスとの接続態様を決定するように構成されてもよい。この場合、Ｃ
ＰＵ１６８２は、バスコントローラ１６８６に対し、外部データバス１６８５のいずれの
サブデータバスグループを利用するかを示す情報を併せて送出する。
【０４２１】
なお上述の説明において、プロセッサ１６８４は、たとえば画像データを処理しており、
１画素データがたとえば８ビットと１つのサブデータバスのビット幅に等しい場合を想定
している。逆に、プロセッサ１６８４が同様の演算処理を行なっており、このプロセッサ
１６８４がバスコントローラ１６８６に対し、外部バスのうちの使用すべきサブデータバ
スを示す情報を与え、変換演算部１６７０に内部データバスと外部データバスとの接続態
様を決定する情報を与えるように構成してもよい。
【０４２２】
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図７８は、図７７に示す変換演算部の構成の一例を概略的に示す図である。図７７におい
て、変換演算部１６７０は、ＣＰＵ、プロセッサまたはバスコントローラから与えられる
命令に従って、内部データバスと外部データバスとの変換態様を決定する変換決定部１６
９０と、内部データバスＩＯａ０～ＩＯａ７およびＩＯｂ０～ＩＯｂ７に対応して設けら
れ、演算決定部１６９０からの選択指示信号ＳＳ０に従って、これらの内部データバスＩ
Ｏａ０～ＩＯａ７およびＩＯｂ０～ＩＯｂ７のうちの一方を選択する選択回路ＢＳＥＬ０
と、変換決定部１６９０からの選択制御信号ＳＳ１に応答して、内部データバスＩＯａ８
～ＩＯａ１５およびＩＯｂ８～ＩＯｂ１５の一方を選択する選択回路ＢＳＥＬ１と、変換
決定部１６９０からの選択制御信号ＳＳ２に応答して、内部データバスＩＯａ１６～ＩＯ
ａ２３と内部データバスＩＯｂ１６～ＩＯｂ２３の一方を選択する選択回路ＢＳＥＬ２と
、変換決定部１６９０からの選択制御信号ＳＳ３に従って、内部データバスＩＯａ２４～
ＩＯａ３１と内部データバスＩＯｂ２４～ＩＯｂ３１の一方を選択する選択回路ＢＳＥＬ
３を含む。選択回路ＢＳＥＬ０～ＢＳＥＬ３と外部データバスＥＤＢ０～ＥＤＢ３の間に
は、入出力回路１６９２－０～１６９２－３が設けられる。
【０４２３】
演算決定部１６９０は、与えられた命令（ＣＰＵ、プロセッサまたはバスコントローラ）
に含まれる使用バス幅およびバス位置情報に従って、選択制御信号ＳＳ０～ＳＳ３の論理
状態を決定する。たとえば、ＣＰＵ１６８２が、半導体記憶装置のバンク♯Ａを利用し、
プロセッサ１６８４が、この半導体記憶装置１６８０のバンク♯Ｂを使用する構成を考え
る。ＣＰＵがその命令により、外部データバス１６８５のサブデータバスＥＤＢ０～ＥＤ
Ｂ３のいずれを使用するかを示す情報を変換決定部１６９０へ与える。変換決定部１６９
０はこの与えられた命令に含まれるビット幅情報およびビット位置情報をデコードし、選
択制御信号ＳＳ０～ＳＳ３の論理状態を設定する。
【０４２４】
たとえばＣＰＵ１６８２が、外部データバス１６８５のサブデータバスＥＤＢ０～ＥＤＢ
３をすべて使用する場合には、選択制御信号ＳＳ０～ＳＳ３は、すべてＨレベルとされる
。この状態において、ＣＰＵ１６８２のみが半導体記憶装置１６８０へアクセスすること
ができ、外部データバス１６８５は、ＣＰＵ１６８２により占有される。ＣＰＵ１６８２
が、この外部データバス１６８５のサブデータバスＥＤＢ０～ＥＤＢ２のみを使用する場
合、この情報が変換演算部に含まれる変換決定部１６９０へ与えられ、変換決定部１６９
０は、選択制御信号ＳＳ０、ＳＳ１およびＳＳ２をＨレベルとし、選択制御信号ＳＳ３は
Ｌレベルとする。これにより、外部のサブデータバスＥＤＢ３は、バンク♯Ｂに接続され
、プロセッサ１６８４がこのサブデータバスＥＤＢ３を介して半導体記憶装置１６８０に
含まれるバンク♯Ｂにアクセスすることができる。
【０４２５】
なおこの図７８に示す構成において、選択回路ＢＳＥＬ０～ＢＳＥＬ３は、それぞれ択一
的に対応の入出力回路と内部データバスとを接続している。入出力回路を対応の内部サブ
データバスへ両方同時に接続する構成を付加すれば、同じデータを、バンク♯Ａおよびバ
ンク♯Ｂへ同時に書込むことができ、コピー操作を容易に実現することができる。
【０４２６】
まず、逆に、１つの内部サブデータバスを複数の入出力回路へ同時に接続する構成を用い
れば、ＣＰＵ１６８２およびプロセッサ１６８４へ同一データを転送することができる。
【０４２７】
なお、この実施の形態１１においては、バンク♯Ａおよびバンク♯Ｂ２つのバンクのみを
対象としている。この場合、先の図６０に示すような半導体記憶装置において、最上位の
バンクに対して上述のような構成が用いられてもよい。
【０４２８】
以上のように、この発明の実施の形態１１に従えば、内部データバスと外部データバスと
の接続態様を変更を行なうようにしているため、高速・高効率のデータ転送が可能となる
。
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【０４２９】
［変更例］
図７９は、この発明の実施の形態１１の変更例の半導体記憶装置の構成を概略的に示す図
である。図７９において、半導体記憶装置６９９は、複数のアレイブロックを含むメモリ
アレイ７００と、このメモリアレイ７００に結合される内部データバスＩＯと外部データ
バスＥＸＤＢとの接続態様を決定する演算回路７０４と、この演算回路７０４の接続態様
を決定する演算プログラミング回路７０２を含む。この図７９においては、データ入出力
バッファは図面を簡略化するために示していない。演算回路７０４と外部データバスＥＸ
ＤＢの間にデータ入出力バッファ（入出力回路）が設けられてもよく、またデータ入出力
バッファ（入出力回路）と外部データバスＥＸＤＢとの間に演算回路７０４が設けられて
もよい。
【０４３０】
メモリアレイ７００に含まれるアレイブロックは、通常の半導体記憶装置と同様、互いに
その活性／非活性が依存する構成であってもよく、また先の実施の形態と同様、これらの
アレイブロックは互いに独立に活性／非活性化を行なうバンク構成であってもよい。通常
のアレイブロックの構成の場合（非バンク構成の場合）、複数のアレイブロックが選択状
態とされ、これらの選択状態とされたアレイブロックの所定数のビットのメモリセルが内
部データバスＩＯに結合される。アレイブロックがバンク構成の場合、選択バンクの選択
メモリセルが内部データバスＩＯに結合される。選択メモリセルが複数のアレイブロック
にわたるか（ノンバンク構成の場合）または１つのアレイブロック内に存在する（バンク
構成）場合のみがあり、１ワードのデータビットの分布（物理的位置）が異なるだけであ
り、実質的な差は存在しない。以下では、この両者の構成を含めて説明する。
【０４３１】
演算回路７０４は、この内部データバスＩＯと外部データバスＥＸＤＢのバス線の接続態
様を決定する。通常動作時においては、図８０に示すように、内部データバスＩＯに含ま
れるすべてのバス線ＩＢＬと外部データバスＥＸＤＢのバス線ＥＢＬが１対１対応でそれ
ぞれすべて予め定められた態様で結合される。したがってこの状態において、外部データ
バスＥＸＤＢのすべてのバス線ＥＢＬを用いてデータの転送が行なわれる。このデータ転
送時においては、１つのＣＰＵまたは機能モジュール（または処理装置）が外部データバ
スＥＸＤＢを占有する。
【０４３２】
図８１は、内部データバスＩＯと外部データバスＥＸＤＢとの第１の変換接続態様を示す
図である。図８１に示す接続においては、内部データバスＩＯは、各々が８本の内部デー
タバス線ＩＢＬを含む２つのサブデータバスＩＤＢｉおよびＩＤＢｊに分割される。外部
データバスＥＸＤＢも同様、各々が８ビットの外部データバス線ＥＢＬを含むサブデータ
バスＥＤＢｉおよびＥＤＢｊに分割される。サブデータバスＩＤＢｉおよびＥＤＢｉのみ
が相互に接続される。サブデータバスＩＤＢｊおよびＥＤＢｊは互いに分離される。この
状態においては、外部データバスＥＸＤＢのサブデータバスＥＤＢｉのみを用いて半導体
記憶装置とのデータの転送が行なわれる。サブデータバスＥＤＢｊは空き状態である。し
たがって、別のプロセッサまたは機能モジュールは、この空き状態のサブデータバスＥＤ
Ｂｊを用いてプロセッサ間またはプロセッサ／機能モジュール間でデータ転送を行なうこ
とができる。
【０４３３】
図８２は、内部データバスＩＯと外部データバスＥＸＤＢとの第２の変換接続態様を示す
図である。この図８２に示す接続においては、内部データバスＩＯのサブデータバスＩＤ
Ｂｉが、外部データバスＥＸＤＢのサブデータバスＥＤＢｊに接続され、バイト位置が変
換される。内部データバスＩＯのサブデータバスＩＤＢｊは、利用されていない。外部デ
ータバスＥＸＤＢのサブデータバスＥＤＢｉは、半導体記憶装置のアクセスには用いられ
ない。したがって、外部のＣＰＵまたはプロセッサまたは機能モジュール間で、データ転
送をこの空き状態のサブデータバスＥＤＢｉを用いて行なうことができ、常時外部データ
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バスＥＸＤＢのすべてのバス線ＥＢＬを使用状態とすることができ、データ転送効率が改
善される。
【０４３４】
なお、図８１および図８２において、内部データバスＩＯのサブデータバスＩＤＢｊが分
離状態とされている場合、選択アレイブロックにおける対応のメモリセルが選択状態とさ
れている。この場合、外部からのデータのこれらのサブデータバスＩＤＢｊに対応するメ
モリセルへの書込は行なわれないため、単にこれらの選択メモリセルに対しては、リフレ
ッシュ動作が行なわれるだけである。
【０４３５】
この図８２に示すバス変換構成の場合、この半導体記憶装置へアクセスする外部のＣＰＵ
が、８ビット情報を利用する場合、その８ビット情報を内部に含まれる下位バイトレジス
タへ格納することができる。したがって、ＣＰＵは、たとえばバイトハイイネーブル信号
を用いて、半導体記憶装置の上位バイト（サブデータバスＩＤＢｉに対応）を外部データ
バスＥＸＤＢのサブデータバスＥＤＢｉを介して読出し、そのサブデータバスＥＤＢｉを
介して与えられたデータを、内部で下位バイトレジスタへ変換する処理操作は不要となり
、このバイト位置変換のためのバイトスワップ操作が簡略化され、この必要とされるデー
タを所定の位置に即座に格納することにより、ＣＰＵの処理効率が改善される。
図８３は、内部データバスＩＯと外部データバスＥＸＤＢとの第３の変換接続態様を示す
図である。この図８３に示す接続において、内部データバスＩＯのサブデータバスＩＤＢ
ｊが、外部データバスＥＸＤＢのサブデータバスＥＤＢｉおよびＥＤＢｊに接続される。
サブデータバスＩＤＢｊ上に読出されたデータは、外部データバスＥＸＤＢのサブデータ
バスＥＤＢｉおよびＥＤＢｊに同時に伝達される。サブデータバスＥＤＢｉが８ビットＣ
ＰＵ♯Ａに結合され、サブデータバスＥＤＢｊが８ビットＣＰＵ♯Ｂに結合される。内部
データバスＩＯのサブデータバスＩＤＢｊに読出されたデータは、したがってＣＰＵ♯Ａ
およびＣＰＵ♯Ｂに同時に伝達される。バス変換機能が設けられていない場合、このＣＰ
Ｕ♯ＡおよびＣＰＵ♯Ｂが同時に同じデータを利用する場合、外部データバスＥＸＤＢの
サブデータバスＥＤＢｊに結合されるＣＰＵ♯Ｂがデータを読出し、次いでバッファメモ
リに格納した後、ＣＰＵ♯Ａがこの外部に設けられたバッファメモリへアクセスして必要
とされるデータを読出す。したがって、この場合、ＣＰＵ♯ＡおよびＣＰＵ♯Ｂに同じデ
ータを伝達するための構成が複雑となり、またそのデータ転送のための時間も長くなる。
この図８３に示すように、半導体記憶装置内部において、バス接続変換機能を設けておく
ことにより、高速で同一データを、ＣＰＵ♯ＡおよびＣＰＵ♯Ｂに転送することができ、
高速データ処理が可能となるとともに、外部データバスＥＸＤＢのバス線ＥＢＬをすべて
使用状態とすることがき、バス利用効率が改善される。
【０４３６】
図８４は、内部データバスＩＯと外部データバスＥＸＤＢとの第４の変換接続態様を示す
図である。図８４においては、外部データバスＥＸＤＢのサブデータバスＥＤＢｊが、内
部データバスＩＯのサブデータバスＩＤＢｉおよびＩＤＢｊにそれぞれ結合される。した
がって、このサブデータバスＥＤＢｊ上に転送されるデータがサブデータバスＩＤＢｉお
よびＩＤＢｊに同時に転送される。それにより、メモリアレイにおいて、２つの領域（サ
ブデータバスＩＤＢｉおよびＩＤＢｊそれぞれに対応する領域）に同じデータが格納され
る。これにより、格納データの信頼性のためのバックアップデータを１度の書込シーケン
スでメモリ内の別の領域に格納することができる。サブデータバスＥＤＢｉはこの書込動
作時において、半導体記憶装置へのアクセスには利用されないため、他のプロセッサ／機
能モジュール間でのデータ転送に利用される。
【０４３７】
図８５は、内部データバスＩＯと外部データバスＥＸＤＢとの第５の変換接続態様を示す
図である。図８５において、内部データバスＩＯのサブデータバスＩＤＢｉおよびＩＤＢ
ｊが、外部データバスＥＸＤＢのサブデータバスＥＤＢｊおよびＥＤＢｉにそれぞれ接続
される。バイト位置が交換される。この場合、内部データバスＩＯおよび外部データバス
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ＥＸＤＢを先の図８０に示すように通常の接続態様でデータを半導体記憶装置内部に格納
し、各サブデータバス単位でパリティを生成する。読出時において、通常の接続態様（図
８０参照）でデータを読出し、外部において、各サブデータバスＥＤＢｉおよびＥＤＢｊ
それぞれでパリティを生成してエラーチェック／訂正を行なう。次いで、この図８５に示
すバイトスワップ接続を行ない、再び外部データバスＥＤＢｉおよびＥＤＢｊそれぞれの
データについてパリティチェック／訂正を行なう。通常接続時およびバイトスワップ接続
時において、パリティが一致していれば、この読出データは正確であると判定される。こ
のバイトスワップ接続構成は、先の図８４に示す二重書込を利用することができる。すな
わち、二重書込されたデータが、バイトスワップ時においても、同じパリティを生成する
か否かを識別することにより、この二重書込されたバックアップデータの信頼性がより保
証され、システム性能が改善される。
【０４３８】
図８６は、図７９に示す半導体記憶装置を利用する処理システムの構成の一例を示す図で
ある。図８６において、半導体記憶装置６９９は、外部データバスＥＸＤＢを介してマイ
クロプロセッサＭＰＵに結合され、サブデータバスＥＤＢｉを介してＣＰＵ♯Ａに結合さ
れ、またサブデータバスＥＤＢｊを介してＣＰＵ♯Ｂに結合される。ＭＰＵはサブデータ
バスＥＤＢｊおよびＥＤＢｉ両者を用いて半導体記憶装置６９９にアクセスすることがで
きる。ＭＰＵ、ＣＰＵ♯ＡおよびＣＰＵ♯Ｂに共通に、制御バス７０９を介してバスコン
トローラ６９５が接続される。このバスコントローラ６９５は、外部データバスＥＸＤＢ
のアクセス状況を常時監視し、制御バス７０９を介して与えられるアクセス要求信号に従
ってバスＥＸＤＢの使用状況に応じてバス使用可能情報をアクセス要求したプロセッサ（
ＭＰＵ、ＣＰＵ♯ＡまたはＣＰＵ♯Ｂ）へ返送する。この図８１ないし図８５に示す内部
バス変換接続制御機能を半導体記憶装置６９９が備えている。バス接続機能は、ＭＰＵ、
ＣＰＵ♯ＡおよびＣＰＵ♯Ｂからの命令に従って半導体記憶装置６９９内部に設けられる
変換演算部でバス接続態様が決定されてもよい。また、これ代えてバスコントローラ６９
５の制御のもとに、使用バス情報が半導体記憶装置６９９の変換演算部へ与えられ（この
経路は示さず）、バス接続制御が行なわれてもよい。
【０４３９】
この図８６に示すように、ＣＰＵ♯ＡおよびＣＰＵ♯Ｂがそれぞれ異なるサブデータバス
ＥＤＢｉおよびＥＤＢｊを利用する場合においても、図８１に示すバス接続を利用するこ
とにより、これらのＣＰＵ♯Ａおよび♯Ｂが同じアレイブロックへアクセスすることがで
きる。また、図８３に示すバス接続を利用することにより、このＣＰＵ♯ＡおよびＣＰＵ
♯Ｂは、半導体記憶装置６９９から同じデータを同時に受けることができる。ＭＰＵは、
この外部データバスＥＸＤＢの使用状況に応じて、たとえばＣＰＵ♯Ａがサブデータバス
ＥＤＢｉを用いて半導体記憶装置６９９とデータ転送を行なっている場合、ＣＰＵ♯Ｂと
サブデータバスＥＤＢｊを介してデータ転送を並列に実行することができる。これにより
、バス使用効率が改善され、また異なる処理を行なうプロセッサが並列に外部データバス
ＥＸＤＢを利用することができ、データ転送効率が改善される。
【０４４０】
図８７は、図７９に示す演算回路７０４の具体的構成の一例を示す図である。図８７にお
いては、サブデータバス単位での構成が示される。したがって各回路は、複数ビットを同
時に転送する。
【０４４１】
図８７において、演算回路７０４は、演算プログラミング回路７０２からの接続制御信号
ＳＳＢ０に応答して導通し、内部サブデータバスＩＢＬｉを外部のサブデータバスＥＤＢ
ｉに選択的に接続する選択回路ＳＥＬ♯０と、演算プログラミング回路７０２からの接続
制御信号ＳＳＢ１に応答して導通し、内部サブデータバスＩＢＬｊを外部のサブデータバ
スＥＤＢｉに接続する選択回路ＳＥＬ♯１と、演算プログラミング回路７０２からの接続
制御信号ＳＳＢ２に応答して導通し、サブデータバスＩＢＬｊを外部のサブデータバスＥ
ＤＢｉに接続する選択回路ＳＥＬ♯２と、演算プログラミング回路７０２からの接続制御
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信号ＳＳＢ３に応答して導通し、サブデータバスＩＢＬｉを外部のサブデータバスＥＤＢ
ｉに接続する選択回路ＳＥＬ♯３を含む。
【０４４２】
演算プログラミング回路７０２は、各プロセッサ（ＭＰＵ，ＣＰＵまたはバスコントロー
ラ）からの命令を受ける。これらの命令が使用バスおよびデータ転送モード（図８０ない
し図８５に示すいずれかのデータ転送動作）を示す情報を含み、演算プログラミング回路
７０２はこの命令をデコードし、必要とされるバス接続が実現されるようにこの接続制御
信号ＳＳＢ０～ＳＳＢ３を選択的に活性／非活性状態とする。この演算プログラミング回
路７０２は、通常の命令デコーダの構成を備えていればよい。
【０４４３】
［変更例］
図８８（Ａ）および（Ｂ）は、この発明の実施の形態１１の変更例の構成を示す図である
。図８８（Ａ）において、半導体記憶装置７５０は、互いに独立にアクセス可能な複数の
モジュール（チップ）ＭＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３と、これらのモジュールＭＯＤ♯０～ＭＯ
Ｄ♯３それぞれと内部データバスＩＯａ，ＩＯｂ，ＩＯｃおよびＩＯｄを介して接続され
るバス変換演算部７５５を含む。このバス変換演算部７５５は、図示しないデータ入力バ
ッファを介して外部データバスＥＸＤＢと接続される。この図８８（Ａ）に示す構成にお
いては、モジュールＭＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３の各々は、先の図７９または図７５に示す構
成を備える。これらのモジュールＭＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３はバンクを構成し互いに独立に
アクセス可能である。これらのモジュールＭＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３は当然、先の図７９お
よび図７５と同様、内部がバンク構成であってもよく、また通常のノンバンクのアレイブ
ロック構成であってもよい。バス変換演算部７５５は、先の図７５に示す構成と同様、与
えられた命令に従って、モジュールＭＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３それぞれに対応して設けられ
る内部データバスＩＯａ～ＩＯｄを選択的に外部データバスＥＸＤＢに結合する。したが
って、たとえばモジュールＭＯＤ♯０が内部データバスＩＯａの所定数のデータバス線を
用いて外部データバスＥＸＤＢの部分的なサブデータバスとデータの授受を行なう場合、
他のモジュールが残りのサブデータバスを用いてデータ転送を行なうことができる。
【０４４４】
図８８（Ｂ）は、半導体記憶装置７５０の他の構成を示す図である。この図８８（Ｂ）に
おいても、複数のメモリモジュールＭＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３が配置される。モジュールＭ
ＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３各々は共通内部データバスＣＩＯを介してバス変換演算部７５５に
結合される。バス変換部７５５は、この共通内部データバスＣＩＯに含まれる内部データ
バス線（サブデータバス）を選択的に外部データバスＥＸＤＢに結合する。この図８８（
Ｂ）に示すバス変換演算部７５５は、したがって図７９に示す演算回路７０４と同様のバ
ス変換操作を行なう。したがって、この場合、図７９に示すメモリアレイの選択アレイブ
ロックをそれぞれメモリモジュールＭＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３に対応させることに、同様の
アドレスバス変換操作が実現される。
【０４４５】
この図８８（Ａ）に示す構成および図８８（Ｂ）に示す構成両者を組合せてもよい。また
メモリモジュールＭＯＤ♯０～ＭＯＤ♯３の各々は、さらにこの図７４から図７９に示す
構成を備えていてもよい。これらの組合せにより、階層的なバス変換操作を行なうことが
でき、データ転送をより柔軟に実現することができる。
【０４４６】
図８９（Ａ）は、半導体記憶装置がバンク構成のアレイブロックを備える場合の、内部デ
ータバスの選択的接続態様を実現するための構成を示す図である。図８９（Ａ）において
、２つのアレイブロックＬＢ♯ｉおよびＬＢ♯ａを示す。アレイブロックＬＢ♯ｉに対し
、下位バイトデータを転送するための下位ローカルＩＯバスＬＩＯＬと、上位バイトデー
タを転送するための上位ローカルＩＯバスＬＩＯＨが配置される。これらのローカルＩＯ
バスＬＩＯＨおよびＬＩＯＬは、アレイブロックＬＢ♯ｉの選択ワード線ＷＬに接続され
るメモリセルＭＣと同時にデータの授受を行なう。このローカルＩＯバスＬＩＯＨおよび
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ＬＩＯＬは、アレイブロックＬＢ♯ｉに対してのみ設けられている。隣接アレイブロック
ＬＢ♯ｊは、また図示しないローカルＩＯバスとデータの授受を行なう。
【０４４７】
このローカルＩＯバスＬＩＯＨおよびＬＩＯＬは、バンク選択ゲートＢＳＧＨおよびＢＳ
ＧＬを介して内部データバスを構成するグローバルＩＯバスＧＩＯＨおよびＧＩＯＬにそ
れぞれ接続される。グローバルＩＯバスＧＩＯＨは、上位バイトデータを転送し、グロー
バルＩＯバスＧＩＯＬは下位バイトデータを転送する（通常動作モード時）。
【０４４８】
このバンク選択ゲートＢＳＧＨおよびＢＳＧＬは、それぞれバンク／バイト選択信号ＢＡ
ＨａおよびＢＡＬａに応答して導通する。このバンク選択／バイト指示信号ＢＡＨａは、
バンク、すなわちアレイブロック指定情報および上位バイト（通常動作モード時）のバス
使用を示す情報両者を含む。バンク／バイト指定信号ＢＡＬａは、バンク指定信号および
下位バイト（通常動作モード時）データバス使用情報両者を含む。このバンク指定／バイ
ト指定信号ＢＡＨａおよびＢＡＬａは、後に構成は説明するが、バンクアドレス信号のデ
コード結果と、プロセサから与えられるバス使用情報のデコード結果とに基づいて生成さ
れる。この図８９（Ａ）に示すようにアレイブロックそれぞれに設けられるローカルＩＯ
バスと、複数のアレイブロックに共通に設けられるグローバルＩＯバスとの接続のための
バンク選択スイッチＢＳＧＨおよびＢＳＧＬの導通制御信号にバンク指定情報およびバス
使用情報両者を含めることにより半導体記憶装置内部で、接続態様切替時においても、正
確に必要とされるメモリセルへの動作モードに応じたアクセスを実現することができる。
【０４４９】
図８９（Ｂ）は、図８９（Ａ）に示すバンク／バイト指定信号発生部の構成を示す図であ
る。図８９（Ｂ）においては、ブロックデコーダＢＤがバンクアドレスと命令デコーダか
ら与えられる上位バイト／下位バイト使用情報Ｈ／Ｌを受けて、バンク／バイト指定情報
ＢＡＨａおよびＢＡＬａを生成する。このブロックデコーダＢＤは、各アレイブロックそ
れぞれに対応して設けられていてもよく、また複数のアレイブロックに共通に設けられ、
選択アレイブロックに対してのみこのバンク／バイト指定情報ＢＡＨａおよびＢＡＬａが
伝達される構成が用いられてもよい。ブロックデコーダＢＤへ与えられるバンクアドレス
は、先のアドレス変換を行なう構成の場合、変換後のバンクアドレス（メモリブロック指
定アドレス）である。
【０４５０】
以上のように、この発明の実施の形態１１に従えば、内部データバスと外部データバスと
の間の接続態様を選択的に実現するように構成したために、外部データバスをすべてバス
から常時使用してデータ転送を行なうことができ、効率的なデータ転送を実現することが
できる。また、内部データバスをそれぞれ複数のアレイブロック対応に設け、これらのア
レイブロック対応の内部データバスを選択的に外部データバスに接続することにより、デ
ータのコピー操作および同一データの複数プロセッサへの転送などを容易に実現すること
ができる。
【０４５１】
［実施の形態１２］
図９０（Ａ）は、この発明の実施の形態１２が適用される処理システムの構成の一例を示
す図である。図９０（Ａ）においては、表示装置の表示画面ＤＰＬ上の、画素ＰＸが水平
方向に配置される走査線ＨＬ０～ＨＬｎを示す。この水平方向に従って配列される画素Ｐ
Ｘが順次アクセスされた後、次の走査線上の画素がアクセスされるいわゆるラスタスキャ
ン方式で画素ＰＸが順次アクセスされる（画像データ書込時および読出時いずれにおいて
も）。この表示画面ＤＰＬ上の走査線ＨＬ０～ＨＬｎの走査時、インターレース方式の場
合には、１本おきの走査線（たとえば偶数番号の走査線）が順次アクセスされ、次いで残
りの走査線（たとえば奇数番号の走査線）が順次アクセスされる。ノンインターレース方
式の場合には、この表示画面ＤＰＬ上の走査線ＨＬ０～ＨＬｎが順次アクセスされる。ノ
ンインターレース方式の場合には、画素データはフレーム単位で与えられ、インターレー
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ス方式の場合には、フィールド単位で与えられる。すなわち、奇数フィールドの走査線が
すべて与えられた後に偶数フィールドの走査線の画素データが与えられる。
【０４５２】
画像データは大量の画像データである（通常、表示画面ＤＰＬには、現在、動画像処理に
用いられているＭＰＥＧ規格において７２０列・５２０行の画素ＰＸが配置される）。画
素ＰＸは、通常４ビットで構成される。これらのデータは、所定の順序で順次高速にアク
セスされる。通常、このような画像データを格納する場合、走査線ＨＬを１つのページ（
ワード線）に対応させることが行なわれる。ページモードアクセスを用いて画素データＰ
Ｘを順次アクセスすることができるためである。同一バンク（アレイブロック）内のペー
ジが連続してアクセスされる場合、このアレイブロックはページ変更時一旦選択ワード線
を非選択状態に駆動してから次の新しいページに対するワード線を選択状態へ駆動する必
要がある。半導体記憶装置はダイナミック・ランダム・アクセス・メモリを利用しており
、選択ワード線のデータはセンスアンプＳＡにラッチされているため、次のページ選択時
においては、このセンスアンプにラッチされたデータを一旦プリチャージ状態にリセット
する必要があるためである。このため、同一アレイブロック内でページ変更を行なった場
合、アクセス時間が増加する。
【０４５３】
そこで、図９０（Ｂ）に示すように、本実施の形態１２においては、この順次アクセスさ
れる走査線に対応するページ（ワード線）は互いに異なる最下位バンクに対応するアレイ
バンクに含まれるようにアドレス変換を行なう。図９０（Ｂ）において、アレイバンク（
最下位バンク）ＡＢ♯１～ＡＢ♯４が画像データ格納領域として利用され、このアレイバ
ンクＡＢ♯１～ＡＢ♯４が順次アクセスされる。これらのアレイバンクＡＢ♯１～ＡＢ♯
４は、バンク構成を備えており、互いに独立に活性／非活性化を行なうことができる。し
たがって、アレイバンクＡＢ♯１におけるデータがアクセスされている間に、次のアレイ
バンクＡＢ♯２のページ（ワード線）を選択状態とすることができる。したがってページ
変更は、アレイブロック変更であり、ＲＡＳプリチャージ時間ｔＲＰは不要となり、高速
アクセスが可能となる。
【０４５４】
図９１は、この発明の実施の形態１２に従う半導体記憶装置の要部の構成を概略的に示す
図である。図９１において、アレイブロック（最下位バンク）ＡＢ♯１～ＡＢ♯６と、こ
れらのアレイバンクＡＢ♯１～ＡＢ♯６それぞれに対応して設けられるワード線活性化回
路ＷＡＣＡ～ＷＡＣＦを代表的に示す。
【０４５５】
ワード線活性化回路ＷＡＣＡ～ＷＡＣＦ各々は、ワード線活性化信号（最下位バンク指定
情報を含む）φＲＡＳに応答して活性化される。このワード線活性化回路ＷＡＣＡ～ＷＡ
ＣＦは、またアドレスバッファ回路を介して与えられるワード線選択アドレス（ページア
ドレス）をデコードし、このデコード結果に従って対応のワード線（ページ）を選択状態
へ駆動する信号を発生する。この選択ワード線（ページ）を選択状態へ駆動するために、
アレイバンクＡＢ♯１～ＡＢ♯６それぞれに対応してワード線ドライバＷＤＡ、ＷＤＢ、
ＷＤＣ…が設けられる。図９１において、各アレイバンクＡＢ♯１～ＡＢ♯３それぞれに
対してワード線ＷＬＡ，ＷＬＢ，ＷＬＣを選択状態へ駆動するワード線ドライバＷＤＡ，
ＷＤＢ，ＷＤＣのみを代表的に示す。これらのアレイバンクＡＢ♯１～ＡＢ♯６それぞれ
に対応して、センスアンプを活性状態へ駆動するセンスアンプドライバＳＤＡ，ＳＤＢ，
ＳＤＣ，…が設けられる。これらのセンスアンプ帯♯Ａ，♯Ｂ，♯Ｃ，…は、対応のセン
スアンプドライバＳＤＡ，ＳＤＢ，ＳＤＣ，…から与えられるセンスアンプ活性化信号Ｓ
ＡＡ，ＳＡＢ，ＳＡＣ，…に応答して活性状態とされる。
【０４５６】
この図９１に示す構成において、ワード線ＷＬＡ，ＷＬＢ，ＷＬＣは、図９０（Ａ）に示
す順次連続的にアクセスされる走査線に対応する（ノンインターレース方式およびインタ
ーレース方式において走査線とワード線との対応関係は異なっても同じでもよい）。この
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場合、ワード線ＷＬＡ，ＷＬＢ，ＷＬＣは、外部からのＣＰＵからの与えられるアドレス
は、連続的に変化するページアドレスである。半導体記憶装置内部において、この連続的
に与えられるＣＰＵページアドレスは、それぞれ異なるバンクの同じページ（ワード線）
アドレスへ変換する。これにより、連続的にアクセスされる走査線に対応するページ（ワ
ード線）を互いに異なるバンクにおいて非同期的に選択状態へ駆動することができる。
【０４５７】
図９２は、この図９１に示す半導体記憶装置のデータ読出動作を示す図である。以下、こ
の図９１および図９２を参照してデータ読出動作について説明する。まずアレイバンクＡ
Ｂ♯１が指定され、ワード線活性化回路ＷＡＣＡが活性状態とされ、ワードドライバＷＤ
Ａを介してワード線ＷＬＡが選択状態とされる。これにより、センスアンプ帯♯Ａのセン
スノード（ビット線に接続されるノード）の電位が中間電位のプリチャージ状態から変化
する。ついでセンスドライバＳＤＡからのセンスアンプ活性化信号ＳＡが活性状態とされ
、このセンスアンプ帯♯Ａの各センスノードの電位が選択メモリセルのデータに応じて変
化しかつラッチされる。次いで、所定の期間が経過すると、ページモードのコラムアクセ
スが行なわれ、このワード線ＷＬＡ上に接続されるメモリセルのデータＱＡ１，ＱＡ２，
ＱＡ３，ＱＡ４が順次読出される。
【０４５８】
このワード線ＷＬＡ上のメモリセルのデータＱＡ１～ＱＡ４の読出動作と並行して、アレ
イバンクＡＢ♯２が指定され、このアレイバンクＡＢ♯２に含まれるワード線ＷＬＢがワ
ード線活性化回路ＷＡＣＢを介して選択されてワードドライバＷＤＢにより選択状態へ駆
動される。このワード線ＷＬＢの選択状態への駆動およびセンスアンプ帯ＳＡＢの活性化
により、センスアンプ帯♯Ｂのセンスノードの電位がプリチャージ状態から変化し、メモ
リセルデータをラッチする。この状態で、アレイブロックＡＢ♯１のワード線ＷＬＡ上の
必要なメモリセルのデータがすべて読出されるまで待機する。次いで、ワード線ＷＬＡ上
のメモリセルデータのうち必要なデータがすべて読出されると、アレイブロックＡＢ♯２
に対するページモードでのコラムアクセスが開始され、データＱＡ４に続いて、ワード線
ＷＬＢ上のメモリセルのデータＱＢ１，ＱＢ２，…ＱＢ５が順次読出される。
【０４５９】
このアレイブロックＡＢ♯１のワード線ＷＬＡおよびアレイブロックＡＢ♯２のワード線
ＷＬＢを互いに非同期的に選択状態へ駆動することにより、ＲＡＳプリチャージ時間およ
びＲＡＳアクセス時間ｔＲＡＣの待ち時間を必要とすることなく、連続的にワード線ＷＬ
Ａ上のデータからワード線ＷＬＢ上のデータを読出すページ変更を行なうことができる。
【０４６０】
このアレイバンクＡＢ♯１、ＡＢ♯２、ＡＢ♯３…それぞれにおいて、順次ワード線ＷＬ
Ａ，ＷＬＢ，ＷＬＣを、互いに選択状態が重なる期間を有するように選択状態へ駆動する
動作を、「非同期動作」と称す。このように、アレイブロックが互いに独立に選択状態へ
駆動することのできる場合、各アレイブロックを非同期的に選択状態へ駆動し、ページ変
更が必要となる前に、必要とされるワード線を選択状態へ駆動してセンスアンプでメモリ
セルデータをラッチしておくことにより、高速でメモリセルデータを読出すことができる
。特に、連続的にアクセスされるページを異なるバンク（アレイブロック）に分散的に配
置させることにより、このアレイブロックの非同期動作を利用して、高速でデータの読出
を行なうことができる。
【０４６１】
図９３は、この半導体記憶装置へ与えられるアドレスの構成を示す図である。図９３に示
すように、プロセッサ（ＣＰＵ）から与えられるアドレスはバンクを特定するバンクアド
レス、バンク内のページ（ワード線）を指定するページアドレス、およびこのページ上の
コラム（列）を指定するコラムアドレスを含む。バンクアドレスは、図６１に示す構成に
おいては、最上位バンクから最下位バンクすべてを指定するアドレスを含む。ページアド
レスは、したがってこの最下位バンク（アレイブロック）内のワード線を指定する。コラ
ムアドレスが指定する列の数は、この１つのアレイブロックから並列に読出されるデータ
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ビットの数に応じて決定される。
【０４６２】
図９４は、アドレス変換部の構成を概略的に示す図である。図９４において、アドレス変
換部は、ページアドレスを入力する入力バッファ７６０と、バンクアドレス信号を入力す
る入力バッファ７６１と、入力バッファ７６０から与えられるページアドレス信号の変化
を検出するＡＴＤ回路７６２と、命令デコーダ７６３の制御のもとに活性化され、入力バ
ッファ７６１から与えられる下位バンクアドレスビットＢＡＤＬを初期値としてプリセッ
トし、かつＡＴＤ回路７６２からのアドレス変化検出信号に従ってカウント動作を行なう
プリセットカウンタ７６４と、命令デコーダ７６３の制御のもとに活性化され、入力バッ
ファ７６０から与えられるページアドレスの下位ビットＰＡＤＬを初期値としてセットし
、かつプリセットカウンタ７６４からのカウントアップ信号ＣＵＰに応答してカウント動
作を行なうプリセットカウンタ７６５と、命令デコーダ７６３の制御のもとに、プリセッ
トカウンタ７６４の出力するカウント値および入力バッファ７６１から与えられる下位バ
ンクアドレス信号ビットＢＡＤＬの一方を選択するセレクタ７６６と、命令デコーダ７６
３の制御のもとにプリセットカウンタ７６５の出力するカウント値および入力バッファ７
６０から与えられる下位ページアドレス信号ビットＰＡＤＬの一方を選択するセレクタ７
６７を含む。
【０４６３】
命令デコーダ７６３は、プロセッサ（ＣＰＵ）から与えられる命令（大量のデータを連続
してアクセスすることを示す命令）が与えられると、セレクタ７６６および７６７をそれ
ぞれカウンタ７６４および７６５の出力するカウント値を選択する状態に設定する。また
、命令デコーダ７６３は、この大量データ連続アクセス命令が与えられると、カウンタ７
６４および７６５に、入力バッファ７６１および７６０から与えられるアドレス信号ビッ
トＢＡＤＬおよびＰＡＤＬをそれぞれ初期値としてセットさせると同時に、カウンタ７６
０および７６５を活性状態とする。
【０４６４】
ＡＴＤ回路７６２は、入力バッファ７６０から与えられる上位ページアドレス信号ビット
ＰＡＤＵおよび下位ページアドレス信号ビットＰＡＤＬの変化を検出し、この変化検出信
号をプリセットカウンタ７６４へ与える。この命令デコーダ７６３は、連続データアクセ
ス時において、最初のバンクアドレス信号およびページアドレス信号が与えられて、次の
バンクアドレスおよびページアドレスが与えられる前に、カウンタ７６４および７６５お
よびセレクタ７６０および７６７を所定の状態にセットするように構成されてもよい。ま
たこれに代えて、命令デコーダ７６３は、大量データアクセス時において、最初のページ
アドレスおよびバンクアドレスが与えられるとき、この最初のバンクアドレスおよびペー
ジアドレスが与えられて所定時間経過後にプリセットカウンタ７６４および７６５ならび
にセレクタ７６０および７６７を、それぞれアドレス変換を行なうように制御してもよい
。いずれの構成が用いられてもよい。
【０４６５】
通常動作時において、セレクタ７６６および７６７は、入力バッファ７６１および７６０
から与えられるアドレス信号ビットＢＡＤＬおよびＰＡＤＬを選択する。したがって通常
動作時においては、外部から与えられるバンクアドレス信号およびページアドレス信号に
従って内部のバンクおよびページアドレス選択が行なわれる。
【０４６６】
一方、大量データアクセス時においては、セレクタ７６６および７６７はカウンタ７６４
および７６５の出力するカウント値を選択する。最初に与えられたページアドレスおよび
バンクアドレスに従って対応のバンクおよびページが選択される。次いで、同じバンクア
ドレスが与えられかつ異なるページアドレスが与えられるとき、ＡＴＤ回路７６２の出力
信号が、アドレス変化を示す活性状態とされ、プリセットカウンタ７６４がカウント動作
を行ない、この最初にセットされたバンクアドレスの下位アドレス信号ビットＢＡＤＬの
値を１増分する。したがって、外部のバンクアドレスが同じであっても、内部のバンクア
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ドレスは隣接バンクを指定することになる。このプリセットカウンタ７６４は、ＡＴＤ回
路７６２からのアドレス変化検出信号の活性化時カウント動作を行なう。異なるページア
ドレスが順次与えられるときに、プリセットカウンタ７６４がカウント動作を行ない、順
次隣接するバンクが指定される。このとき、プリセットカウンタ７６５はまだプリセット
カウンタ７６４からのカウントアップ信号ＣＵＰは非活性状態であり、その初期値を維持
している。したがって連続する異なるバンクにおいて同じページが順次選択状態とされる
。
【０４６７】
この大量データアクセスに対して割当てられたバンクが順次選択状態とされると、プリセ
ットカウンタ７６４からのカウントアップ信号ＣＵＰが活性状態とされ、プリセットカウ
ンタ７６５がカウント値を１増分する。これにより、先頭ページアドレス信号ＰＡＤＬの
値が１増分される。したがって次のサイクルにおいては、最初のアレイブロック（バンク
）に戻り、次のページが指定される。
【０４６８】
図９５（Ａ）は、この図９４に示すアドレス変換部の動作を具体的に説明する図である。
図９５（Ａ）においては、バンクアドレスが４ビットにより構成され、かつまたページア
ドレスが４ビットで構成される場合が一例として示される。大量データアクセスのために
４つのバンクが使用される。また、プリセットカウンタ７６４およびプリセットカウンタ
７６５はそれぞれ２ビットのカウンタである。
【０４６９】
いま、ＣＰＵまたはプロセッサから与えられるバンクアドレスは００００であり、同じバ
ンクを指定する。ページアドレスが順次１増分される。最初のサイクルにおいては、カウ
ンタはその初期値を出力するため、外部から与えられるバンクアドレスおよびページアド
レスが内部バンクアドレスおよび内部ページアドレスとして出力される。
【０４７０】
次のサイクルにおいては、ページアドレスが１増分されると、ＡＴＤ回路７６２の出力す
る変化検出信号に従って、プリセットカウンタ７６４のカウント値が１増分され、バンク
アドレスが１増分される。したがって、バンク０００１が指定される。このとき、ページ
アドレスは変化せず、００００を維持する。
【０４７１】
次のサイクルにおいて、再びページアドレスが１増分されると、またバンクアドレスが１
増分され、バンク００１０が指定される。この状態においても、ページアドレスは変化せ
ず初期値００００を維持する。
【０４７２】
さらに次のサイクルにおいて、ページアドレスが１増分されると、同様にバンクアドレス
が再び１増分され、バンク００１０が指定される。この状態において、ページアドレスは
変化せず初期値を維持する。
【０４７３】
再びページアドレスが１増分され、ページ０１００が指定されると、プリセットカウンタ
７６４は２ビットカウンタであり、そのカウント値は初期値へ戻る。したがってバンク０
０００が指定される。このとき、プリセットカウンタ７６４からのカウントアップ信号Ｃ
ＵＰに従ってプリセットカウンタ７６５がカウントを行ない、ページアドレスが１増分さ
れ、ページ０００１が指定される。
【０４７４】
したがって、図９５（Ｂ）に示すように、外部からのＣＰＵ（またはプロセッサ）アドレ
スが、バンク００００を指定し、そのバンク００００内においてページ００００から順次
連続するページを指定する場合、変換後においては、バンク００００，０００１，００１
０，００１１においてページ００００が順次指定される。バンク００１０において、ペー
ジ００００が選択状態とされた後には、再びもとのバンク００００において次のページ０
００１が指定される。したがって各バンクにおいて、４サイクルごとに順次次のページが
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選択状態とされる。これにより、ページモードアクセスにおいて、各バンクを非同期的に
選択状態としてデータアクセスを行なうことができる。
【０４７５】
なお、上述の説明において、ページが１ずつ増分されている。しかしながら、用いられる
画像データのインターレースおよびノンインターレース方式およびフレーム／フィールド
形式に従ってこの変換態様は適宜修正されればよい。また、用いられるバンクの数は任意
であり、最小２つであればよい。
【０４７６】
さらに、上述の説明においては、画像データを説明しているが、ＣＰＵ（またはプロセッ
サ）がバーストモードでアクセスを行なう演算データの場合であっても、バーストモード
で転送が行なわれるデータ領域を予め複数のバンク領域に分散させておくことにより、同
様ページモードで高速でデータを転送することができる。
【０４７７】
図９６は、この半導体記憶装置内における大量データアクセスに用いられるアドレス領域
を示す図である。図９６において、上位バンクＢ♯Ａ～Ｂ♯Ｄが配置され、各バンクＢ♯
Ａ～Ｂ♯Ｄにおいて、中位バンクが配置される。この中位バンクにおいて、斜線で示す領
域が高速データアクセスに用いられる専用領域として利用される。したがって、中位バン
ク単位では、他の用途のために別の中位バンクが選択状態とされていても、この選択状態
とされた中位バンクのデータとの衝突を伴うことなく、この専用領域を用いて高速データ
アクセスを実現することができる。
【０４７８】
また上述の説明において、ＣＰＵが指定するバンクアドレスを初期値として順次隣接バン
クを選択している。隣接バンクではなく、１つおきのバンクが指定されるようにバンクア
ドレスの変換が行なわれるように構成されてもよい。この場合、半導体記憶装置がシェア
ードセンスアンプ構成を有し、各アレイブロックがバンクの場合において、センスアンプ
の活性／非活性制御を行なうことなく、順次高速で各アレイブロックを選択状態とするこ
とができる（センスアンプを共有するアレイブロックは同時に選択状態とされない）。
【０４７９】
また、プリセットカウンタ７６４および７６５は、この入力バッファ７６１および７６０
から与えられるアドレス信号ビットを初期値としてプリセットするのではなく、命令デコ
ーダ７６３の制御のもとに予め割当てられたアドレス領域内にこのＣＰＵが要求する大量
データアクセスのための領域が設定されていてもよい。すなわち、図９６において、斜線
で示す領域は、常に高速データアクセス領域として専用に用い、各処理用途においてその
アドレス領域が変換されず常時固定とされる構成が用いられてもよい。
【０４８０】
さらに、上述の説明において、半導体記憶装置内部でアドレス変換を行なっている。しか
しながら、図７０に示すように、半導体記憶装置が、モジュール単位で構成されている場
合においては、これらのモジュールに対し共通にアドレス変換部を設けておくことにより
、最小２つのモジュールを用いて交互にページを割当ててアクセスすることができる（こ
の場合、用いられるモジュールは、他の用途においてのデータアクセスのために選択状態
とされていないことが必要とされる）。
【０４８１】
以上のように、この発明の実施の形態１２に従えば、高速データアクセス時において、連
続してアクセスされるページを異なるバンクへ分散させるようにアドレス変換を行なって
いるため、ページモードを用いて各アレイブロックを非同期的に選択状態へ駆動してアク
セスすることができ、ＲＡＳプリチャージ時間およびＲＡＳアクセス時間がページ変更時
不要となり、高速アクセスが可能となる。
【０４８２】
なお、図９４に示す構成において、プリセットカウンタ７６４および７６５は、それぞれ
バンクアドレス信号ビットおよびページアドレス信号ビットの全ビットが初期値としてセ
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ットされ、それぞれ所定のシーケンスでカウント動作を行なうように構成されてもよい。
この場合、連続的なバンク／ページがアクセスされるのではなく、特定の所定のシーケン
スに従ってバンクおよびページが選択状態とされる。この場合においても、ＣＰＵアドレ
ス空間において連続するページが異なるバンクに分散的に配置されるため、同様の効果を
得ることができる。
【０４８３】
【発明の効果】
以上のように、この発明に従えば、複数のアレイブロックそれぞれを互いに独立に駆動可
能としたため、複数のワード線を同時に選択状態とすることができ、高速アクセスを実現
する半導体記憶装置を得ることができる。
【０４８４】
　すなわち、請求項１に係る発明に従えば 通内部データバス線に接続される複数のア
レイブロックに対し、転送指示信号と転送アドレス信号とに従ってメモリセルデータを、
この転送アドレス信号が指定するアレイブロックへ転送する に構成しているため、装
置外部へ一旦読出すことなくアレイブロック間でデータ転送を高速で行なうことができる
。

【０４８５】
請求項２に係る半導体記憶装置に従えば、転送アレイブロックにおいて、データが転送さ
れたとき、センスアンプを活性化するように構成しているため、転送アレイブロックにお
いて、転送されたメモリセルデータをラッチし保持することができ、この転送データを元
のメモリセルへアクセスすることなく再利用することができ、高速アクセスが可能となる
。さらに、元のメモリセルデータが加工されてその内容が変化している場合においても、
この後のメモリセルデータの加工前のデータを容易に再利用することができ、元のデータ
と加工後のデータの比較、元のデータと加工後のデータの乗算および元のメモリセルのデ
ータとさまざまなデータとの演算を容易に行なうことができ、種々の演算を複雑な回路構
成を用いることなく実現することができる。
【０４８６】
請求項３に係る半導体記憶装置に従えば、アレイブロックそれぞれに設けられたローカル
Ｉ／Ｏバスと共通データバスを介してアレイブロック間でのデータ転送を行なっているた
め、アレイブロック間でのデータ転送に余分のデータ転送経路を設ける必要がなく、配線
占有面積を増加させることなくアレイブロック間のデータ転送を実現することができる。
【０４８７】
請求項４に係る半導体記憶装置に従えば、転送アレイブロックにおいてセンスアンプ活性
化の前に転送アドレス信号に従って対応のワード線を選択状態とするように構成している
ため、転送アレイブロックへ転送されたメモリセルデータの転送アレイブロックの対応の
メモリセルへ書込むことができ、メモリセルデータのコピーなどの処理を高速で行なうこ
とができる。
【０４８８】
請求項５に係る半導体記憶装置に従えば、転送アレイブロックにおいてはワード線は非選
択状態を保持し、センスアンプのみを活性状態としているため、このアレイブロックの記
憶するメモリセルデータに何ら悪影響を及ぼすことなく転送アレイブロックのセンスアン
プを擬似的なキャッシュとして利用することができ、高速アクセスが可能な半導体記憶装
置を実現することができる。
【０４８９】
請求項６に係る半導体記憶装置に従えば、アレイブロック間のデータ転送時に転送アレイ
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また、アドレス信号と対応の転送アドレス信号とをリンクして格納し、外部アドレス信
号と格納アドレス信号との一致／不一致に従って外部アドレス信号および格納アドレス信
号の一方を選択しているため、外部アドレス信号と格納アドレス信号の一致時には転送ア
ドレス信号を選択することにより、外部アドレス信号が指定するアレイブロックにおいて
ワード線を選択する必要がなく、転送アレイブロックのセンスアンプをキャッシュとして
利用することが可能となり、応じて高速アクセスが可能となる。



ブロックのビット線対とセンスアンプとを切離すように構成しているため、転送アレイブ
ロックのセンスアンプのセンスノードの寄生容量を小さくすることができ、転送アレイブ
ロックのセンスアンプのセンスノードの電位を容易に転送メモリセルデータに応じて変化
させることができ、確実にセンスアンプによる転送メモリセルデータの検知、増幅および
ラッチを行なうことができ、正確なメモリセルデータのアレイブロック間転送を実現する
ことができる。
【０４９０】
請求項７に係る半導体記憶装置に従えば、共通データ線に設けられたリードドライバで増
幅されたデータを再びライトドライバを介して内部共通データバスへ転送するように構成
しているため、転送アレイブロックのセンスアンプの活性／非活性化にかかわらず確実に
転送アレイブロックの対応のセンスアンプへ転送メモリセルデータを転送してラッチさせ
ることができる。
【０４９１】
請求項８に係る半導体記憶装置に従えば、転送アレイブロックの対応のセンスアンプと共
通データバスとの接続の確立の後センスアンプを活性化するように構成しているため、非
活性状態のセンスアンプのセンスノードの電位を共通データバス線上の電位において確実
に変化させることができ、大きな駆動力を有するドライバを用いることなく対応の転送ア
レイブロックの対応のセンスアンプのセンスノード電位を転送メモリセルデータに応じて
変化させることができ、確実にメモリセルデータの転送を行なうことができる。
【０４９２】
請求項９に係る半導体記憶装置に従えば、転送アレイブロックのセンスアンプの活性化の
後、ライトドライバを活性化して対応のセンスアンプへ転送メモリセルデータを書込むよ
うに構成しているため、新たなデータ転送用ドライバを用いることなく確実に転送メモリ
セルデータを転送アレイブロックの対応のセンスアンプへ転送してそこにラッチさせるこ
とができる。
【０４９３】
請求項１０に係る半導体記憶装置に従えば、センスアンプ活性化信号の非活性化から活性
化への移行時および活性化から非活性化への移行時に、センスアンプ活性化信号線を容量
に選択的に結合するように構成しているため、センスアンプ活性化信号線の電荷を保存し
て再利用することができ、応じてセンスアンプ駆動のために消費される電流を低減するこ
とができる。
【０４９６】
　請求項１ に係る半導体記憶装置に従えば、データ保持指示信号に応答して転送アレデ
ータブロックのセンスアンプを活性状態に維持するように構成しているため、転送アレイ
ブロックのセンスアンプをキャッシュとして利用することができる。またこのデータ保持
指示信号に従って各選択アレイブロックにおけるセンスアンプも活性状態を維持しており
、複数のセンスアレイブロックのセンスアンプをキャッシュとして利用することができ、
キャッシュデータ量を多くすることができ、キャッシュヒット率が高くされた高速アクセ
ス可能な半導体記憶装置を得ることができる。
【０４９８】
　請求項１ に係る半導体記憶装置に従えば、外部から周期的に与えられるクロック信号
に同期して行および列アドレス信号を取込むように構成しているため、行選択系回路およ
び列選択系回路を互いに独立に駆動することができ、複数のアレイブロックを重複的にま
たは互いに独立に活性状態とすることができ、容易にデータ転送を行なうことができる。
【０４９９】
　請求項１ に係る半導体記憶装置に従えば、アレイブロック各々に対応して、対応のア
レイブロックがアドレス指定されたときに与えられたアドレス信号をラッチするアドレス
ラッチを配置するように構成したため、各アレイブロックを互いに独立にアドレス指定を
行なうことができ、異なるアレイブロック間の異なる行の間のデータ転送を容易に実現す
ることができる。
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【０５００】
　請求項１ に係る半導体記憶装置に従えば、この半導体記憶装置の内部動作を指定する
制御信号も外部からの周期的に与えられるクロック信号に同期して取込むように構成して
いるために、信号取込タイミング、内部動作開始タイミングについて信号のスキューを考
慮する必要がなく、これらのタイミングの確立が容易となる。またクロック信号に同期し
て制御信号を与える構成により、各クロックサイクルごとに個々のアレイブロックに対し
アクセス動作を指定することも可能となる。
【０５０１】
　請求項１ に係る半導体記憶装置に従えば、各アレイブロックの活性化期間はチップイ
ネーブル信号に従って所定期間に設定されているため、各アレイブロックの活性化を重複
して行なう際のアレイブロック活性化の制御が容易となる。また１つのアレイブロックの
活性化／非活性化が他のアレイブロックの活性／非活性に何ら悪影響を及ぼすことがなく
、アレイブロックそれぞれを互いに独立に駆動することができる。
【０５０４】
　請求項１ に係る半導体記憶装置に従えば、転送指示命令が与えられたとき、隣接アレ
イブロック間のビット線対を接続するように構成しているため、高速で１行のメモリセル
のデータを隣接アレイブロックへ転送することができ、データのコピーまたは塗り潰しな
どの画像処理を高速で行なうことができる。
【０５０５】
　請求項１ に係る半導体記憶装置に従えば、また、センスアンプがデータ保持状態にお
いてこのアレイブロックのリフレッシュを行なう場合、センスアンプの保持データを隣接
アレイブロックのビット線対に転送した後リフレッシュを行なうように構成しているため
、センスアンプが保持するデータ（キャッシュデータ）が破壊されることなくこのアレイ
ブロックのリフレッシュを行なうことができる。また、単に隣接アレイブロックへはセン
スアンプの保持データを転送しているだけであり、電荷の移動が生じるだけであり、何ら
この転送のために不必要な電流が消費されることはない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１に従う半導体記憶装置の全体の構成を概略的に示す図
である。
【図２】　図１に示す半導体記憶装置のアレイブロックの内部構成をより詳細に示す図で
ある。
【図３】　この発明の実施の形態１の半導体記憶装置の動作を示す信号波形図である。
【図４】　この発明の実施の形態１に従う半導体記憶装置のアレイブロック内部の信号波
形を示す図である。
【図５】　この発明の実施の形態１に従う半導体記憶装置の変更例の動作を示す信号波形
を示す図である。
【図６】　図１に示すアレイ活性制御回路の構成を示す図である。
【図７】　図６に示すブロックデコーダの構成および動作を示す図である。
【図８】　図６に示すイコライズ／プリチャージ制御回路およびワード線駆動制御回路の
構成および動作を示す図である。
【図９】　図６に示すセンスアンプ制御回路の構成を示す図である。
【図１０】　図１に示すＸデコーダそれぞれに対応して設けられるアドレスラッチの構成
を示す図である。
【図１１】　図９および図１０に示す回路の動作を示す信号波形図である。
【図１２】　図１に示すＸデコーダの構成を示す図である。
【図１３】　この発明の実施の形態１に従う半導体記憶装置の第１の変更例の構成を示す
図である。
【図１４】　図１３に示すローレベルＩ／Ｏバスとリード／ライトドライバの構成を示す
図である。
【図１５】　この発明の実施の形態１に従う半導体記憶装置の第２の変更例のアレイブロ
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ックの１列の構成を示す図である。
【図１６】　この発明の実施の形態２に従う半導体記憶装置の動作を示す信号波形を示す
図である。
【図１７】　この発明の実施の形態２における半導体記憶装置の内部動作をより詳細に示
す信号波形を示す図である。
【図１８】　この発明の実施の形態２における半導体記憶装置のデータ転送動作を説明す
るための図である。
【図１９】　この発明の実施の形態２に従う半導体記憶装置の動作を示す信号波形図であ
る。
【図２０】　この発明の実施の形態２の動作をより詳細に示す信号波形図である。
【図２１】　この発明の実施の形態２に従う半導体記憶装置のデータ転送動作を説明する
ための図である。
【図２２】　この発明の実施の形態２に従う半導体記憶装置の動作を示す信号波形図であ
る。
【図２３】　この発明の実施の形態２に従う半導体記憶装置の動作をより詳細に示す内部
信号の波形図である。
【図２４】　この発明の実施の形態２を実現するための制御部の構成を示す図である。
【図２５】　図２４に示す転送制御回路の構成を概略的に示す図である。
【図２６】　図２４に示すイコライズ／プリチャージ制御回路の構成を示す図である。
【図２７】　図２６に示すイコライズ／プリチャージ制御回路の動作を示す信号波形図で
ある。
【図２８】　図２４に示すセンスアンプ制御回路の構成を示す図である。
【図２９】　図２８に示すセンスアンプ制御回路の動作を示す信号波形図である。
【図３０】　この発明の実施の形態３に従う半導体記憶装置のアドレス入力部の構成を示
す図である。
【図３１】　図３０に示すアドレス入力部の動作を示す信号波形図である。
【図３２】　図３０に示すマッピングメモリおよびアドレス変換回路の構成をより詳細に
示す図である。
【図３３】　この発明の実施の形態４に従う半導体記憶装置の動作を示す信号波形図であ
る。
【図３４】　図３３に示す動作を実現するための制御部の構成を示す図である。
【図３５】　この発明の実施の形態４における通常動作時の信号波形を示す図である。
【図３６】　この発明の実施の形態４におけるデータ保持時の転送／書込動作を示す波形
図である。
【図３７】　図３４に示すイコライズ／プリチャージ制御回路の構成および動作波形を示
す図である。
【図３８】　図３４に示すワード線駆動制御回路の構成および動作波形を示す図である。
【図３９】　この発明の実施の形態５に従う半導体記憶装置のアレイ部の構成を概略的に
示す図である。
【図４０】　図３９に示すアレイブロックの構成をより具体的に示す図である。
【図４１】　図３９に示す半導体記憶装置の動作を示す信号波形図である。
【図４２】　図４１に示す動作波形図のより詳細な内部信号の波形を示す図である。
【図４３】　この発明の実施の形態５において用いられる制御部の構成を概略的に示す図
である。
【図４４】　この発明の実施の形態６に従う半導体記憶装置の要部の構成を示す図である
。
【図４５】　図４４に示す半導体記憶装置の動作を示す信号波形図である。
【図４６】　この発明の実施の形態６の半導体記憶装置の制御部の構成を示す図である。
【図４７】　図４４に示すセンスアンプ活性化信号Ｖｎに結合されるキャパシタの構成を
示す図である。
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【図４８】　図４４に示すセンスアンプ活性化信号Ｖｐに結合されるキャパシタの構成を
示す図である。
【図４９】　この発明の実施の形態６に従う半導体記憶装置のキャパシタの接続を全体を
概略的に示す図である。
【図５０】　この発明の実施の形態６において用いられるキャパシタの配置位置を示す図
である。
【図５１】　この発明の実施の形態６の変更例の動作を示す波形図である。
【図５２】　この発明の実施の形態７に従う半導体記憶装置の動作を示す信号波形図であ
る。
【図５３】　この発明の実施の形態７に従う半導体記憶装置の制御部の構成を示す図であ
る。
【図５４】　この発明の実施の形態８に従う半導体記憶装置の全体の構成を概略的に示す
図である。
【図５５】　（Ａ）は、図５４に示す入力変換部の構成を示し、（Ｂ）および（Ｃ）はこ
の入力変換部の動作を示す図である。
【図５６】　この発明の実施の形態８に従う半導体記憶装置の動作を示す波形図である。
【図５７】　図５５（Ａ）に示す入替回路の構成の一例を示す図である。
【図５８】　図５５（Ａ）に示す一致検出回路の構成の一例を示す図である。
【図５９】　図５５（Ａ）に示す反転回路の構成を概略的に示す図である。
【図６０】　図５４に示す入力変換部の変更例の構成を示す図である。
【図６１】　この発明の実施の形態８に従う半導体記憶装置の変更例のアレイ部の構成を
示す図である。
【図６２】　図６１に示すメモリアレイ部のアドレス割当てを示す図である。
【図６３】　図６１に示すメモリアレイのアドレス変換操作を示す図である。
【図６４】　図６３に示すアドレス変換を実現するアドレス変換部の構成を概略的に示す
図である。
【図６５】　図６４に示すアドレス変換部の操作を説明するための図である。
【図６６】　この発明の実施の形態８の変更例における変換アドレスを発生するための構
成を示す図である。
【図６７】　この発明の実施の形態８の変更例における不良メモリブロックに対する処置
の一例を示す図である。
【図６８】　この発明の実施の形態８に従う入力変換部のさらに他の構成を示す図である
。
【図６９】　（Ａ）ないし（Ｃ）は、図６８に示すアドレス入力変換部の処理操作態様を
示す図である。
【図７０】　この発明の実施の形態９に従う半導体記憶装置の全体の構成を概略的に示す
図である。
【図７１】　図７０に示す半導体記憶装置の不良メモリブロック（アレイブロック）識別
のための構成を示す図である。
【図７２】　図７１に示す半導体記憶装置の変換演算部の構成をより詳細に示す図である
。
【図７３】　この発明の実施の形態１０に従う半導体記憶装置の要部の構成を概略的に示
す図である。
【図７４】　図７３に示す変換演算部の構成を概略的に示す図である。
【図７５】　この発明の実施の形態１１に従う半導体記憶装置の要部の構成を概略的に示
す図である。
【図７６】　図７５におけるバス変換演算部のバス変換態様の一例を示す図である。
【図７７】　この発明の実施の形態１１に従う半導体記憶装置を用いる処理システムの構
成の一例を示す図である。
【図７８】　図７７に示す変換演算部の構成の一例を示す図である。
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【図７９】　この発明の実施の形態１１に従う半導体記憶装置の変更例の構成を示す図で
ある。
【図８０】　図７９に示す半導体記憶装置の外部バスと内部データバスとの接続態様を示
す図である。
【図８１】　図７９に示す半導体記憶装置の内部データバスと外部データバスとの接続態
様を示す図である。
【図８２】　図７９に示す半導体記憶装置の内部データバスと外部データバスとの接続態
様を示す図である。
【図８３】　図７９に示す半導体記憶装置の内部データバスと外部データバスとの接続態
様を示す図である。
【図８４】　図７９に示す半導体記憶装置の内部データバスと外部データバスとの接続態
様を示す図である。
【図８５】　図７９に示す半導体記憶装置の内部データバスと外部データバスとの接続態
様を示す図である。
【図８６】　図７９に示す半導体記憶装置を用いる処理システムの構成の一例を示す図で
ある。
【図８７】　図７９に示す演算回路の構成の一例を示す図である。
【図８８】　この発明の実施の形態１１の変更例の構成を示す図である。
【図８９】　この発明の実施の形態１１のバンク構成の内部バス切替構成を示す図である
。
【図９０】　（Ａ）はこの発明の実施の形態１２に従う半導体記憶装置が適用される画像
データのスキャン内容を示す図であり、（Ｂ）はこの発明の実施の形態１２に従う半導体
記憶装置におけるデータアクセス順序を示す図である。
【図９１】　この発明の実施の形態１２に従う半導体記憶装置の要部の構成を概略的に示
す図である。
【図９２】　図９１に示す装置の動作波形図である。
【図９３】　この発明の実施の形態１２において用いられるＣＰＵアドレスの構成の一例
を示す図である。
【図９４】　この発明の実施の形態１２における半導体記憶装置のアドレス変換部の構成
を概略的に示す図である。
【図９５】　図９４に示すアドレス変換部の動作を説明するための図である。
【図９６】　この発明の実施の形態１２において高速データアクセスに利用される領域の
分布を示す図である。
【図９７】　従来の半導体記憶装置のアレイ部の構成を示す図である。
【図９８】　図９７に示す半導体記憶装置のアレイブロックの１列の構成を示す図である
。
【図９９】　図９７に示す半導体記憶装置の動作を示す信号波形図である。
【符号の説明】
１　クロックバッファ、２　制御バッファ、３　アドレスバッファ、４　アレイ活性制御
回路、ＸＤａ～ＸＤｄ　Ｘデコーダ、ＭＢａ～ＭＢｄ　アレイブロック、ＳＡＢａ～ＳＡ
Ｂｄ　センスアンプ帯、ＳＴＲａ～ＳＴＲｄ　セレクタ、ＧＩ／Ｏ　グローバルＩ／Ｏバ
ス（共通データバス）、ＤＲ　リード／ライトドライバ、ＢＦ　入出力バッファ、ＳＡ　
センスアンプ、ＭＣ　メモリセル、ＢＬＰビット線対、ＬＩ／Ｏ　ローカルＩ／Ｏバス、
５　ビット線分離ゲート、ＣＳＥＬ　列選択ゲート、ＢＳＥＬＡ　ブロック選択ゲート、
１０　ブロックデコーダ、１２ａ～１２ｄ　イコライズ／プリチャージ制御回路、１４ａ
～１４ｄ　ワード線駆動制御回路、１６ａ～１６ｄ　センスアンプ制御回路、１８ａ～１
８ｄ列選択制御回路、１５　書替制御回路、ＲＷＤＲ　リード／ライトドライバ、１２０
ａ～１２０ｄ　イコライズ／プリチャージ制御回路、１４０ａ～１４０ｄワード線駆動制
御回路、１６０ａ～１６０ｄ　センスアンプ制御回路、１８０ａ～１８０ｄ　列選択制御
回路、２００アドレスバッファ、２０２　マッピングメモリ、２０４　アドレス変換回路
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、２０６　マルチプレクサ、２１０　モード検出回路、２１２　アドレスラッチ、２１４
　書込制御回路、２２０　イコライズ／プリチャージ制御回路、２４０　ワード線駆動制
御回路、２６０　センスアンプ制御回路、２７０　アドレスラッチ回路、２７２　比較器
、２７４　ＲＡラッチ、２７６　Ｘデコーダ、２７８　ＣＡラッチ、２７９　Ｙデコーダ
、２８０列選択制御回路、３００ａ～３００ｆ　アレイ活性制御回路、ＮＢＡ～ＮＢＦア
レイブロック、３１０ａ～３１０ｅ　アレイ活性化回路、３０１ａａ，３０１ａｂ，３０
１ｂｂ，３０１ｂｃ，３０１ｃｃ，３０１ｃｄ　トランスファーゲート、３１５　転送制
御回路、４００　モード検出回路、４１０　アドレスバッファ、４１２　アドレスラッチ
、４１４　ブロックデコーダ、４１６　転送制御回路、４１８　アレイ活性制御回路、４
５０，４５２　センスアンプ活性化信号線、４５８，４６０　センスアンプ駆動トランジ
スタ、４６２，４６４　トランスファーゲート、４７０，４７５　キャパシタ、５００　
ブロックデコーダ、５１０　イコライズ／プリチャージ制御回路、５２０　ワード線駆動
制御回路、５３０　アレイ活性制御回路、４６４ａ～４６４ｆ　トランスファーゲート、
６００　リフレッシュ制御回路、６０２　リフレッシュカウンタ、６１０　リフレッシュ
調停回路、６１５　転送制御回路、６２０ａ～６２０ｆ　アレイ活性制御回路、６２１　
イコライズ／プリチャージ制御回路、６２４　ワード線駆動制御回路、６２６　センスア
ンプ制御回路、１６００　メモリアレイ、１６０２　入力変換部、１６０３ｘ，１６０ｙ
　ブロックデコーダ、１６０４　命令デコード部、Ｂ♯Ａ～Ｂ♯Ｄ　上位バンク、Ａ－１
～Ａ－８～Ｄ－１～Ｄ８　中位バンク、ＬＢ１～ＬＢ８　最下位バンク、１６１０　マッ
ピングメモリ、１６１２　アドレス変換回路、１６１４　アドレスバッファ、１６１６　
マルチプレクサ、ＲＧ０～ＲＧｎ，ＲＧｕ，ＲＧｘ，Ｒｇｙ　レジスタ、１６２０　書込
回路、１６２２　読出回路、１６２４　アドレス発生器、１６３２　入力変換回路、１６
３４プログラム書込回路、１６３６　命令デコーダ、１６４５　変換演算部、１６５０　
入力変換部、ＭＯＤ０～ＭＯＤ３　モジュール、ＲＧ　レジスタ、１６４７　アドレス変
換部、ＩＰ　入力ポート、ＯＰ　出力ポート、１６４７ａ　スキャンレジスタ制御部、１
６４７ｂ　レジスタメモリ、１６４７ｃ　演算部、１６６２　クロック入力バッファ、１
６６４　アドレス入力バッファ、１６６６　変換演算部、１６７０　変換演算部、１６７
２　データ入出力バッファ、１６８２ＣＰＵ、１６８４　プロセッサ、１６８６　バスコ
ントローラ、１６８０　半導体記憶装置、７００　メモリアレイ、ＩＯ　内部データバス
、７０４　演算回路、ＥＸＤＢ　外部データバス、ＩＢＬ　内部データバス線、ＥＢＬ　
外部データバス線、ＩＤＢｉ，ＩＤＢｊ　内部サブデータバス、ＥＤＢ　外部サブデータ
バス、７５０　半導体記憶装置、７５５　バス変換演算部、ＭＯＤ♯０～ＭＯＳ♯３　モ
ジュール（チップ）、ＡＢ♯１～ＡＢ♯５　アレイブロック、ＳＤＡ～ＳＤＣ　センスア
ンプドライバ、ＷＤＡ～ＷＤＣ　ワード線ドライバ、ＷＡＳＡ～ＷＡＣＦ　ワード線活性
化回路。
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